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1. Typenverzeichnis

1.1. Alpha-numerisch

Typ Seite - Page
AA 112 3
AA 113 7
AA 117 11
AA 118 15
AA 119 19
AA 132 23
AA 133 27
AA 134 31
AA 135 35
AA 136 39
AA 137 43
AA 138 47
AA 139 51
AAZ 14 53
BA 111 55
BA 121 59
BA 124 61
BA 125 63
BA 147/... . 65
BA 173 69
BA 176 75
BA 178 77
BA 182 79
BA 204 81
BA 243 85
BA 244 85
BAV 17 ... BAV 21 87
BAW 24 ... BAW 27 89
BAX 12 91
BAY 67 95
BAY 68 99
BAY 69 99
BAY 78 103
BAY 86 105
BAY 87 105
BAY 88 105
BAY 89 109
BAY 92 113
BAY 93 115

¥ Neuer Typ - New type

1. Summary of the types
1.1. Alpha-numeric

Typ Seite - Page
BB 104 117
BB 105 119
BB 109 123
BB 204 125
BB 205 127
BB 209 131
BY 201/... 133
BY 202/... 139
BY 203/... 145
BY 204/... 147
BY 211/... 149
BYV12...BYV16 ¥ 151
BYW32..BYW36 ¥ 157
BYW 52 ... BYW 56 163
BYW72..BYW76 V¥ 169
BYW 82 ... BYW 86 173
BYX 82 ..BYX 86 O 179
BZ 102/... 215
BZX 55/C... O 219
BZX 85/C... 225
BZY 87/... O 229
OA 182 187
OA1828B 191
OA 182R 193
TDA 1061 195
1N 484 A 197
1N 4001 ... 1N 4007 199
1N 4148 O 201
1N 4149 201
1N 4151 O 205
1N 4154 209
1N 4446 O 201
1N 4447 201
1N 4448 O 201
1N 4449 201

O Kannals giitebestétigtes Bauelement geliefert werden - Can be delivered as "Qualified semiconductor device*,
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Typ

Beschreibung

1.2. Nach Anwendungsgebieten
1.2. Classification according to applications

Universaldioden - Universal diodes

AA 117
Normgehduse - Case
51A2Din 41880
JEDEC DO 7

AA 132
Normgehause - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

AA 133
Normgehduse - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

AA 134
Normgehéause - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

AA 135
Normgehéuse - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

AA 136
Normgehduse - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

AA 139
Normgehause - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

BA 147/...
Normgehause - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

BA 176
Normgehause - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

A10

Ge-Spitzendiode mit hoher
Sperrspannung

Ge-Spitzendiode mit hoher
Sperrspannung

Ge-Spitzendiode mit hoher
Sperrspannung

Ge-Spitzendiode mit mittlerer
Sperrspannung

Ge, Kleinflichendiode

Ge, Kleinflachendiode

Ge-Kleinflachendiode mit
kleiner DurchlaBspannung fiir
niedrige Betriebsspannungen

Si-Dioden mit verschiedenen
Sperrspannungen

Si-Diode als Antennenschutz

Description

Point contact diode with high
reverse voltage

Point contact diode with high
reverse voltage

Point contact diode with high
reverse voltage

Point contact diode with medium
reverse voltage

Small junction diode

Small junction diode

Small junction diode with low
forward voltage for low supply
voltages

Diodes with different reverse
voltages

Protective diode for aerials

Seite - Page

1

23

27

31

35

39

51

65

75



Typ

BA 204
Normgehause - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BAX 12
Normgehéuse - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 41

BAY 86
Normgehause - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

BAY 87
Normgehé&use - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

BAY 88
Normgehéuse - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

BAY 89
Normgehause - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

OA 182
Normgehduse - Case
51 A2DIN 41880
JEDEC DO 7

1N 484 A
Normgehause - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

Beschreibung

Si-Epitaxial-Planar-Diode

Si-Diode mit definiertem

Durchbruchverhalten

Si, mit mittlerer Sperrspannung

Si, mit hoher Sperrspannung

Si, mit hoher Sperrspannung

Si, mit sehr hoher Sperr-

spannung

Ge, Kleinflachendiode

Si, mit hoher Sperrspannung

Description Seite + Page

HF- und Demodulations-Dioden - RF and demodulator diodes

AA 112
Normgehause - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

AA 113
Normgehéause - Case
51 A2DIN 41880
JEDEC DO 7

Ge-Spitzendiode fur nieder-
ohmige Demodulatorschaltun-
gen

Ge-Spitzendiode fiir hoch-
ohmige Demodulatorschaltun-
gen

81
Epitaxial planar diode
91
Diode with controlled
avalanche characteristics
105
With medium reverse voltage
105
With high reverse voltage
105
With high reverse voltage
109
With very high reverse voltage
187
Small junction diode
197
With high reverse voltage
3
Point contact diode for low load
resistance demodulator
circuits
7

Point contact diode for high
load resistance demodulator
circuits

A1




Typ

AA 118
Normgehéuse - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

AA 119
Normgehause - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

AA 137
Normgehéuse - Case
51 A2DIN 41880
JEDEC DO 7

AA 138
Normgehduse - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

TDA 1061 w»
Normgehéuse - Case
50B 4 DIN 41867
JEDEC TO 50

Beschreibung

Ge-Spitzendiode mit hoher
Sperrspannung
fiir Phasen-Diskriminatoren

Ge-Spitzendiode fiir
hochohmige
Demodulatorschaltungen

Ge-Spitzendiode fiir Regel-
spannungs-Erzeuger in FS-
Geraten

Ge-Spitzendiode fiir
Demodulatorschaltungen
in FS-Geréten

Si-PIN-Dioden Dampfungsvier-
pol fiir elektronische Amplituden-
regelung der Eingangssignale in
Fernsehtunern und Antennen-
verstdarkern

Schaltdioden - Switching diodes

BA 173
Normgehéduse - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

BA 178
Kunststoffgehduse
Plastic case
SOD-23

BA 182
Kunststoffgehause
Plastic case
SOD-23

BA 243
Normgehause - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BA 244
Normgehéause - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

Si, fir Klemmschaltungen in
Farbfernsehgeraten

Si-Diode fiir Bereichsum-
schaltung im VHF-Tuner

Si-Diode fiir Bereichsum-
schaltung im VHF-Tuner

Si-Diode fiir Bereichsum-
schaltung im VHF-Tuner

Si-Diode fiir Bereichsum-
schaltung im VHF-Tuner

W Neuer Typ - New type

A12

Description

Point contact diode with high
reverse voltage for use in phase
discriminator circuits

Point contact diode for high
load resistance rectifier circuits

Point contact diode for AGC
rectifiers in TV receivers

Point contact diode for
detectors in TV receivers

Attenuation two-port for AGC
input signal in television tuners
and antenna amplifiers

For clamping circuits in colour
TV-receivers

Diode for use as band selector
in VHF tuner

Diode for use as band selector
in VHF tuner

Diode for use as band selector
in VHF tuner

Diode for use as band selector
in VHF tuner

Seite - Page
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43

47

195

69

77

79

85
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Typ

BAV17... BAV 21
Normgehéduse - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BAW 24 ... BAW 27
Normgehduse - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BAY 67
Normgehause - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

BAY 68
Normgehause - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BAY 69
Normgehé&use - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BAY 92
Normgehause - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

BAY 93
Normgehause - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

1N 4148 O

1N 4149
Normgehause - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

1N 4151 O
Normgehéduse - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

1N 4154
Normgehéuse - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

Beschreibung

Si, Epitaxial-Planar-Dioden
fur allgemeine Anwendungen

Si-Dioden fiir schnelle Schalter
und in Kernspeichern

Si-Diode mit kleiner Sperr-
schichtkapazitat

Si-Diode fiir sehr schnelle
Schaltanwendungen

Si-Diode fiir sehr schnelle
Schaltanwendungen

Si-Diode mit sehr hoher Sperr-
spannung

Si-Diode flir sehr schnelle
Schaltanwendungen

Si-Dioden fiir extrem schnelle
Schaltanwendungen

Si-Diode mit besonders kleiner
Kapazitat

Si-Diode fiir extrem schnelle
Schaltanwendungen

O Kann als giitebestatigtes Bauelement geliefert werden
Can be delivered as "Qualified semiconductor device*

Description Seite - Page
87
Epitaxial planar diodes
for general purposes
89

For use as high speed switch
and core memory

95
With small junction capacitance
99
For very high speed switching
applications
99
For very high speed switching
applications
113
With very high reverse voltage
115
For very high speed switching
applications
201
For extreme speed switching
applications
205
With very small capacitance
209

For extreme speed switching
applications

A13




Typ

1N 4446 O

1N 4447

1N 4448 O

1N 4449
Normgehause - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

Beschreibung

Si-Dioden fiir extrem schnelle
Schaltanwendungen

Description

For extreme speed switching
applications

Kapazitats-Variations-Dioden - Variable capacitance diodes

BA 111
Normgehéuse - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

BA 121
Normgehéduse - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

BA 124
Normgehause - Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7

BA 125
Normgehéause - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

BB 104
Kunststoffgehause
Plastic case

SOT 33

BB 105 A
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB 105 B
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB 105 G
Kunststoffgehause
Plastic case

SOD 23

Si-Diode fiir automatische
Nachstimmschaltungen in
VHF-Tunern

Si-Diode fiir automatische
Nachstimmschaltung im
VHF- und UHF-Bereich

Si-Diode fiir automatische
Nachstimmschaltung im
UKW-Bereich

Si-Diode fiir automatische
Nachstimmschaltungen

Si-Zweifach-Diode zur, Abstim-
mung im UKW-Bereich

Si-Diode fiir UHF-Tuner bis
790 MHz

Si-Diode fiir UHF-Tuner bis
860 MHz

Si-Diode fiir VHF-Tuner

O Kann als gltebestatigtes Bauelement geliefert werden
Can be delivered as "Qualified semiconductor device"”

A14

AFC in VHF tuners

Voltage variable capacitance
diode AFC for VHF and UHF
range

Voltage variable capacitance

diode, AFC diode for FM range

Voltage variable capacitance
diode for AFC

Voltage variable capacitance

diode for tuning in UHF rarige

For UHF up to 790 MHz

For UHF up to 860 MHz

For VHF tuners

Seite - Page
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55

59

61

63

117

119

119
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Typ

BB 109
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB 204

Normgehéduse - Case

JEDEC TO 92

BB 205 A
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB 205 B
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB 205 G
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB 209
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

Beschreibung

Si-Diode fiir VHF-Tuner

Si-Zweifach-Diode zur Abstim-
mung im UKW-Bereich

Si-Diode fiir UHF-Tuner bis
790 MHz

Si-Diode fiir UHF-Tuner bis
860 MHz

Si-Diode fiir VHF-Tuner

Si-Diode fiir Abstimm-
schaltungen im VHF-Bereich
und CATV-Anlagen

Gleichrichterdioden - Rectifier diodes

BY 201/...
Kunststoffgehéduse
Plastic case
JEDEC DO 7

BY 202/...
Kunststoffgehause
mit Kiihlkérper
Plastic case

with heat sink

BY 203/...
Kunststoffgehause
Plastic case
JEDEC DO 7

Si-Mesa-Dioden

Fir schnelle Gleichrichter und
Schalter z. B. fur zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerdt und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z. B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerdt und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z. B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerat und in Schaltnetzteilen

Description Seite - Page
123
For VHF tuners
125

Voltage variable capacitance
diode for tuning in UHF range

127
For UHF up to 790 MHz

127
For UHF up to 860 MHz

127
For VHF tuners

131
FM-tuning circuits in VHF range
and CATV systems

133
For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

139
For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

145

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply




Typ

BY 204/...
Kunststoffgeh&duse
Plastic case
JEDECDO 7

BY 211/...
Spezialgehduse
Kunststoff
Special case
plastic

BYVi2Vv

BYV16 VY
Kunststoffgehéduse
Plastic case
JEDEC DO 7

BYw32Vv

BYW36 VY
Kunststoffgehduse
Plastic case
JEDECDO 7

BYWS52Y

BYWS56 Y
Sinterglas-Gehause
Sintered glass case

BYW72V

BYW76 Y
Kunststoffgehduse
Plastic case
JEDEC DO 7

BYWS82Y

BYWS86 VY
Sinterglas-Gehéause
Sintered glass case

Beschreibung

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z. B. firr zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
geréat und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fir schnelle Gleichrichter und
Schalter z. B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
geréat und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fir schnelle Gleichrichter und
Schalter z. B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerdt und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fir schnelle Gleichrichter und
Schalter z. B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerdt und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden
Fir Leistungsgleichrichter

Si-Mesa-Dioden

Fir schnelle Gleichrichter und
Schalter z. B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerat und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden
Fir Leistungsgleichrichter

¥ Neuer Typ - New type

A16

Description

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For power rectifier

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For power rectifier

Seite - Page
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149

151

1567

163

169

173



Typ

BYX 82 ... BYX 86
Sinterglas-Gehause
Sintered glass case

1N 4001 ... 1N 4007
Kunststoffgehduse
Plastic case

JEDEC DO 7

Beschreibung

Si-Mesa-Dioden
Fir Leistungsgleichrichter

Si-Dioden, fiir Gleichrichter-
schaltungen kleiner Leistung

Description

For power rectifier

For small power rectifier

circuits

Spannungsstabilisator und Z-Dioden : Voltage regulator and Z-diodes

BZ 102/...
Normgehduse - Case
51 A2 DIN 41880
JEDECDO 7

BZX 55/C 2v4 O

BZX 65/C 75 O
Normgehéuse - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BZX 85/C 2V7

BZX 85/C 39
Normgehéduse - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 41

BZY 87/...
Normgehéause - Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

Si-Dioden zur Stabilisierung
kleiner Spannungen
(0,7..34V)

Si-Epitaxial-Planar-Z-Dioden
(500 mW, Toleranz 5%)

Si-Epitaxial-Planar-Z-Dioden
(1,3 W, Toleranz 5%)

Si-Dioden zur Stabilisierung
kleiner Spannungen
(0,7..3,4V)

Diodenquartette - Quads

AAZ 14
Spezialgehause
Kunststoff
Special case
plastic

4-polig

O Kann als giitebestétigtes Bauelement geliefert werden
Can be delivered as "Qualified semiconductor device*

Ge, Ringschaltung

Diodes for stabilizing
low voltages
(0.7..3.4V)

Epitaxial planar Z-diodes
(500 mW, tolerance 5%)

Epitaxial planar Z-diodes

(1.3 W, tolerance 5%)

Diodes for stabilizing
low voltages
(0.7..34V)

Ring circuit

Seite - Page
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215

219

225
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Typ

BAY 78
Spezialgehause
Kunststoff
Special case
plastic

6-polig

OA 182B
Spezialgehéduse
Kunststoff
Special case
plastic

4-polig

OA 182 R
Spezialgehduse
Kunststoff
Special case
plastic

4-polig

A18

Beschreibung

Si, fur Ringmodulatoren und
Briickenschaltungen

Ge, Briickenschaltung

Ge, Ringschaltung

Description Seite - Page

For ring modulators and
bridge circuits

Bridge circuit

Ring circuit

103

191

193



2. Erlauterungen zu den technischen
Daten

2.1. Farbkennzeichnung von Kleinsignal-
Dioden mit JEDEC-Bezeichnung

Die JEDEC-Typenbezeichnung fiir Kleinsignal-
Dioden besteht aus der Kombination von , 1N*
und einer vierstelligen Zahl. Angegeben wird
diese Zahl mit Hilfe von vier Farbringen. Der
erste Farbring hat die doppelte Breite und
kennzeichnet die Kathodenseite der Diode
(siehe Bild).

Die Zuordnung der Farben zu den Ziffern ge-
schiehtentsprechenddenfolgenden Angaben:

2. Explanation of technical data

2.1. Colour code for small signal diodes with
JEDEC-type designation

The JEDEC-type designation for small signal
diodes consists of a combination “IN“ with
sequence number consisting of a four-digit
number. The four-digit number is designated
with four colour coded rings. The first colour
code has double width and it indicates the
cathode side of the diode (see figure).

The colour coding is corresponding with the
following table:

Farbe Ziffer Colour Number
Schwarz 0 Black 0
Braun 1 Brown 1
Rot 2 Red 2
Orange 3 Orange 3
Gelb 4 Yellow 4
Griin 5 Green 5
Blau 6 Blue 6
Violett 7 Violet 7
Grau 8 Grey 8
WeiB 9 White 9
Beispiel:
Example:
Kathodenring
Cathode ring
L i |
gelb braun gelb grau
yellow brown yellow grey
Fig. 2.1. 1N 4 1 4 8



2.1.1. Farbkennzeichnung fiir Kieinsignal-

Dioden nach Pro-Electron.

Als Unterschied zur JEDEC-Farbringcodierung
(1N 4148 usw.) bei der nur der erste Farb-
ring die doppelte Breite aufweist, sind bei
der Pro-Electron-Farbringcodierung der erste
und der zweite Farbring in doppelter Breite
ausgefiihrt. Die breiten Ringe kennzeichnen

2.1.1. Colour code for small signal diodes ac-
cording to Pro-Electron.

In case of JEDEC-colour code (1N 4148), the
first ring has broad band whereas the Pro-
Electron has two broad bands. The cathode
side is indicated by the broad bands.

die Kathodenseite.

Breite Schmale Broad Band Narrow Band
Farbringe Farbringe Rings Ring
1.und 2, 3. First Second Serial number
Buchstabe Buchstabe Band Band
A A-braun | Z —weiB 0 - schwarz A A-Brown| Z - White 0 - Black
B A-rot Y -grau 1 - braun B A - Red Y - Grey 1 — Brown
X —-schwarz | 2 - rot X —Black 2 - Red
W - blau 3 - orange W - Blue 3 - Orange
V -grun 4 - gelb V - Green 4 ~ Yellow
T -gelb 5 - griin T - Yellow 5 - Green
S - orange 6 - blau S - Orange 6 — Blue
7 - violett 7 — Violet
8 - grau 8 - Grey
9 - weiB 9 — White
Beispiel:
Example:
Kathodenring
Cathode ring
L |
rot grau wei orange
red grey white orange
BA Y 9 3
Fig. 2.2.

A20



2.2. Typenbezeichnungssystem fiir Halbleiter
nach Pro Electron

Die Typenbezeichnung fur Halbleiter als Ein-
zelelement besteht aus:

2.2. Type designation code for semiconduc-
tor devices according to Pro Electron

The type number of semiconductor devices
consists of:

Zwei Buchstaben und einem laufenden Kennzeichen
Two letters followed by a serial number

Beispiel: B A W24

Example: T I
Material Funktion Kennzeichen
Material Function Serial number

Der erste Buchstabe gibt Auskunft iber das
Ausgangsmaterial:
A GERMANIUM (Bandabstand 0,6-1,0 eV) ')

B SILIZIUM (Bandabstand 1,0-1,3eV) ")

C GALLIUM-ARSENID (Bandabstand
>1,3eV)")

R VERBINDUNGSHALBLEITER z.B.
Kadmium-Sulfid

Der zweite Buchstabe beschreibt die Haupt-

funktion:

A DIODE: Gleichrichtung, Schaltzwecke,
Mischung.

B DIODE: mit verénderlicher Kapazitat.

C TRANSISTOR: Kleine Leistungen, Tonfre-
quenzbereich.

D TRANSISTOR: Leistung, Tonfrequenzbe-
reich.

E DIODE: Tunneldiode.

F TRANSISTOR: Kleine Leistungen, Hoch-

frequenzbereich.

DIODE: Oszillator und andere Aufgaben.

DIODE: auf Magnetfelder ansprechend.

HALLGENERATOR: in magnetisch offe-

nem Kreis.

L TRANSISTOR: Leistung, Hochfrequenzbe-

reich.

HALLGENERATOR:

schlossenem Kreis.

FOTOKOPPLUNGSELEMENTE

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE ELEMENTE

STRAHLUNGSERZEUGENDE ELEMENTE

THYRISTOR: fir kleine Leistungen.

TRANSISTOR: fiir kleine Leistungen,

Schaltzwecke.

1) Die genannten Materialien sind Beispiele.

XI®

<

in magnetisch ge-

»wovOUOVZ

The first letter gives information about the ma-

terial used for the active part of the devices.

A GERMANIUM (Materials with a band gap
0.6-1.0ev)")

B SILICON (Materials with a band gap
1.0-1.3eV)")

C GALLIUM-ARSENIDE (Materials with aband
gap>1.3eV)’')

R COMPOUND MATERIALS (For instance
Cadmium-Sulphide)

The second letter indicates the circuit function
A DIODE: Detection, switching, mixer.

B DIODE: Variable capacitance.
C TRANSISTOR: Low power, audio frequency.

D TRANSISTOR: Power, audio frequency.

E DIODE: Tunnel.
F  TRANSISTOR: Low power, high frequency.

DIODE: Oscillator, Miscellaneous.

DIODE: Magnetic sensitive.

HALL EFFECT DEVICE: in an open magne-
tic circuit.

L TRANSISTOR: Power, high frequency.

XIT O

<

HALL EFFECT DEVICE: in a closed magne-
tic circuit.

PHOTO COUPLER

DIODE: Radiation sensitive.

DIODE: Radiation generating.

THYRISTOR: Low power.

TRANSISTOR: Low power, switching.

OOV

l) The materials mentioned are examples.
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THYRISTOR: fiir groBe Leistungen.
TRANSISTOR: Leistungsschalttransistor.
DIODE: Vervielfacher.

DIODE: Leistungsdiode, Gleichrichter,
Booster.

DIODE: Referenzdiode, Spannungsregler-
diode, Spannungsbegrenzerdiode.

<xcH

N

Das laufende Kennzeichen der Bezeichnung

besteht aus:

@® einer 3-stelligen Zahl (100 bis 999) fiir Bau-
elemente zur Verwendung in Rundfunk-
und Fernsehempfanger usw.

® einem Buchstaben und einer 2-stelligen
Zah! (Y 10 bis A99) fiir Bauelemente fiir
professionelle Gerdte und Anwendungen.

Ein Zusatzbuchstabe kann verwendet werden,
wenn das Element nur in einer Hinsicht (elek-
trisch oder mechanisch) vom Grundtyp ab-
weicht.

Die Buchstaben haben keine feste Bedeutung,
mit Ausnahme des Buchstabens R, der die ent-
gegengesetzte Polaritdt zum Grundtyp gibt.

Das beschriebene Bezeichnungsschema wird
nur bei Typen angewendet, die bei PRO
ELECTRON angemeldet sind.
Einige Typen werden anders bezeichnet
(JEDEC):
1N mit zwei bis vier Ziffern

kennzeichnet eine Diode
2N mit zwei bis vier Ziffern

kennzeichnet einen Transistor.

2.3. Zahirichtungen, Zahlpfeile

Die Zahlrichtung von Spannungen wird ange-
geben entweder

durch einen Zahipfeil, der vom MeBpunkt zum
Spannungsbezugspunkt weist,

oder

durch einen Doppelindex, wobei der erste
Index den MeBpunkt und der zweite Index
den Bezugspunkt bezeichnet.

T THYRISTOR: Power.

U TRANSISTOR: Power, switching.

X DIODE: Muttiplier, e.g. varactor, step recovery.
Y DIODE: Rectifying, booster.

Z DIODE: Voltage reference or voltage regu-

lator. Transient suppressor diode.
The serial number consists of:

@ Three figures, running from 100 to 999, for
devices primarely intended for domestic
equipment.

@® One letter (Z, Y, X, etc.) and two figures
running from 10 to 99, for devices primarily
intended for professional equipment.

A version lettercan be usedtoindicate a devia-
tion of a single characteristic, either electrically
or mechanically.

The letter never has a fixed meaning, the only
exception being the letter R, indicating rever-
sed voltage, i.e. collector to case.

Code for semiconductors, given above is used
only for types, which are registered at PRO
ELECTRON.

Some types have designation code (JEDEC):

1N with two-digit to four-digit number
means diode

2N with two-digit to four-digit number
means transistor.

2.3. Polarity conventions
The voltage direction is given either:

through an arrow, which points out from
measuring to reference point,

or

through double subscript, whereby the first
subscript is termed as the measuring point,
the second subscript as the reference point.

U= ~U1=Uga= ~tas

A A A
L% Uas l
Fig. 2.3. E ‘B' E
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Der Zahlenwert der Spannung ist positiv, wenn
das Potential am Zahlipfeilschaft hoher ist als
an der Zahlpfeilspitze, d.h. wenn die Potential-
differenz des MeBpunktes (A) gegeniiber dem
Bezugspunkt (B) positiv ist.

Entsprechend ist der Zahlenwert der Span-
nung negativ, wenn das Potential am Zahlpfeil-
schaft niedriger ist als an der Z&hlpfeilspitze,
d.h. wenn die Potentialdifferenz des MeB-
punktes gegeniiber dem Bezugspunktnegativist.
Flir Wechselspannungen wird die einmal ge-
wahlte Zahlrichtung beibehalten. Der Wech-
selcharakter der Spannung kommt durch den
zeitlichen Wechsel des Vorzeichens ihrer Zah-
lenwerte zur Geltung.

Die Zahlrichtung von Stromenwird durch einen
Zahlpfeil im Leitungsstrich angegeben.

A l B
o——»——o0

Der Zahlenwert des Stromes ist positiv, wenn
die in der Zahipfeilrichtung bewegten La-
dungstrager positiv sind (konventionelle
Stromrichtung) oder wenn die entgegen der
Zahlpfeilrichtung bewegten Ladungstrager
negativ sind.

Entsprechend ist der Zahlenwert des Stromes
negativ, wenn die in der Zahipfeilrichtung
flieBenden Ladungstrager negativ sind oder
wenn die entgegen der Zahlpfeilrichtung
flieBenden Ladungstréger positiv sind.

Fiir Wechselstrome wird die einmal gewahlte
Zahlrichtung beibehalten. Der Wechselcha-
rakter des Stromes kommt durch den zeit-
lichen Wechsel des Vorzeichens seiner Zah-
lenwerte zur Geltung.

Fig. 2.4.

Zahlrichtungen bei Dioden
Bei Dioden werden Zahlpfeile fiir die Durch-
laBrichtung (Index F bzw. f).

The numerical value of the voltage is positive,
if the potential at the arrow tail is higher than
at the arrow head i.e. the potential difference
from measuring (A) to reference (B) point is
positive.

The numerical value of the voltage is nega-
tive, if the potential at the arrow tail is lower
than at the arrow head i.e. the potential dif-
ference from measuring to reference point is
negative.

In case of alternating voltages, once the
voltage direction is selected, it is maintained
throughout. The alternating character of the
quantity is given with the time dependent
change in sign of it’s numerical values.

The current direction is given through an arrow
head drawn on the line.

A 12= L, B
(o ———]

The numerical value of the current is positive,
if the charge of the carriers moving in the
direction of arrow is positive (conventional
current direction) or if the charge of the car-
riers moving against this direction is negative.

The numerical value of the current is nega-
tive, if the charge of the carriers moving in
the direction of arrow is negative or if the
charge of the carriers moving against this
direction is positive.

The above general rules are also valid for
alternating quantities. Once the direction is
selected, it is maintained throughout. The
alternating character of the quantity is given
with the time dependent change in sign of its
numerical values.

Polarity conventions for diodes

Here the direction of arrows used is so selec-
ted that the numerical values of currents and
voltages are positive both for forward (F or f)

-}

Fig. 2.5.

und fir die Sperrichtung (Index R bzw. r)
A

Fig. 2.6. I — UR

verwendet, so daB fiir die entsprechenden
KenngroBen nur positive Zahlenwerte auftreten.

Up —»

and reverse (R or r) directions.
Ig K
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2.4. Aufbau der Kurzzeichen

Kurzzeichen fiir Strdme, Spannungen und
Leistungen
(Nach DIN 41785 Blatt 1)

Bei Stromen, Spannungen und Leistungen
wird fiir das Kurzzeichen selbst entweder ein
GroBbuchstabe oder ein Kleinbuchstabe ver-
wendet, je nachdem, ob es sich um einen
zeitlich konstanten Wert (Gleichwert, Mittel-
wert usw.) oder um einen Augenblickswert
handelt.

Im Index bedeuten GroBbuchstaben Gesamt-
werte, Kleinbuchstaben Werte von Wechsel-
groBen. Die im Index benutzten Buchstaben
sind so festgelegt, daB aus ihnen die betreffen-
den Anschliisse des Halbleiterbauelementes
und die MeBbedingungen zu entnehmen sind.
Das Aufbau-Schema fiir die Kurzzeichen und
Indizes geht aus der nachstehenden Tabelle
hervor:

2.4. Arrangement of symbols

Letter symbols for currents, voltages and
powers
(According to DIN 41875, Sheet 1)

For currents, voltages and powers basic letter
symbols are used. These basic symbols are
having either upper-case (capital) or lower-
case (small) letters. Capital basic letters are
used for the representation of peak, mean,
d.c. or root-mean square values. Small basic
letters are used for the representation of
instantaneous values which vary with time.

In subscript (index), capital letters are used
to represent continuous or total values where-
as small letters are used to represent the
varying component alone.

The following table illustrates the application
of the rules given above.

Kennbuchstabe Basic letter
Kleinbuchstabe GroBbuchstabe Lower-case Upper-case
Augenblickswerte Werte zeitlich instantaneous maximum (peak),

konstanter GroB8en
(Gleichwerte, Mittel-,
Effektiv- und

zeitlich verander-
licher GréBen

values which
vary with time

average (mean)
continuous (d.c.) or
root-mean-square

Scheitelwerte) (RMS) values
Buchstaben im Index Subscript(s)
Kleinbuchstabe GroBbuchstabe Lower-case Upper case
Wechselwerte Gesamtwerte varying component continuous (without
(vom arithmetischen (vom Wert Null alone, i.e.: signal) or total
Mittelwert an an gezahlt) instantaneous, root- (instantaneous,

gezahlt)

mean-square, maxi-
mum or average values

average or maxi-
mum) values

Kurzzeichen fiir Widersténde, Leitwerte, Vier-
polkoeffizienten usw.

Bei Widerstanden, Leitwerten, Vierpolkoeffi-
zienten usw. werden fiir das Kurzzeichen
selbst GroBbuchstaben verwendet, wenn mit
der KenngroBe Eigenschaften von Schaltun-
gen beschrieben werden, von denen das be-
treffende Halbleiterbauelement lediglich ein
Bestandteil ist. Kleinbuchstaben werden beniitzt,
wenn die entsprechende KenngroBe die Eigen-
schaften des Bauelements selbst kennzeichnet.
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Letter symbols for impedance, admittances,
two port parameters etc.

In case of impedances, admittances, two-
port parameters etc., upper-case basic letters
are used for the representation of external
circuits and of circuits in which the device
forms only a part. Lower-case basic letters
are used for the representation of electrical
parameters inherent in the device.




Diese Regeln gelten nicht fiir Induktivitdten
und Kapazitdten. Bei diesen GroBen wird fir
das Kurzzeichen selbst immer ein GroBbuch-
stabe verwendet.

Im Index bedeuten GroBbuchstaben GroB-
signalwerte bzw. fur Gleichspannungsbetrieb
gultige Werte. Kleinbuchstaben kennzeich-
nen Kleinsignalwerte bzw. fiir Betrieb mit
Wechselspannung giiltige Werte.

Wenn mehr als ein Buchstabe im Index ge-
braucht wird (hgg, hfe), dann sind die Buch-
staben im Index entweder alle groB oder alle
klein.

Ist der Index aus Zahlen und Buchstaben
zusammengesetzt, dann dienen die Buchsta-
ben zur Unterscheidung von GroBsignal- und
Kleinsignalwerten.

GroBen, bei denen Abweichungen von den
genannten Regeln vorkommen, sind in der
Zusammenstellung der Kurzzeichen getrennt
aufgefiihrt.

Das normale Aufbau-Schema fiir die Kurz-
zeichen und Indizes zeigt die folgende Tabelle:

These rules are not valid for inductances and
capacitances. Both these quantities are de-
noted with capital basic letters.

In Index, upper-case letters are used for the
designation of static (d.c.) values whereas
the lower-case letters are meant for the
designation of small-signal values.

If more than one subscript is used (hfg, hfe)
then the letter symbols are either all upper-
case or all lower-case.

If the index has numeric (single, double, etc.)
as well as letter symbol(s) such as hgig or
ho1e: the differentiation between static or
small-signal value is made only by subscript
letter symbol.

Other quantities (values) which deviate from
the above mentioned rules are given under
the list of letter symbols.

The following table illustrates the application
of the rules given above.

Kennbuchstabe Basic letter
Kleinbuchstabe GroBbuchstabe Lower-case Upper-case
Halbleiterbau- Halbleiterbau- electrical parameters electrical parameters

element ohne duBere
Schaltelemente, aus-
genommen Induk-
tivitaten und Kapazi-
taten

element mit duBeren
Schaltelementen,
duBere Schaltung;
alle Induktivitaten
und Kapazitaten

inherent in the
semiconductor
devices exceptinduc-
tances and capaci-
tances

of external circuits and
of circuits in which the
semiconductor device
forms only a part; all
inductances and ca-

pacitances
Buchstaben im Index Subscript(s)
Kleinbuchstabe GroBbuchstabe Lower-case Upper-case
Wechselwerte Gleichwerte small-signal values static (d.c.) values

Kleinsignalwerte

GroBsignalwerte

Beispiele:

Rg
Generatorwiderstand
Gp
Leistungsverstarkung

hFE

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

r

Parallelwiderstand, Dampfungswiderstand

Examples:

Generator resistance

Power gain

DC forward current transfer ratio in common

emitter configuration

Parallel resistance, damping resistance
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2.4.1. Beispiele fiir die Verwendung der Kurz- - 2.4.1. Examples of the application of the
zeichen symbols

nach DIN 41785 und IEC 148 according toDIN41785and IEC 148

a) Transistor

bl oa

G strom | Wechsel

Total current | AC value

LT s
T

Ic leaviem Icerr e

ohne Signal | mit Signal ] ) [
Fig. 2.7 without signall with signal
Ic
Gleichstromwert (ohne Signal) D. C. value, no signal
Icav
Mittelwert des Gesamtstromes Average total value
Iemi Ic
GroBtwert des Gesamtstromes Maximum total value
Icerr
Effektivwert des Gesamtstromes RMS total value
Ig; Iceft
Effektivwert des Wechselstromes RMS varying component
Iomi fc
Scheitelwert des Wechseistromes Maximum varying component value
ic
Augenblicksgesamtwert Instantaneous total value
ic
Augenblickswert des Wechselstromes Instantaneous varying component value
Es gilt: It is valid:

Icm = Icav + Icm

ICEFF = -I/ Peav + Peeft

ic=Icavtic
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b) Diode

Ug

Ursm

Urwm

UHWMJ

Urrm

Vo

Fig. 2.8.

Ur
DurchlaBspannung

Ur
Sperrspannung

Ursm
StoBdurchlaBspannung (nicht periodisch)

Ursm
StoBsperrspannung (nicht periodisch)

UrrM
Periodische SpitzendurchlaBspannung

URRM
Periodische Spitzensperrspannung

UrwM
ScheiteldurchiaBspannung

UrwM
Scheitelsperrspannung

Forward voltage

Reverse voltage

Surge forward voltage (non-repetitive)

Surge reverse voltage (non-repetitive)

Repetitive peak forward voltage

Repetitive peak reverse voltage

Crest working forward voltage

Crest working reverse voltage

A 27



2.5. Die Symbole und deren Erklérung in
aiphabetischer Reihenfolge

A
Anode

a
Abstand (in mm)

bpn
Normierter Leistungsfaktor

C
Kapazitat, allgemein

Ccase
Gehéausekapazitat

Cp
Diodenkapazitat

C.
]
Sperrschichtkapazitat

L
Lastkapazitat

Cp
Parallelkapazitat

F
RauschmaB

S

Frequenz

e

Grenzfrequenz

g
Leitwert

IF
DurchlaBstrom

iF
DurchlaBstrom, Augenblicksgesamtwert

I\Y
DurchlaBstrom Mittelwert, Richtstrom

IFRM
Periodischer SpitzendurchlaBstrom
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2.5. Symbols and terminology -
alphabetically

Anode

Distance (in mm)

Normalized power factor

Capacitance, general

Case capacitance

Diode capacitance

Junction capacitance

Load capacitance

Parallel capacitance

Noise figure

Frequency

Cut-off frequency

Conductance

Forward current

Forward current, instantaneous total value

Average forward current, rectified current

Repetitive peak forward current



Irsm
StoBdurchlaBstrom, nicht periodisch

TrwMm
ScheiteldurchlaBstrom

I
Sperrstrom

iR
Sperrstrom, Augenblicksgesamtwert

IRAV
Sperrstrom, Mittelwert

IRRM
Periodischer Spitzensperrstrom

IrsM
StoBsperrstrom, nicht periodisch

IRWM
Scheitelsperrstrom

Is
Versorgungsstrom

Iz
Z-Arbeitsstrom

Izm
Z-Maximalstrom

!
Lange (in mm) (Geh&duse-Halterung/Lotstelle)

P
Leistung

Prot
Gesamtverlustieistung

Py

Verlustleistung, allgemein

Py
Impulsverlustleistung

o
Gite

QI’I’

Sperrverzégerungsladung

Surge forward current, non-repetitive

Crest working forward current

Reverse current

Reverse current, instantaneous total value

Average reverse current

Repetitive peak reverse current

Surge reverse current, non-repetitive

Crest working reverse current

Supply current

Z-operating current

Z-maximum current

Length (in mm) (Case-holder/soldering point)

Power

Total power dissipation

Power dissipation, general

Pulse power dissipation

Quality

Reverse recovery charge
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RF
DurchlaBwiderstand

f
Differentieller DurchlaBwiderstand

R
Lastwiderstand

r
Parallelwiderstand, Dadmpfungswiderstand

RR
Sperrwiderstand

r
Differentielier Sperrwiderstand

T
S
Serienwiderstand

RthJA
Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und

Umgebung

Rthjc
Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und

Gehéuse

rz
Differentieller Z-Widerstand im
Durchbruchgebiet

rz=rzjt rzth

ij

Z-Widerstand bei konstanter
Sperrschichttemperatur,
inhdrenter Z-Widerstand

Tzth
Z-Widerstand, thermischer Anteil

t
Celsius-Temperatur

T
Absolute Temperatur, Kelvin-Temperatur

T
Periodendauer

famb
Umgebungstemperatur(bereich)
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Forward resistance

Differential forward resistance

Load resistor

Parallel resistance, damping resistance

Reverse resistance

Differential reverse resistance

Series resistance

Thermal resistance between junction and
ambient

Thermal resistance between junction and
case

Differential Z resistance in breakdown region
(range)

Z-resistance at constant
junction temperature, inherent
Z-resistance

Thermal part of the Z-resistance

Temperature, measured in centigrade

Absolute temperature, Kelvin temperature

Period duration (time)

Ambient temperature (range)



lay
Integrationszeit

lcase
Gehausetemperatur

Ifr
Vorwartserholzeit (DurchlaBverzogerungszeit)

f
Sperrschichttemperatur

TK
Temperaturkoeffizient

N

Temperatur der AnschluBdréhte

in der Halterung (Lotstelle) im Abstand / (mm)
vom Gehause

11
Impulsdauer
p

T
Tastverhéltnis

Iy
Anstiegszeit

frr
Riickerholzeit, Sperrverzogerungszeit

Is
Speicherzeit

Isd
L.ottemperatur

Istg
Lagerungstemperatur(bereich)

UBR)
Durchbruchspannung

Ur
DurchlaBspannung

ufF
DurchlaBspannung, Augenblicksgesamtwert

Urav
DurchlaBspannung, Mittelwert

Integration time

Case temperature

Forward recovery time

Junction temperature

Temperature coefficient

Connecting lead temperature
in the holder (soldering point)
at the distance [ (mm) from case

Pulse duration (time)

Duty cycle

Rise time

Reverse recovery time

Storage time

Soldering temperature

Storage temperature (range)

Breakdown voltage

Forward voltage

Forward voltage, instantaneous total value

Average forward voltage
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Uo
Richtspannung

Ursm
StoBdurchlaBspannung, nicht periodisch

UFRM
Periodische SpitzendurchlaBspannung

UrwM
ScheiteldurchlaBspannung

Unr
Hochfrequenzspannung, Effektivwert

Unr
Hochfrequenzspannung, Scheitelwert

Ur
Sperrspannung

UR
Sperrspannung, Augenblicksgesamtwert

Ursm
StoBsperrspannung, nicht periodisch

UrRRM
Periodische Spitzensperrspannung

UrwM
Scheitelsperrspannung

Us
Versorgungsspannung

Ut
Temperaturspannung

Uz
Z-Arbeitsspannung

Zth(P)
Wirmewiderstand bei Pulsbelastung

?
StromfiuBwinkel

Nr
Richtwirkungsgrad

‘o
Zeitkonstante

4Cp
Kapazitatsanderung
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Rectified voltage

Surge forward voltage, non-repetitive

Repetitive peak forward voltage

Crest working forward voltage

RF voltage, RMS value

RF voltage, peak value

Reverse voltage

Reverse voltage, instantaneous total value

Surge reverse voltage, non-repetitive

Repetitive peak reverse voltage

Crest working reverse voltage

Supply voltage

Temperature voltage

Z-operating voltage

Thermal resistance — pulse operation

Angle of current flow

Rectification efficiency

Time constant

Capacitance deviation



3. Montagevorschriften

3.1. Aligemeines

Die Einbaulage der Halbleiterbauelemente ist
grundsatzlich beliebig. Beiallen Bauelementen
ist das Abbiegen der AnschluBdréhte in einem
Abstand von mehr als 1,5 mm vom Gehause
gestattet, wobei keine mechanischen Krafte
auf das Gehaduse einwirken durfen.

Der Einbau von Bauelementen in der Nahe von
warmeerzeugenden Bauelementen erfordert
die Beachtung der erhohten Umgebungstem-
peratur.

3.2. Loétvorschriften

Die Bauelemente miissen beim Einldten in die
Schaltung gegen thermische Uberlastung ge-
schiitztwerden. Esempfiehltsich, die AnschluB-
drahte moglichst lang zu lassen und die Lot-
stellen an das Ende der Drahte zu legen. Ge-
gebenenfalls miissen MaBnahmen fiir eine aus-
reichende Warmeableitung getroffen werden.
Die Sperrschichttemperatur der Bauelemente
darf beim Loten die maximal zuldssige Sperr-
schichttemperaturnurkurzzeitig(max.1Minute)
iiberschreiten, und zwar bei Germanium-Bau-
elementen bis 110°C, und bei Silizium-Bau-
elementen bis 200°C.

Die in Fig. 3.1. angegebenen Lotkolben- bzw.
Lotbadtemperaturen sind maximal zuldssig:

3. Assembly instructions

3.1. General

Semiconductor devices can be mounted in
any position. The terminal lengths may be bent
at adistance greaterthan 1.5 mm from the case,
provided no mechanical force has an affect on
the case.

If the device is to be mounted near heat gene-
rating components, then consideration mustbe
given to the resultant increase in ambient tem-
perature.

3.2. Soldering instructions

Protection against overheating is essential
when a device is being soldered. It is recom-
mended, therefore, that connection terminals
are left as long as possible and are soldered at
the tip only, and that any heat generated is
quickly conducted away. The time during which
the specified maximum permissible device
junction temperature is exceeded during the
soldering operation should be as short as pos-
sible (one minute max.), i.e. for germanium
110°C and for silicon 200°C.

The following maximum solderingtemperatures
as shown in Fig. 3.1. are permissible:

Kolbenl6tung Tauch- bzw. Schwallbadlétung
Iron soldering Dip or flow soldering
Temperatur Abstand der | Max. zul. | Temperatur | Abstand der Leiterplatte| Max. zul.
des Lotstelle Létzeit des vom Gehause Lotzeit
Lotkolbens vom Gehduse| Max. Lotbades PC board distance from | Max.
Iron Soldering allowable| Soldering the case allowable
temperature | distance from| soldering| temperature| Montagelage soldering
the case time Mounting position time
senkrecht| waagrecht
vertical horizontal
Glas- =245°C 1,5...5mm 5s =245°C >1,5mm [ >5mm 5s
gehause =245°C >5mm 10s
Glass case | 945 400°C | >5mm 55
Kunststoff- | < 5450¢ 2..5mm 3s =245°C >1,5mm | >5mm 3s
gehduse
Plastic case| =?245°C >5mm 5s

Fig. 3.1.
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3.3. Warmeableitung

Die an den Sperrschichten von Halbleitern in
Warme umgesetzte Verlustleistung muB zur
Erhaltung des thermischen Gleichgewichtes
an die Umgebung abgefiihrt werden.

Bei Bauelementen, die mit kleiner Verlust-
leistung betrieben werden, reicht dazu im all-
gemeinen die natiirliche Warmeableitung iiber
das Geh&duse an die umgebende Luft aus.

Bei mit groBerer Verlustleistung betriebenen
Bauelementen miissen zum Verbessern der
Wiarmeableitung Kiihifahnen oder Kiihisterne
vorgesehen werden, womit die warmeabge-
bende Oberflache vergréBert wird.

Bei Leistungsbauelementen schlieBlich miis-
sen Kiihlbleche oder spezielle Kiihlkérper ver-
wendetwerden, deren Kiihilwirkungnochdurch
besondere Kiihimittel oder Umlaufkiihlung un-
terstiitzt werden kann.

Die in der Sperrschicht erzeugte Warme wird
hauptsachlich durch Warmeleitung zur Gehau-
seoberfliche abgefiihrt. Ein MaBdafiiristimmer
der thermische Widerstand bzw. der thermi-
sche Widerstand Sperrschicht-Gehéause Rih e,
dessen Wert durch die Konstruktion des Bau-
elementes festgelegt ist.

Die Warmeabgabe vom Gehaduse zur Umge-
bungsiuft erfolgt durch Wiarmeabstrahlung,
Konvektion und Warmeleitung. Sie wird durch
den duBeren bzw.den thermischen Widerstand
Gehéuse-Umgebung Ry ausgedriickt. Der
gesamte thermische Widerstand zwischen
Sperrschicht und Umgebungsluft ist:

RthJA = RthJc * RthcA

Die maximal zuldssige Gesamtverlustleistung
Piot max eines Halbleiterbauelements 188t sich
mit der Gleichung

» _ ljmax ~famb fimax ~famb
tot max RthJA Rthyc + Rthca

berechnen.

fimax

Maximal zulassiger Wert der Sperrschicht-
temperatur.

famb
Im Betrieb unter ungiinstigsten Bedingungen

auftretender GroBtwert der Umgebungstem-
peratur.

A 34

3.3. Heat Removal

To keep the thermal equilibrium, the heat gene-
rated in the semiconductor junction(s) must be
removed to the ambient.

In the case of low-power devices the natural
heat-conductive path between case and sur-
rounding airis usually adequate forthis purpose.

However, in the case of medium-power devices
heat radiation may have to be improved by the
use of star- or flag-shaped heat dissipators,
which increase the heat radiating surface.

Finally, in the case of high-power devices spe-
cial heat sinks must be provided, the cooling
effect of which can be increased further by the
use of special coolants or air blowers.

The heat generated in the junction is conveyed
to the case or header by conduction rather than
convection; a measure of the effectiveness of
heat conduction is the inner thermal resistance
or thermal resistance junction-case, Rip ¢, the
value of which is governed by the construction
of the device.

Any heat transfer from the case to the surroun-
ding air involves radiation convection and con-
duction, the effectiveness of transfer being
expressed in terms of an Ripca-value, i.e.
the external orcase-ambientthermal resistance.
The total thermal resistance between junction
and ambient is consequently:

The total maximum power dissipation, Piot max.
of a semiconductor device can be expressed
as follows:

whereas.

timax
is the maximum junction temperature,

tamb
the highest ambient temperature likely to be

reached under the most unfavourable condi-
tions,



RthyA
Thermischer Widerstand zwischen Sperr-

schicht und Umgebung. Bei Dioden mit axi-
alen AnschluB8dréhten ist Rypga flir den Fall
definiert, daB die AnschluBdréhte in einem
bestimmten Abstand vom Gehéduse auf
Umgebungstemperatur t3mp gehalten wer-
den.

Rihdc
Thermischer Widerstand zwischen Sperr-

schicht und Gehause.

Rinca
Thermischer Widerstand zwischen Gehiuse

und Umgebung, dessen Wert von den Kiihl-
bedingungen abhéngt. Bei Verwendung eines
Kiihlbleches oder eines Kiihlkdrpers wird
RipcA bestimmt von dem Warmekontakt
zwischen Gehduse und Kiihlkérper, von der
Waérmeausbreitung im Kiihlkérper und von
der Wéarmeabgabe des Kihlblechs an die
Umgebung.

Die maximal zulassige Gesamtverlustleistung
1aBt sich demnach fiir ein gegebenes Halb-
leiterbauelement nur durch Andern von tamp
und Rtpca beeinflussen. Der thermische
Widerstand Rinca muB den Angaben der
Kuhlkdrperhersteller entnommen oder durch
Messungen bestimmt werden.

Bei Dioden mit hoherer Leistung und ohne
Kuhlkdrper wird ein wesentlicher Teil der Ver-
lustwdrme Uber die AnschluBdrahte und damit
gegebenenfalls iUber die Leiterplatte abge-
fihrt.

Nachstehend die thermischen Widerstande
quadratischer Pertinaxplatten in Abhangigkeit
von der Kantenlénge. Die Werte gelten fiir eine
Wirmequelle im Mittelpunkt der Platten, in
ruhender Luft und bei senkrechter Lage der
Platten. Bei waagrechter Lage erhéhen sich
die thermischen Widerstande umca. 15...20%.

Rinya
Thermal resistance between junction and

ambient. For diodes with axial leads, it is
measured with heat sink at a specified distance
from the case.

Rthyc
Thermal resistance between junction and case,

Rthca
Thermal resistance between case and ambi-

ent. Its value is cooling dependent. By using
heat sink, it can be influenced through thermal
contact between case and heat sink, thermal
distribution in the heat sink and heat transfer
to the surrounding.

Therefore, the maximum allowable total power
dissipation for a given semiconductor device
can be influenced only by changing tamp and
Rthca- The value of Ry A could be obtained
either from the data of heat sink suppliers or
through direct measurements.

Heat due to energy losses is mainly conducted
with power diodes without cooling pins through
the connecting leads and hence the p.c. board.

Diag. shows the thermal resistance plotted as
a function of edge-length. The values are valid
with a heat source in the middle of the plate,
resting air and vertical position. With horizontal
position, thermal resistance increases approx.
between 15...20%.
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Fig. 3.2.

Dicke der Pertinaxpliatten: 1,5 mm

a:
b:

Rtha:

A 36

Pertinax nicht kaschiert

Pertinax einseitig 35 pm kupferkaschiert,
Waérmequelle auf Kunststoffseite geschraubt

Pertinax einseitig 70 ym kupferkaschiert,
Warmequelle auf Kunststoffseite geschraubt

Pertinax einseitig 35 pm kupferkaschiert,
Wiarmequelle auf Kunststoffseite geschraubt

Pertinax doppelseitig 35 pm kupferkaschiert

Pertinax einseitig 70 um kupferkaschiert,
Warmeaquelle auf Kupferseite geschraubt

Pertinax doppelseitig 70 pm kupferkaschiert

thermischer Widerstand der Platten
Kantenldnge

Pertinax boards 1.5 mm thick

Rtha:

Pertinax non-metallized

Pertinax with 35 um copper metallization on one
side; heat source fitted to non-metallized side

Pertinax with 70 ym copper metallization onone
side; heat source fitted to non-metallized side

Pertinax with 35 ym copper metallization onone
side; heat source fitted to non-metallized side

Pertinax with 35 pm copper metallization on
both sides

Pertinax with 70 ym copper metallization on one
side; heat source fitted to metallized side

Pertinax with 70 pym copper metallization on
both sides

Thermal resistance of boards
Edge-length



4. Angaben zur Qualitét

4.1. Anlieferungsqualitat

Zum Kennzeichnen der Anlieferungsqualitét

wird folgendes angegeben:

® Maximal- bzw. Minimalwerte der Kenngré-
Ben

® AQL-Werte (Gutlage, Acceptable Quality
Level)

Lieferlose, deren prozentualer Fehleranteil
gleich oder kleiner als der in Prozent ange-
gebene AQL-Wert ist werden mit groBer
Wahrscheinlichkeit (L = 90%) aufgrund einer
Stichprobenpriifung angenommen (siehe Ein-
fach-Stichprobenplan, Kapitel 4.4.).

4.2. Fehlergruppierung

Die mdoglichen Fehler, mit denen ein Halb-
leiterbauelement behaftet sein kann, werden
entsprechend dem wahrscheinlichen EinfluB
auf eine bestehende Schaltung in Gruppen
zusammengefaft:

@ Totalfehler (kritischer Fehler)

Beim Vorliegen eines solchen Fehlers ist jede
funktionsgeméBe Verwendung des Bauele-
ments ausgeschlossen.

Beispiele: Kontaktunterbrechung, KurzschiuB
zwischen zwei Elektroden, zusammengebro-
chene Sperrkennlinie, falsche Typenkenn-
zeichnung, Drahtbruch, kritische Geh&use-
fehler.

@ Hauptfehler

Beim Vorliegen eines Hauptfehlers ist die
Brauchbarkeit des Bauelements stark herab-
gesetzt.

In den Datenbléttern sind die KenngréBen mit
einer FuBnote*) gekennzeichnet, bei denen
das Nichteinhalten der angegebenen Gren-
zen als Hauptfehler bewertet wird. Im Normal-
fall handelt es sich dabei um folgende Kenn-
gréBen bei tamp = 25°C: Uf, UR, IR-

® Nebenfehler

Solche Fehler setzen die Brauchbarkeit des
Bauelementes zwar herab, beeintrachtigen
dessen Funktionsfahigkeit jedoch unwesent-
lich.

Das Nichteinhalten der angegebenen Gren-
zen von den KenngrdBen, die in den ,Tech-
nischen Daten” kein besonderes Kennzeichen

4. Quality Data

4.1. Delivery quality

To designate the delivery quality, the following

specifications are given:

@® Maximum and minimum values of the cha-
racteristics

@ AQL-values (Acceptable Quality Level)

Shipment lots whose defect percentage is
equal to or less than the percentage given in
AQL-value shall be accepted with greater
probability (L = 90%) due to sampling tests
(see the single sampling plan in section 4.4.).

4.2. Classification of defects

The possible defects with which a semicon-
ductor device could be subjected are classi-
fied according to the probable influence of
existing circuits:

® Total (critical) defect
When this defect exists; the functional use of
the device is impossible.

Examples are: open contacts, inter-electrode
short circuits, breakdown in reverse characte-
ristics, wrong type designation, broken leads,
critical case defects.

@ Major defect

A defect which is usually responsible for the
failure of a device to function in its intended
purpose.

In technical data sheets certain characteristics
are given with foot note*). If the specified
limits are exceeded, it is then considered as a
major defect. This normally applies to the
following characteristics with tyzmp = 25°C for
a specified operating point, i.e., Ug Ug, Ip.
® Minor defect

A defect which is responsible for the functio-
ning of a device with no or only a slight
reduction in effectiveness.

In technical data sheets there are certain

characteristics without special note. If the
given limits of these characteristics are excee-
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haben, wird als Nebenfehler bewertet. Dabei
handelt es sich im Normalfall um dynamische
KenngroBen bei ;amp = 25°C, sofern diese
nicht fiir die Hauptanwendung besondere Be-
deutung haben, sowie um weitere statische
KenngréBen bei ta3mp = 25°C, deren Bedeu-
tung fiir die Hauptanwendung eingeschrénkt
ist.

4.3. AQL-Werte

Entsprechend der in 4.2. angegebenen Fehler-
gruppierung gelten in den Datenblattern der
Halbleitertypen fiir professionelle Gerate und
Anwendungen - sofern nicht anders verein-
bart — die im folgenden genannten AQL-Wer-
te. Diesen liegt der Einfachstichprobenplan
fir Attributprifung AEG 1415 (siehe 4.4.) zu-
grunde, der den Stichprobenplanen ASQ/
AFW 1 oder ABC-STD 105D, Priifstufe Il, weit-
gehend entspricht.

)

ded, then it is considered as a minor defect.
Normally these are dynamic characteristics
with ambient temperature, tgmp = 25°C,
provided there is no special meaning for main
application. Further, there are static charac-
teristics (tamp = 25°C) whose significance
for the main application is restricted.

4.3. AQL-values

According to the classification of defects
mentioned in 4.2., the following AQL-values,
unless otherwise specified, are valid for data
sheets of semiconductor devices for profes-
sional equipments and applications. Under it,
the inspection follows the single sampling
plan for attribute testing AEG 1415 (see 4.4.)
which corresponds largely to ABC-STD 105 D,
inspection level Il.

Einzel- Gruppen- Classification Single- | Cumulative-
Fehlergruppe AQL AGL of defects AQL AQL
Totalfehler - 0,25% Total defect - 0.25%
Hauptfehler 0,65% - Major defect 0.65% -
Nebenfehler - 2,50% Minor defect - 2.50%

Die Summe der fehlerbehafteten Bauele-
mente wird mit einem Summen-AQL = 2,5%
bewertet.

In den Datenbléttern sind zusétzlich Kenngro-
Ben aufgefiihrt, deren Uberpriifung nur durch
aufwendige Messungen moglich ist. Diese
KenngréBen sind, falls sie nicht besondere
Bedeutung fiir die Hauptanwendung haben,
durch die FuBnote **) gekennzeichnet. Das
Einhalten der angegebenen Grenzen dieser
KenngréBen wird mit einer Stichprobenpri-
fung nach dem Einfach-Stichprobenplan AEG
1416 (siehe 4.4.) liberwacht (entspricht weit-
gehend ABC-STD 105D, Prifstufe S 4). Dafiir
gilt ein AQL-Wert von 2,5%.
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A cumulative-AQL equal to 2.5% is valid for
all defects mentioned above.

There are additional characteristics given in
‘the data sheets whose measurements are only
possible through elaborate and costly tests.
These characteristics are given with foot
note **) provided they are not of special use
for the main application. To check the given
limits of these characteristics, a sampling in-
spection is performed according to single
sampling plan AEG 1416 (see 4.4.) which
corresponds largely to ABC-STD 105D, in-
spection level S 4. In this case an AQL-value
of 2.5% is valid.



4.4, Stichprobenpléne
Zeichenerklarung:

AQL Gutlage

N LosgroBe

n Stichprobenumfang
c Annahmezahl

Dmax maximaler Durchschlupf

Einfach-Stichprobenplan fir Attributpriifung
(AEG 1415)

4.4. Sampling inspection plans

List of symbols:

Acceptable Quality Level

Lot size

Sample size

Acceptance number

Average outgoing quality level

Single sampling plan for attribute testing (AEG
1415)

normale Pritung A Ul Priy
1]
napechon napaonon
oa6 [ 00 [ oss [ o5 [ om0 [oms [ 10 [ 15 [25 [ w0 [ 8
n-c
. (e 11 %) N
3| 20 _
- B 8-0 | 50 | 198 [(156) - 5
(39) | (67)
. 13 31| 81 ]
L 1 | 26 o ||| B W
2 |7 w1 | w2 | 28
i- 1 500 | 0 w1 |eo | 60| sl B W
(©71) (2.3)
i -0 21 |33 | 35 )
15L- 20 175-0 | (0.45) 501 @8 |4 | ea|] B W
(0,29) (15)
j 00-0 50-2 | 50-3 | 50-5 | 807 i
[ 500 (0,18) 80-1 {2,4) | (3,5) | (57) | (8.1} 501- 1200
-
1.0)
_ 802 | 80-3 | 80-5 | 80-7 | 80-10 j
Su1- 120 1251 1) |22 | @n | sa | an|| W
(0,64)
_ 1262 | 1253 | 1265 | 1257 | 125-10]125-14 i
1201- 3200 200-1 a1 (1,5) | (2,4) | (3,5) | (50) | (7.2) 320110000
(0:41) 1 2002 | 200-3 | 200-5 | 200-7 |200-10{200-14 )
3201-10000 o e iosoy | oy | 12 192 | 741 g | 1000350080
{0,27) {7,3)
500-1 315-2 | 315-3 | 315-5 | a15-7 | 315-10 s15-14{ 315-21.
lnnnl—]‘ﬂ'm‘) (0,17) (0,44) | (0.61) 1(0,99)( (1,4) | (21) | (3.0) | (4.7)

Einfach-Stichprobenplan fir zerstdrende oder
sehr teure Prifungen (AEG 1416, Z-Pléne).

Single sampling plan for destructive or very
costly test procedures (AEG 1416, Z-plans).

11 AL 12
el Pring ) no6 | 010 | 045 | 025 | oAb | 085 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | cehuierts ity
jon
n-¢
N (D 0 %) N
- = _
- % 10 | doe) 2- 5
(1,6}
B- 0 50 51- 150
80 | (7,2
13-0 | (45) -
8- 150 -0 | (28 1 |aoe| B W
200 | 1250 | 800 | 500 | 320 | ¥ (63)
1= S0 026 | (0.29) | 0489 | 079)| 112) -1 - am
N | -2 | 03
- - 1
501- 1200 2t 68 | (95 | 3L-3000Y
(26) | 39 | 123 | 325
1201 - 10000 - taa | ton | (oo -
7)
. 80-1 50-2 | 50-3 | 50-5 | S0-7 i
10001 - 3100 (11) (27) | (39) | (63) | (9,0)

') LosgréBen iiber 35000 sind zu teilen.

') Lot size above 35000 must be divided.
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5. Giitebestatigte Bauelemente

Bei den giitebestatigten Halbleiter-Bauele-
menten wird eine Qualifikations-Priifung an
jedem Typ und bei jedem Fertigungslos eine
Requalifikationspriifung durchgefiihrt sowie
eine laufende Uberwachung der Fertigung
sichergestellt. Die Uberwachung der Muster-
Prifungen, Musterzulassungen und Giitesi-
cherung, gemaB VG 95211, erfolgt durch eine
amtliche Prifstelle, den VDE.

Diese Bauelemente sind sowohl im Inhalts-
verzeichnis als auch in den Datenblattern
durch ,,0” gekennzeichnet.

6. Physik der Dioden

6.1. Aligemeine Begriffserklarung

Eine Halbleiterdiode, Kurzbenennung Diode,
ist ein Halbleiterbauelement mit zwei An-
schliissen, das eine asymmetrische, nicht
lineare Strom-Spannungs-Kennlinie besitzt.

Wenn keine besonderen Angaben gemacht
werden, enthilt die Diode einen PN-Uber-
gang, der eine Kennlinie entsprechend dem

nachstehenden Bild bewirkt. f

5. Qualified Semiconductor Devices

With these qualified semiconductor devices,
requalification tests are carried out on every
type and production lots. The control of samp-
le testing, sample approval and quality assu-
rance is followed according to VG 95211
through the VDE official testing department.

These devices are indicated with “O” in table
of contents and technical data sheets.

6. Physical explanation of the diodes

6.1. General terminology

Semiconductor diodes are two terminal solid-
state devices, having an asymmetrical vol-
tage-current characteristic. Unless otherwise
stated, this means a device having single PN-
junction corresponding to the characteristic
shown in the figure.

/

Fig. 6.1.

Diese Kennlinie gehorcht ndherungsweise der
Funktion:

I=1g \ ex £—1
s pUT

dabei ist.

I = Sattigungsstrom
k-T
Ur = T = Temperaturspannung
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This voltage-current curve obeys approxima-
tely the relationship:

ex £—1
PUT

whereas

1=1I4

1g = saturation current

k-T
Uy = —— = temperature potential
q



Wird die Diode in DurchlaBrichtung (Vor-
wartsrichtung) betrieben (Anode positivgegen
Kathode) dann nimmtder DurchlaBstrom /= If
mit zunehmender DurchlaBspannung U = Ug
stark zu. Entsprechend nimmt der Wert des
DurchlaBwiderstandes mit zunehmender Span-
nung U= Uf bzw. zunehmendem Strom I = I¢
stark ab.

Wird die Diode in Sperrichtung (Riickwarts-
richtung) betrieben (Anode negativ gegen
Kathode), dann hat der Sperrstrom -/ = In
einen sehr geringen Wert, der sich nur wenig
mit zunehmender Sperrspannung -U = UR
~andert. Entsprechend ist der Sperrwiderstand
sehr hoch.

Wenn die Sperrspannung jedoch die Durch-
bruchspannung U(BR) iberschreitet, erfolgt
ein steiler Anstieg des Sperrstromes -/ = IR.
Halbleiterdioden werden u. a. zur Gleichrich-
tung von Wechselspannungen, fiir Schaltan-
wendungen, als verdnderbare Kapazitat und
zum Erzeugen von Bezugsspannungen (sieche
auch 6.2. Spannungsstabilisatorund Z-Dioden)
eingesetzt.

Bahnwiderstand
Widerstand des Halbleitermaterials zwischen
der Sperrschicht und den Diodenanschliissen.

Dampfungswiderstand r,

Bei HF-Gleichrichtung durch die Diode be-
wirkter Parallelwiderstand, mit dem der der
Gleichrichterschaltung vorgeschaltete Schwing-
kreis beddampft wird.

Differentieller Widerstand
siehe: DurchlaBwiderstand, differentieller bzw.
Sperrwiderstand, differentieller.

Diodenkapazitiat Cp

Gesamte zwischen den Diodenanschliissen
wirksame Kapazitdt, die sich aus der Ge-
hausekapazitat, der Sperrschichtkapazitat und
eventuell zusatzlichen parasitaren Kapazitaten
zusammensetzt.

Durchbruchspannung UBR)

Spannung in Sperrichtung, von der ab eine
geringe Spannungserhéhung einen steilen
Anstieg des Sperrstromes hervorruft. Sie wird
angegeben als Spannung bei einem bestimm-
ten, in den Datenblattern vermerkten Wert
des Sperrstromes

If the diode is forward biased (anode positive
respecting cathode), its forward current (I = If)
increases rapidly with increasing voltage that
is, its resistance becomes very low.

If the diode is reverse biased (anode nega-
tive respecting cathode), its reverse current
(-1 = IR) is extremely small with increasing
voltage (-U = UR) that is, its resistance is
very high.

This is only true until the breakdown voltage
U(BR) has reached. When the reverse voltage
is slightly higher than the breakdown voltage, a
sharp rise in reverse current results.
Semiconductor diodes are used for appli-
cations such as rectifiers, switching devices,
varactors, voltage and Z-regulator diodes (see
6.2.) etc.

Bulk resistance
Resistance of the bulk material between junc-
tion and the diode terminals.

Parallel resistance r,

Diode resistance resulting through HF-recti-
fication which acts as a damping resistance
to the pre-tuned demodulation circuit.

Differential resistance
see forward resistance, differential.

Diode capacitance Cp

Total capacitance between the diode termi-
nals due to case, junction and parasitic capa-
citances.

Breakdown voltage Ugp)

Reverse voltage at which a small increase in
voltage results in a sharp rise of reverse cur-
rent. It is given in technical data sheet for
specified current.
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DurchlaBspannung Up

Spannung an den Anschliissen der Diode, die
so gepolt ist, daB ein DurchlaBstrom flieBt
bzw. die im DurchlaBzustand an den Anschliis-
sen der Diode auftretende Spannung.

DurchlaBstrom /¢
Der im DurchiaBzustand durch die Diode flie-
Bende Strom.

DurchlaBverzégerungszeit
siehe: Vorwartserholzeit

DurchlaBwiderstand ¢
Quotient von DurchlaBspannung und zuge-
horigem DurchiaBstrom.

DurchlaBwiderstand, differentieller r¢
Widerstand fiir kleine Wechselspannungen
bzw. Wechselstréme in einem Punkt der Kenn-
linie in DurchlaBrichtung.

Gehédusekapazitét C. ¢
Kapazitdt des Gehduses ohne Halbleiterkri-
stall.

Integrationszeit 75,

Die in den ,Technischen Daten” unter ,Ab-
soluten Grenzdaten” genannten Gleichwerte
kénnen mit Einschrénkung Kkurzzeitig iber-
schritten werden. MaBgebend ist der arith-
metische Mittelwert von Strom bzw. Span-
nung, der ber ein Zeitintervall mit der Dauer
der Integrationszeit gebildet wird. Fiir jedes
Zeitintervall dieser Dauer darf der arithmeti-
sche Mittelwert die absoluten Grenzwerte von
Strom bzw. Spannung nicht iiberschreiten.

Richtstrom /ppy

Arithmetischer Mittelwert des DurchlaBstro-
mes bei Verwendung einer Diode als Gleich-
richter. Der maximal zulédssige Richtstrom
hangt von dem Scheitelwert der in den Strom-
stoBpausen anliegenden Sperrspannung ab.
Unter den ,Absoluten Grenzdaten” sind an-
gegeben:

Der maximal zulédssige Richtstrom fiir Dioden-
spannung Null in der StromfluBpause oder
der maximal zuldssige Richtstrom fiir Bela-
stung der Diode mit einem Scheitelwert Ugrm
in der StromfluBpause.

Bemerkung: /Fay nimmt mit zunehmender
Belastung in Sperrichtung wahrend der Strom-
fluBpausen ab.
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Forward voltage Ur

The voltage across the diode terminals which
results from the flow of current in the forward
direction.

Forward current Ir
The current flowing through the diode in the
direction of lower resistance.

Forward resistance rr

The quotient of d. c. forward voltage across
the diode and the corresponding d. c. forward
current.

Forward resistance, differential r¢

The differential resistance measured between
the terminals of a diode under specified condi-
tions of measurement i.e. for small-signal a. c.
voltages or currents at a point of forward
direction V-I characteristic.

Case capacitance Ccase
Capacitance of a case without semiconductor
crystal.

Integration time ¢,

With certain limitations, absolute maximum
ratings given in technical data sheets may be
exceeded for a short time, The mean value
of current or voltage is decisive over a speci-
fied time interval termed integration time.
These mean values over time interval, tg,
should not exceed the absolute maximum
ratings.

Average rectified output current Iray

It is the average value of forward current by
using diode as a rectifier. The maximum allow-
able average rectified output current depends
upon the peak value of applied reverse voltage
during the time interval, at which no current
is flowing. Under the absolute maximum ratings
are given:

The maximum allowable average rectified out-
put current for zero diode voltage (reverse) or
the maximum allowable average rectified output
current for maximum value of Ugpp during the
time interval at which no current is flowing.
Note: Ippy decreases with increasing value
of reverse voltage during the interval of no
current flow.



Richtwirkungsgrad, Spannungsrichtverhalt-
nis 7,

MaB fiir den Wirkungsgrad bei der Gleich-
richtung von HF-Wechselspannungen: Ver-
haltnis der Gleichspannung am Lastwider-
stand (Richtspannung) zum Scheitelwert der
sinusférmigen HF-Eingangswechselspannung.

Riickwartserholzeit, Sperrverzégerungszeit,
Sperrverzug f,

Zeitspanne, die der Strom benétigt, um einen
bestimmten festgelegten Sperrstrom iR zu er-
reichen, wenn sprungférmig von einem be-
stimmten DurchlaBstrom /g auf eine angege-
bene Sperrbedingung (z. B. /g) umgeschaltet

. Ifl’ .

Rectification efficiency 7,

It is the ratio of the d.c. load voltage to the
peak input voltage of a RF rectifier.

Reverse recovery time t,,

The time required for the current to reach
specified reverse current, ig, after instanta-
neous switching from a specified forward
condition (e.g. Ir) to a specified reverse bias
condition (e.g. IR).

[

wird.
* le
i
R
IR —
Fig. 6.2.

Serienwiderstand rg
Der in der Ersatzschaltung von Kapazitats-
variationsdioden angegebene Widerstand, der
sich aus dem Bahnwiderstand, dem Kontaki-
widerstand und dem Widerstand der Zuleitun-
gen zusammensetzt.

Sperrschichtkapazitat Cj

Kapazitat zwischen den beiden an die Sperr-
schicht der Diode angrenzenden Bereichen.
Sie nimmt mit steigender Sperrspannung ab.

Sperrspannung U

Spannung an den Anschliissen der Diode, die
so gepolt ist, daB ein Sperrstrom flieBt bzw.
die im Sperrzustand an den Anschlissen der
Diode auftretende Spannung.

Sperrstrom /g
Derim Sperrzustand durch die Diode flieBende
Strom.

Sperrverzogerungszeit
siehe: Rickwartserholzeit

Sperrverzug
siehe Riickwartserholzeit

Series resistance rg

The total value of resistance representing the
bulk, contact and lead resistance of a diode
given in the equivalent circuit diagram of
variable capacitance diodes.

Junction capacitance Cj
Capacity due to a PN-junction of a diode. It
decreases with increasing reverse voltage.

Reverse voltage Ug

It is the voltage drop which results from the
flow of reverse current (through the semicon-
ductor diode).

Reverse current I (leakage current)
The current which flows when reverse bias is
applied to a semiconductor junction.
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Sperrwiderstand Rp
Quotientvon Sperrspannungund zugehoérigem
Sperrstrom.

Sperrwiderstand, differentieller r,
Widerstand fiir kleine Wechselspannungen
bzw. Wechselstrome in einem Punkt der Kenn-
linie in Sperrichtung.

SpitzendurchlaBstrom /gy

Scheitelwert des DurchlaBstromes bei sinus-
féormigem Betrieb fiir eine Betriebsfrequenz
f = 25 Hz bzw. bei nicht sinusférmigem Be-
trieb fiir eine Impulsfolgefrequenz f = 25 Hz
und fir ein Tastverhéltnis tp/T =0,5.

Spitzensperrspannung URpm

Scheitelwert der Sperrspannung fiir eine Be-
triebsfrequenz f = 25 Hz sowohl bei sinus-
formiger als auch bei rechteckférmiger Aus-
steuerung.

StoBdurchlaBstrom /Fgnp

Héchstzuldssiger Uberlastungs-Stromsto8 in
DurchlaBrichtung, maximale Dauer 1s, falls
nicht anders angegeben. Der StoBdurchlaB-
strom ist kein Betriebswert. Bei Wiederho-
lungen kénnen bleibende Anderungen der
Kennwerte auftreten.

Stof3sperrspannungen URgm
Hochstzulassiger Uberlastungs-Spannungs-
stoB in Sperrichtung. Die StoBsperrspannung
ist kein Betriebswert. Bei Wiederholungen
kénnen bleibende Anderungen der Kennwerte
auftreten.

Verlustleistung Py

In Warme umgesetzte elektrische Leistung.
Falls nicht anders angegeben, ist der unter
.Absoluten Grenzdaten” aufgefiihrte Wert fiir
den Fall definiert, daB die Diodenanschliisse
in einem definierten Abstand vom Gehause auf
der Umgebungstemperatur tg3mp = 25°C ge-
halten werden.

Vorwirtserholzeit, DurchlaBverzégerungs-
zeit, DurchiaBverzug r4;

Zeitspanne, die die Spannung bendtigt, um
einen bestimmten festgelegten Wert up zu
erreichen, wenn sprungférmig von der Span-
nung Null oder von einer bestimmten Sperr-
spannung auf eine angegebene DurchlaBbe-
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Reverse resistance Rp

The quotient of the d.c. reverse voltage
across a diode and the corresponding d.c.
reverse current.

Reverse resistance, differential r,

The differential resistance measured between
the terminals of a diode under specified con-
dition of measurement i.e. for small-signal
(a.c.) voltage or currents at a point of re-
verse voltage direction V-I characteristic.

Peak forward current Irgpp

It is the maximum forward current with sine
wave operation, f = 25 Hz or pulse operation,
f = 25Hz, having duty cycle tp/T =0.5.

Peak reverse voltage Urpp

It is the maximum reverse voltage having an
operating frequency f = 25 Hz for sine wave
as well as pulse operation.

Peak surge forward current Iggp

It is the maximum allowable surge current in
forward direction having a specified wave-
form with short specified time interval i.e.
one second unless otherwise specified. It is
not an operating value. By frequent repetitions
there is a possibility of changes in device
characteristics.

Peak surge reverse voltage Upgpy

It is the maximum allowable surge voltage
applied in reverse direction. It is not an ope-
rating value. By frequent repetitions, there
is a possibility of changes in device charac-
teristics.

Power dissipation Py

It is an electrical power converted into heat.
Unless otherwise specified this value is given
in data sheet under absolute maximum ratings,
with tamp = 25°C at a specified distance from
the case (both ends).

Forward recovery time tf,

The time required for the voltage to reach a
specified value after instantaneous switching
from zero or a specified reverse voltage to a
specified forward biased condition.



dingung umgeschaltet wird. Diese Verzoge-
rungszeit macht sich besonders bemerkbar,
wenn groBe Strome in kurzer Zeit geschaltet
werden. Die Ursache Ist, daB der DurchlaB-
widerstand im Einschaltzeitpunkt wesentlich
groBer sein kann als der DurchlaBwiderstand
flir Gleichstrom (induktives Verhalten). Die-
ses kann bei Stromsteuerung zu hohen Augen-
blickswerten der Verlustleistung und damit zur
Zerstdrung der Diode fiihren.

This recovery time is especially noticeable
when higher currents are to be switched within
a short time. The reason is that the forward
resistance during the turn-on time could be
higher than for d.c. current (inductive beha-
viour). This can result in the destruction of a
diode because of high instantaneous power
loss, if constant current control is used.

Ug

Fig. 6.3.

6.2. Spannungsstabilisator- und Z-Dioden

Spannungsstabilisatordioden sind Halbleiter-
dioden, deren Klemmenspannung innerhalb
enger Grenzen bleibt, wenn sie mit einem
in einem verhaltnismaBig weiten Bereich ver-
anderlichen Strom betrieben wird. Im norma-
len Betrieb wird diese Kiemmenspannung als
stabilisierte Spannung verwendet.
Stabilisatordioden werdenin DurchlaBrichtung
betrieben.

Z-Dioden sind Siliziumdioden, bei denen mit
zunehmender Sperrspannung von einer be-
stimmten Spannung an ein steiler Anstieg
des Sperrstromes infolge des Z-Durchbruchs
oder des Lawinendurchbruchs eintritt. Die
Diodenwerdenim Bereich dieses Durchbruchs
betrieben.

Wegen des steilen Sperrstromanstiegs andert
sich die Durchbruchspannung nur wenig in
Abhéngigkeit von dem die Diode durchflieBen-
den Strom.

Z-Dioden sind einsetzbar fiir Arbeitsspannun-
gen groBer als 2,4 V. Fir kleinere Arbeitsspan-
nungen kommen nur die in DurchlaBrichtung
betriebenen Siliziumdioden in Frage.

- 'fr —

| ———

6.2. Voltage regulator diodes and Z diodes

Volitage regulator diode is a diode which
develops across its terminals an essentially
constant voltage throughout a specified cur-
rent range.

Special reverse biased diodes known as Z-
diodes and certain forward biased silicon
diodes could be used as voltage regulator
diodes.

Z-diodes are silicon diodes which results from
a specified applied reverse voltage onward
in arapidincrease of reverse current avalanche
or Z-breakdown voltage. These diodes are
operated permanently in this breakdown
region.

Due to the sharp rise of reverse current the
corresponding breakdown voltage is nearly
constant.

Z-diodes are used for voltages above 2.4 V.
If lower operating voltages are needed then
the above mentioned forward biased silicon
diodes can be used.
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Arbeitsspannung (im Durchbruchgebiet) Uz

Spannung an einer Z-Diode im Durchbruch-
gebiet bei angegebenen Werten des Sperr-
stromes.

Arbeitsstrom (im Durchbruchgebiet) /»

Sperrstrom im zuldssigen Teil des Durchbruch-
gebiets einer Z-Diode.

Differentieller Widerstand im Durchbruchge-
biet r,

Differentialquotient von Arbeitsspannung und
Arbeitsstrom:

Q
N

'z

o
N

bei einem angegebenen Arbeitsstrom.

Der differentielle Widerstand r, setzt sich zu-
sammen aus dem fiir konstante Sperrschicht-
temperatur geltenden differentiellen Wider-
stand rZj (inharenter differentieller Arbeits-
widerstand) und dem thermischen Anteil rztp,
um den sich r; gegeniiber rz; bei konstanter
Umgebungstemperatur erhdht, wenndie Sperr-
schicht von dem die Diode durchflieBenden
Strom erwarmt wird.

rz = rzj t rzth

Differentieller Widerstand im Durchbruchge-
biet bei konstanter Sperrschichttemperatur,
inhérenter differentieller Widerstand r;
(Elektrischer Anteil des differentiellen Wider-
standes einer Z-Diode im Durchbruchgebiet,
derfiir das Verhalten der Diode beikurzzeitigen
Belastungsénderungen und konstanter Sperr-
schichttemperatur maBgebend ist:

s Uz
74 = 81z ] ;= const.

Er gilt fiir den Fall, daB die Frequenz der auf-
tretenden Schwankungen so hoch ist, daB sich
dabeidie Sperrschichttemperaturnichténdert.
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Operating or working voltage, in breakdown
region Uz

Voltage across the terminals of a Z-Diode for
a specified value of reverse current in break-
down region.

Operating or working current in breakdown
region I

Reverse current flowing in an allowable area
of breakdown region of a Z-diode.

Differential resistance in breakdownregionr,

Differential quotient between operating voltage
and operating current for a specified working
currenti. e.

This value is the sum of inherent (’zj) and
thermal differential (rzp) resistances:

Inherent differential resistance r;;
in breakdown region

This value is a part of the total differential
resistance of a Z-diode in breakdown region.
It is responsible for short time load change
and constant junction temperature:

It is valid for the case where the frequency
of load changes is so high that the junction
temperature does not change.



Differentieller Widerstand im Durchbruchge-
biet, thermischer Anteil r,ip

Anteil des differentiellen Widerstandes einer
Z-Diode im Durchbruchgebiet, der auf die
thermischen Eigenschaften der Diode zuriick-
zufiihren ist. Er ist bei langsamen Belastungs-
anderungen zuséatzlich zum inharenten diffe-
rentiellen Widerstand rzj zu beriicksichtigen:

d t dUz

zth = 4 I \s 1y J Iz = const.

= UZ®  Rihya - TKuz

MeBstrom /7

In den ,Technischen Daten” angegebener Ar-
beitsstrom, der als MeBbedingungfiirdie Kenn-
groBen Arbeitsspannung Uz, inhdrenter diffe-
rentieller Widerstand rzj und Temperaturkoeffi-
zient der Arbeitsspannung TK|jz gilt.

Temperaturkoeffizient der Arbeitsspannung
im Durchbruchgebiet 7K,z

Diese KenngroBe gibt die Temperaturabhan-
gigkeit der Arbeitsspannung bei einem be-
stimmten Arbeitsstrom an:

1 d Uz

TKyz = — -
UZ =, " ar

Als Einheit wird z.B. %/°C oder 10°%/°C ver-
wendet.

Z-Spannung Uz
siehe: Arbeitsspannung

Z-Strom [z
siehe Arbeitsstrom

Z-Widerstand r,
siehe: Differentieller Widerstand im Durch-
bruchgebiet.

6.3. Kapazitatsdioden

Kapazitatsdioden werden verwendet zur Ab-
stimmung von Schwingkreisen, fiir automati-
sche Frequenznachstimmschaltungen, Fre-
quenzvervielfacher, Modulationsschaltungen,
Bandbreitenregelung in kapazitiv gekoppelten
Bandfiltern sowie in dielektrischen und para-
metrischen Verstéarkern. Bei allen diesen An-
wendungen wird die Abhangigkeit der Sperr-
schichtkapazitat von der angelegten Sperr-
spannung ausgenutzt.

Thermal differential resistance

in breakdown region

It is due to thermal characteristics of the diode.
This should be considered for slow load
changes together with inherent differential
resistance r;j.

Measuring current [z

It is the value given in technical datas which
serves as a measuring condition for the ope-
rating voltage, Uz, characteristics, inherent
differential resistance, r2js and temperature
coefficient of operating voltage TK ;.

Temperature coefficient 7K,

This characteristic gives the temperature de-
pendence of operating voltage for a specified
operating current such as:

Unit used is either %/°C or 107*/°C

Z-voltage Uz
see operating or working voltage

Z-current Iz
see operating or working current

Z-resistance r;
see differential resistance

6.3. Varactor Diodes

Varactor-diodes are used in different circuits
such as tuning, AFC, frequency multiplier,
modulation, couple element in filters with
controlled bandwidth, parametric amplification,
switching in the VHF- and microwave regions
etc. In all these applications, the basic vari-
ation of junction capacitance with reverse
voltage has been exploited.
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Fir Kapazitatsdioden sind verschiedene Er- A simplified equivalent circuit of an encapsu-

satzschaltbilder gebréauchlich. Fig. 6.4. lated varactor diode is shown in Fig. 6.4.
Cease
[| .
L1
o— L3 o]
Lg

Ccase= Gehiusekapazitit Cease = Case capacitance
Cj = Sperrschichtkapazitat G = Junction capacitance
rg = Serienwiderstand rg = Series resistance
Ly = Serieninduktivitat 7 = Junction resistance
T = Sperrschichtwiderstand Lg = Series inductance
Fig. 6.4.
Da der Sperrschichtwiderstand r; bei Silizium- In case of silicon (varactor) diodes, the junc-

dioden sehr groB ist, kann er vernachlassigt tion resistance rjis very high at zero or negative
werden, Cgase kann der Schaltungskapazitat (reverse) bias. At high resonant frequency,
zugeschlagen werden. Man erhilt dann das  Ccase can be neglected, then the equivalent
vereinfachte Ersatzschaltbild Fig. 6.5. circuit becomes as Fig. 6.5.

Fig. 6.5.
Die Sperrschichtkapazitat 1d8t sich berechnen Junction capacitance C,- can be calculated as
aus follows:
B C o c - Cjo
] Ug\ " / U\ n
1+ — 1+ —
Up Up
whereas.
Cjo = Sperrschichtkapazitét bei Ug = 0 Cio = Junction capacitance at zero bias (U = 0)
Up = Diffusionsspannung, beiSiliziumdiodenca.0,7V Up = Diftusion voltage, 0.7 V for silicon
n = GroBe, die vom Herstellungsverfahren der n = The exponent n has different values according
Diode beeinfluBt wird to the technology used, such as:

n = 0,33 beiDiodenm.linearem Storstelleniibergang n = 0.33-diffuseddiode withlineartechnology

0,5 bei Dioden mit abruptem PN-Ubergang n = 0.50-abruptPN-junction, planar epitaxialtechnology
0,75 beiDiodenm. hyperabruptemPN-Ubergang n =0.75-diode with retrograded junction

=1
IV on
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Dioden mit hyperabruptem PN-Ubergang
haben einen sehr groBen Kapazitatshub und
sind daher besonders fiir die Durchstimmung
groBer Frequenzbereiche (z. B.BB 205 fiir UHF)
geeignet. Bei diesen Dioden ist n eine Funktion
der Sperrspannung. AuBer der C (UR) - Kenn-
linie ist die Gite Q einer Kapazitatsdiode
wichtig. Sie |&Btsich errechnen aus:

1
0 27 f - Cj s rg

Der Serienwiderstand rg nimmt mit wachsen-
der Sperrspannung ab, auBerdem ist er ab-
héngig von der Frequenz f.

Die Nichtlinearitat der Kapazitatskennlinie
fiihrt bei allen Anwendungen, bei denen die
Signalamplitude nicht klein gegeniiber der
angelegten Sperrspannung ist, zu Verzerrun-
gen des Signals.

Durch Gegentaktanordnung zweier Dioden
lassen sich auch bei groBerer Ansteuerung die
Verzerrungen klein halten, weil das Signal die
Dioden gegenphasig ansteuert und sich da-
durch die Kapazitatsdnderungen in etwa kom-
pensieren.

Der Temperaturkoeffizient der Sperrschicht-
kapazitat betragt ca. 3 - 107%/°C bei Ug = 3 V.
Er wird verursacht durch die temperaturbe-
dingte Anderung der Diffusionsspannung Up
von -2 mV/°C. Der Temperaturkoeffizient der
Sperrschichtkapazitat nimmt mit steigender
Sperrspannung ab.

Der Sperrschichtwiderstand | verkleinert sich
um etwa 6% und der Serienwiderstand rg um
etwa 1% bei Erhohung der Sperrschichttem-
peratur um 1°C.

Retrograted junction diodes (n = 0.75) are ca-
pable of very large capacity deviation and are
therefore, suitable for tuning with large fre-
quency range (i.e. BB 205 for VHF). Such type
of diodes, nis a function of reverse voltage i.e.
n = f (UR). Another factor which is important,
is the quality Q of the varactor. It can be
calculated as follows:

0=
- f-Cjrrg

The series resistance rg decreases with the
increasing applied bias. It is also frequency
dependent.

The non-linearity of a capacitance-charac-
teristic results in a signal distortion or de-
formation due to the ratio of signal amplitude
to the applied bias.

In push-pull arrangement one can further
minimize the distortion even with large range
of signal, while the signal modulate the diode
in counter phase and the capacitance change
in diodes nearly compensates.

The temperature coefficient of the junction
capacitance is approx. 3.107*/°C with Up=3V.
It results due to the change in diffusion voltage
Up of -2mV/°C. The temperature coefficient
of the junction capacitance decreases with
increasing reverse voltage.

Junction resistance 7j decreases 6% and the

series resistance, rg approx. 1% by increasing
the junction temperature by 1°C.

A 49




6.4. PIN-Dioden

Die Bezeichnung PIN ist abgeleitet von P -
intrinsic (eigenleitend) — N.

Der Aufbau dieser Diode ist gekennzeichnet
durch eine hochdotierte P- und N-Zone, ge-
trennt durch eine extrem hochohmige, fast
eigenleitende (intrinsic) Schicht.

Durch Anlegen einer veranderlichen Gieich-
oder NF-Spannung 148t sich der Dioden-
widerstand um mehrere Zehnerpotenzen vari-
ieren.

Dadurch lassen sich PIN-Dioden vorteilhaft
als verlustarme HF-Schalter und als konti-
nuierliche  Amplitudenregler  verwenden.
Typische Beispiele sind die VHF-Bandum-
schaltdioden BA 182, BA 243 sowie der Regel-
vierpol TDA 1061. Fig. 6.6.

w = Lange (Dicke) der I-Zone

A = Raumladungsgebiet

Lg = Gesamte Serieninduktivitét
rs = Gesamter Serienwiderstand

riund cj= Serien und kapazitive Werte der Intrinsic
Schicht

Fig. 6.6.
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6.4. PIN Diodes

As the name, it stands for P — Intrinsic — N.

In this type of diode, a heavily doped P region
and a heavily doped N region is separated by
a layer of high resistivity material which is
nearly intrinsic (1), as shown in fig. 6.6.

Under (zero and) reverse bias, it has a very
high impedance (at microwave frequencies),
whereas at moderate forward current it has a
very low impedance.

This permits the use of PIN diode as a low-loss
switch with small self-capacitance. Anotheruse
is that the rf resistance of the diode can be
varied continuously from large to small values
by changing the diode bias. PIN diode can;
therefore, be used with advantage as HF-atten-
uator as a n or T-circuit. Typical examples are:
VHF-band switch diode BA 182, BA 243 and
two-port control TDA 1061. Fig. 6.6.

o N
Lg
w = Width of the I-Zone
A = Space charge carrier area
Lg = Total series inductance
rg = Total resistance of the P and N layers and

any resistance associated with the con-
tacts of these layers

riand cj = Represent the resistance and capacitance
of the portion of the I-layer exclusive of
the swept-out region.



7. Aufbau der Datenblatter

Der Aufbau der Datenblattangaben entspricht
folgendem Schema:

® Kurzbeschreibung

® Abmessungen (Mechanische Daten)

@ Absolute Grenzdaten

® Thermische KenngréBen — Warmewiderstande
@ Elektrische KenngroBen

Falls erforderlich sind die Datenblatter mit Ver-
merken versehen, die eine zuséatzlicheinforma-
tion Uber den beschriebenen Typ vermitteln.

7.1. Kurzbeschreibung

Neben der Typenbezeichnung werden die ver-
wendeten Halbleitermaterialien, die Zonen-
folge, die Technologie, die Art des Bauelemen-
tes und ggf. der Aufbau genannt.
Stichwortartig werden die typischen Anwen-
dungen und die Besonderen Merkmale auf-
gefiihrt.

7.2. Abmessungen (Mechanische Daten)

Fiir jeden Typ werden in einer Zeichnung die
wichtigsten Abmessungen und die Reihenfolge
der Anschliisse dargestellt. Ein Schaltbild er-
génzt diese Information. Bei den Gehé&use-
bildernwird die DIN-, JEDEC-, bzw.die handels-
ibliche Bezeichnung aufgefiihrt. Das Gewicht
des Bauelementes ergéanzt diese Angaben.
Besonders zu beachten:

Wenn keine MaBtoleranzen eingetragen sind,
gilt folgendes:

Die Werte fiir die Lange der Anschliisse und
fir die Durchmesser der Befestigungslocher
sind Minimalwerte. Alle anderen MaBe sind
Maximalwerte.

7.3. Absolute Grenzdaten

Die genannten Grenzdaten bestimmen die
maximal zulédssigen Betriebs-und Umgebungs-
bedingungen, Wird eine dieser Bedingungen
Uberschritten, so kann das zur Zerstérung des
betreffenden Bauelementes filhren. Soweit
nichtanders angegeben gelten die Grenzdaten
mit einer Umgebungstemperaturvon 25+ 3°C.
Die meisten Grenzdaten sind statische Anga-
ben, beiimpulsbetrieb werden die zugehdrigen
Bedingungen genannt.

7. Data sheet construction

Data sheet information is generally presented
in the following sequence:

® Device description

® Dimensions (Mechanical data)

® Absolute maximum ratings

® Thermal data — thermal resistances

@ Electrical characteristics

Additional information on device performance
is provided if necessary.

7.1. Device description

The following information is provided: type
number, semiconductor materials used, se-
quence of zones, technology used, device type
and, if necessary construction.

Also, short-form information on the typical
Applications and special Features is given.

7. 2. Dimensions (Mechanical data)

It contains important dimensions, sequence of
connection supplemented by a circuit diagram.
Case outline drawings carry DIN-, JEDEC or
commercial designations. Information on
weight completes the list of mechanical data.

Note especially:

If the dimensional information does notinclude
any tolerances, then the following applies:
Lead length and mounting hole dimensions are
minimum values. All other dimensions are maxi-
mum,

7.3. Absolute maximum ratings

These define maximumpermissible operational
and environmental conditions. If any one of
these conditions is exceeded, then this could
result in the destruction of the device. Unless
otherwise specified, an ambient temperature
of 25 + 3°C is assumed for all absolute maxi-
mum ratings. Most absolute ratings are static
characteristics; if they are measured by a pulse
method, then the associated measurement
conditions are stated.
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Grenzdaten gelten unabhéngig voneinander.
Ein Gerat, das Halbleiterbauelemente enthélt,
muB so dimensioniert werden, daB die fir die
verwendeten Bauelemente festgelegten abso-
luten Grenzdaten auch unter ungiinstigsten
Betriebsbedingungen nicht liberschritten wer-
den. Diese konnen hervorgerufen werden
durch Anderungen
der Versorgungsspannung,
der Eigenschaften der iibrigen elektrischen
Bauelemente im Gerat
der Einstellung des Gerites,
der Belastung,
der Ansteuerung,
der Umgebungsbedingungen, sowie
der Eigenschaften der Bauelemente selbst
(z. B. Alterung).

7.4. Thermische Kenngré8en — Warme-
widersténde

Einige thermische GroBen, z.B. die Sperr-
schichttemperatur, der Lagerungstemperatur-
bereich und die Gesamtverlustieistung, be-
grenzen den Anwendungsbereich. Daher sind
sie im Abschnitt ,Absolute Grenzdaten” aufge-
fihrt. Fiir die Warmewiderstande ist ein geson-
derter Abschnitt vorgesehen.

Die Temperaturkoeffizienten sind bei den zu-
gehorigen Parametern unter ,KenngroBen”
eingeordnet.

7.5. KenngroBen, Schaltzeiten

Die fiir den Betrieb und die Funktion des Bau-
elementes wichtigen elektrischen Parameter
(Minimal-, typische und Maximal-Werte) wer-
denmitden zugehdrigen MeBbedingungen und
erganzenden Kurven aufgefiihrt. Besonders
wichtige Parametersind mitAQL-Werten (siehe
Kap. 4.2.) erganzt.

7.6. Zusatzliche Vermerke

Vorldufige technische Daten

Mit dieser Angabe wird darauf hingewiesen, daB
sich einige fiir den betreffenden Typ angege-
bene Daten noch geringfiigig &ndern kdnnen.
Nicht fiir Neuentwicklungen

Typen sind fiir laufende Serien erhaltlich, Neu-
entwicklungen sollten damit nicht vorgenom-
men werden.
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Maximum ratings are absolute (i.e. not inter-
dependent).
Any equipment incorporating semiconductor
devices must be designed so that even under
the mostunfavourable operating conditions the
specified maximum ratings of the devices used
are never exceeded. These ratings could be
exceeded because of changes in
supply voltage,
the properties of other components used in
the equipment,
control settings,
load conditions,
drive level,
environmental conditions and
the properties of the devices themselves
(i.e. aging).

7.4. Thermal data - thermal resistances

Some thermal data (e.g. junction temperature,
storage temperature range, total power dissipa-
tion), because they impose a limit on the appli-
cation range of the device, are given under the
heading "Absolute maximum ratings”.

A special section is provided for thermal resi-
stances.

Temperature coefficients, on the other hand,
are listed together with the associated para-
meters under "Characteristics”.

7.5. Characteristics, switching characteristics

Under this heading are grouped the most im-
portant operational, electrical characteristics
(minimum, typical and maximum values) to-
gether with associated test conditions supple-
mented with curves, an AQL-value being quoted
for particularly important parameters (refer to
section 4.2.).

7.6. Additional informations

Preliminary specifications

This heading indicates that some information
on the device concerned may be subject to
slight changes.

Not for new developments

This heading indicates that the device con-
cerned should not be used in equipment under
development. It is however, available for
present production.
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AA 112

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Niederohmige Demodulatorschaltung. Als Diodenpaar fiir niederohmige Diskrimator-
und Ratiodetektorschaltungen.

Applications: Low impedance demodulator circuits. Matched pairs for discriminator and ratio detector
circuits.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
I Ik Normgehéause
! Case
26 72 26 51 A 2 DIN 41880
s JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
t 25°C 60°C
Absolute Grenzdaten amb
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 25 25 Vv
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 20 20 \'
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 15 15 v
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iesm 200 200 mA
Surge forward current
Periodischer DurchiaBspitzenstrom TepMm 45 45 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 30 15 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
’av < 50 ms ]FAV 24 12 mA
Sperrschichttemperatur Y 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istq -55..+100 °C

Storage temperature range

B 2/v.1.17/0474



AA 112

Waérmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

/= 4mm, f_ = konstant Rihua
constant
KenngroBen

Characteristics

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

IF = 0,1mA UF
Ig = 10 mA UF
Ip =20 mA UgY)
Sperrstrom
Reverse current
Ug= 15V IR
Ug = 10 V I
UR =15 V IR

Diodenkapazitatsanderung bei:
Diode capacitance deviation at:
U,-Anderung von 0,75V auf 3V 4Cp?)

Min. Typ.

0,22
0,95
13

2,5
12
22

0,12

MeBschaltung fiir: 4Cp

Unr Yo T
5oop,?r 20kQ Test circuit for :4Cp
O— . —0
74997 Tfk
1 %’ =001, 15 = 03ms 2) siehe MeBschaltung

see test circuit

Max.

500

15

40

0,25

°C/W

<< <L

pA
pA
A

pF
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AA 113

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Hochohmige Demodulatorschaltungen. Als Diodenpaar fir Diskriminator- und
Ratiodetektorschaltungen.

Applications: High impedance demodulator circuits. Matched pairs for discriminator and ratio detector
circuits.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
. N Normgeh&use
" i Case
) 51 A2 DIN 41880
26 72 26 JEDEC DO 7
o Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 70 70 \"
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 65 60 \"
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 60 55 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iesm 100 50 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IerMm 50 20 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 25 10 mA
Forward current
DurchtaBstrom, Mittelwert I FAV 10 4 mA
Average forward current
Sperrschichttemperatur { 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55..+100 °C

Storage temperature range



AA 113

Waérmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, 1 = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics
4= 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage

[F = 0,1mA
Ig =10 mA
F =20 mA
Sperrstrom
Reverse current
UR = 3V
UR =30V
UR =60V

Diodenkapazitatsanderung bei:
Diode capacitance deviation at:
Uo-Anderung von 0,75 V auf 3V

Unr

500pr-l-
o

74 997 Tfk

1
1) —7‘3 =001, 1p = 03ms

2) siehe MeBschaltung

Ringa

Min. Typ.

0,2
11
14

35
30
180

0,08

MeBschaltung fiir: ACp
Test circuit for : ACp

Max.

500

16

120
400

0,18

°C/W

<< <L

pA
A

pF
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AA 117

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Allgemein, fir hohe Betriebsspannungen.

Applications: General purpose, for high supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
i | Normgeh4use
j Case
26 72 26 51A 2 DIN 41880
s JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 75°C
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URRM 115 100 Y
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 90 75 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom IrgMm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 150 150 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
tav < 50ms, UR =0 IFAV 50 17 mA
um = URRM IFAV 15 5 mA
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474
11



AA 117

f 72930 ™
y7v
50
mA
\
40
30
N
tamb= 25°C
\
N ™S
20 N
N 0°C N
N
N
10 =
4] 40 80 120V
U, —
RRM
Wiarmewiderstand Min.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4 mm, ty = konstant Rinja
constant
KenngréBen
Characteristics
ty = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
IF = 0,1mA UF
Ig =10 mA Ur
IF =30 mA UFi)
Sperrstrom
Reverse current
UR = 15V IR
Ug=10 V I
Up=75 V Ig
Ugp =90 V I
1) i}’ =001, ip = 0,3ms

12

Typ.

0,18
12
21

2,5

40
60

Max.

400

0,23
1,85
3,2

6,1

°C/W

<< <

pA

pA
pA
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AA 118

Germanium-Spitzendiode

Germanium point contact diode

Anwendungen: Als Diodenpaar fiir Phasendiskriminatorschaltungen mit hohen Betriebsspannungen.

Applications: Matched pairs for phase discriminator circuits with high supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
26 72 _¥ 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings lamb
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iesm
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IeRM
Repetitive peak forward current
DurchiaBstrom, Mittelwert
Average forward current
tav < 50 ms, UR =0 IFAV
“m = URRM TFav
Sperrschichttemperatur Y
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474

25°C

115

90

500

150

50
15

100

Normgehause
Case
51A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
75°C
100 \Y
75 \
500 mA
150 mA
17 mA
5 mA
°C
°C

—55..+100

15




AA 118

f 729030 ™
Trpv]
50
mA
\
40
30
\
A famb=25°C
20 ™
] s0°c N\
N
10 aC
(o] 40 80 120V
TV
Wirmewiderstand Min.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I=4mm, ¢ = konstant RthJA
constant
KenngroBen
Characteristics
tj = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 01mA Ug
Ig =10 mA Ur
I =30 mA UgY)
Sperrstrom
Reverse current
UR = 15V IR
Ug=10 V IR
Ug=75 V IR
Ug=90 V IR

1
8y P =001 1=-03ms

Typ.

0,18
1,05
18

1,2
25
35
60

Max.

400

0,23
1,55
2,6

°C/W

< <<
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AA 119

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Hochohmige Demodulatorschaltungen. Als Diodenpaar fir Diskriminator- und Ratio-
detektorschaltungen.
Applications: High impedance demodulator circuits. Matched pairs for discriminator and ratio detector

circuits.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
f= 3k Normgehause
j Case
26 72 26 51 A2 DIN 41880
s JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 45 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 30 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Irsm 200 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Ierm 100 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 [FAV 35 mA
Um = URRM Trav 10 mA
Sperrschichttemperatur ] 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg =55 ... +100 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
19
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Warmewiderstand

Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
[ = 4 mm, n= konstant

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C

constant

DurchlaBspannung

Forward voltage
IF = 0,1 mA
IF = 1 mA
Ig = 30 mA

Sperrstrom

Reverse current

Ug= 01V
UR= 1,5V
Ur=10 V
Ug=130 V
Ug=45 V

Dampfungswiderstand
Damping resistance
Uy =8V, f=107MHz

Richtwirkungsgrad
Rectification efficiency
UHF = 3V, f= 10,7 MHz

Unr =
RG=600Q 330pF]

o——lﬁ

-
F

o——

741013 Tfk

I/
1) £ =001, 1 = 03ms

20

2) siehe MeBschaltung

Ripoa

o ?) 135

. Uox100%

r

Une

Typ.

0,23
0,56
15
2,8

0,35
0,8
4,5

35
90

15

85

MeBschaltung fiir: ., 1y

Test circuit for:n,, ip

Max.

500

03
0,88
2,2

2,8
18
150
350

19

°C/W

<< <<

kQ

%
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AA 132

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Allgemein, fur hohe Betriebsspannungen.

Applications: General purpose, for high supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
J ==k Normgehause
|3 Case
o 26 72 26 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Upsm 120 110 \"
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 110 100 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 100 90 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Irsm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 150 80 mA
Repetitive peak forward current
DurchiaBstrom Ie 50 25 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current ]

Up = URRM IFAV 15 7 mA
Sperrschichttemperatur 7 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55..+100 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
23



AA 132

Wérmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I = 4mm, 7 = konstant Ringa
constant
KenngroBen
Characteristics
tj = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
1 F= 0,1 mA UF
1 F= 10 mA UF
Ig =50 mA UgY)
Sperrstrom
Reverse current
U= 3V I
Ug= 10V I
Ug= 60V IR
Ur = 100V I

I
1) £ =001, 5 = 03ms

24

Min, Typ.

0,17
1,35
32

38
130

Max.

400

18

10
120

°C/W

<< <
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AA 133

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Allgemein, fir hohe Betriebsspannungen.

Applications: General purpose, for high supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 228 20,55
CATHODE J
= = Normgehause
I} Case
26 72 26 51 A 2 DIN 41880
s JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung URsm 150 120 \Y
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 140 110 \Y
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 130 100 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iegm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom 1 FRM 150 80 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 50 25 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Um = URRM IFAV 12 5 mA
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55...+100 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
27



AA 133

Waéarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/= 4mm, 1 = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage

1 F~ 0,1 mA
IF =10 mA
IF =50 mA
Sperrstrom
Reverse current
U= 3V
Up = 10V
Ur = 100V
UR =130V

4
) £ =001 fp=03ms

28

Rinia

Typ.

0,17
1,35
3.2

H

55
110

Max.

400

18

15
160

°C/W

<< <
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AA 134

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

~ Anwendungen: Aligemein, fir mittlere Betriebsspannungen.

Applications: General purpose, for medium supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE £2,6 20,55
CATHODE
4 Normgehause
26 72 26 Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten lamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung UrsmMm 85 75 \
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 70 60 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 55 45 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Tesm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm 150 80 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 50 25 mA
Forward current
DurchlaB3strom, Mittelwert
Average forward current
um = URRM [FAV 15 7 mA
Sperrschichttemperatur f 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg -55...+100 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
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Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, 7 = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage

I F = 01 mA
Ig =10 mA
Ig =50 mA
Sperrstrom
Reverse current
UR = 3V
UR =10V
Ug =50V

/
) £=001, 1= 03ms

32

Rihaa

Typ.

0,17
1,35
3,2

75
13
70

Max.

400

18

°C/W

< <<
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AA 135

Germanium-Kleinflachendiode
Germanium small junction diode

Anwendungen: Allgemein

Applications: General purpose

Besondere Merkmale:
® GroBer DurchlaBstrom, kieiner Sperrstrom

Abmessungen in mm

: , i KATHODE
Dimensions in mm

CATHODE

i

Features:

@ High forward current to reverse current ratio

26
517

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

StoBsperrspannung
Surge reverse voltage

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom
Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert

Average forward current
“m = Uram

Verlustleistung

Power dissipation
I=4mm, 1y <45°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474

72

52,6 £0,55 Normgehg:zz
51 A2 DIN 41880
=== JEDEC DO 7
1 Gewicht - Weight
26 max. 0,2g

tamb 25°C 60°C
Usrm 40 35 v
URrM 30 30 v
Ur 20 20 v
Trgm 1000 1000 mA
TeRMm 500 500 mA
e 150 100  mA
UINY 150 80 mA
Py 100 mw
tj 100 °C
Istg -55..+100 oG
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KenngréBen
Characteristics

Ij = 25°C

DurchlaBspannung

Forward voltage
1 F= 1mA
Ig= 10 mA
Ig = 100 mA

Sperrstrom

Reverse current
UR = 15V
Ur=10 V
Ur=20 V

Durchbruchspannung

Breakdown voltage

Ig = 100 pA
Diodenkapazitat

Diode capacitance

Ug =1V, f=10MHz

1 74309 _Th
1
F
Streugrenzer| 7
Scattering
limits 4
100 M |
mA I
J
]
1/
1;=25°C
ol L L
1H
- 3
RN § ] .
{
/]
==
H
11
{
l[ ]
op
"0 0.4 0.8 1,2V
Up —=

*) AQL = 0,65%

36

Min. Typ. Max.
Ur 0,22 v
Ur 0,35 0,45 \
Ug" 055 075 v
F
I 2 10 HA
IR 3,5 20 HA
IR 5 30 pA
U, (BR) ') 30 Vv
C D 8 pF
? 74311 Th
I
1j=60°C
100
mA
4
10
J i
T
1
01
o] 04 08 12V
UF ——
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1 10
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R R
f 74312 ™™ ? 74313
Ie I
Ug=068v
|
]
o o5V LA
100 100
mA HA
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2v
4
ad Ay
10 10
]
1 < 1 /
10 30 50 70 °C 10 30 50 70°C
Ii —

37






A
<@> AA 136

Germanium-Kleinflachendiode
Germanium small junction diode

Anwendungen: Allgemein

Applications: General purpose

Besondere Merkmale: Features:
@ GroBer DurchlaBstrom, kleiner Sperrstrom @ High forward current to reverse current ratio
. Normgehéause
Abmess'unge.n in mm KATHODE 526 055 9 Case
Dimensions in mm CATHODE 51 A2 DIN 41880
e JEDEC DO 7
K Gewicht - Weight
j max. 0,2 g
26 72 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings tamb 25°C 60°C
StoBsperrspannung Ursm 60 60 \
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrpMm 60 60 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Up 50 50 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom IesMm 1000 1000 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Irpm 500 400 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 150 100 mA
Forward current
DurchiaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Uy = URRM IFAV 150 80 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I =4mm, 1| <45°C Py 100 mwW
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich t stg -55..+100 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
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KenngriéBen
Characterlstics‘

tj = 25°C

DurchlaBspannung

Forward voltage
Ig = 1mA
I = 10 mA
Ig = 100 mA

Sperrstrom

Reverse current
Ug= 15V
Urg=10 Vv
U = 50 Vv

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

Ig = 100 pA

Diodenkapazitat

Diode capacitance
Ug =1V, f=10MHz

7415290 T

1-|N ——

searirit,_f TS
100 /
mA 7
yi
I
(] /
TN
10 y 'l II-25'C
+HH
1
1
1 1 N |
I '
i
I
o135 0,4 0,8 12V
UF—’

*) AQL = 0,65%
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Min. Typ. Max.
Ur 0,22 v
Ur 0,35 0,45 \
Ug™) 0,55 0,85 \
IR 2 pA
IR 25 10 A
Ip *) 6 30 pA
U, (BR) ') 60 Vv
C D 8 pF
? 74311 I’
IF / /
1;=60°C
100
mA
ya
10
y 4
J
|
1 b 2
I |
o1
0 04 08 12V
UF ——



AA 136
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AA 137

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Regelspannungserzeugung in FS-Geraten

Applications: AGC rectifier in TV receivers

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
1l Il
—{ Normgehause
26 72 26 Case
snr 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 50 50 \
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung URRM 40 40 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 30 30 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Trgm 50 50 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IrpMm 25 25 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 20 15 mA
Forward current
DurchlaB8strom, Mittelwert
Average forward current
Sperrschichttemperatur £ 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55..+100 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
43
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Warmewiderstand Min. Typ.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, 7 = konstant RipJA
constant
KenngroBen
Characteristics
tj = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig= 01mA U 0,18
IF =10 mA UF 0,9
Ig =20 mA UgY) 1,37
Sperrstrom
Reverse current
UR = 3V I R 3,5
UR =10V IR 13
UR =30V 1 R 100
U =40V I 220
Dampfungswiderstand
Damping resistance
Uqp = 1V, f=39MHz, Uy 21V rp2) 12
O~ - l< —0
-L l MeBschaltung fiir:
Une Yo L
20‘;’- 100pT 50KkQ Test circuit for:
- —0
74998 Ttk
1) 1_7“) =001, rp=03ms 2) siehe MeBschaltung

see test circuit

44

Max.

500

15

50

°C/W

<< <

pA
HA
pA
LA

kQ
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f 74956 T * 70 968 TR
IF ]F
/V ‘/ s Strwurltnnn v 1
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? (811
IF' 1R
Ug =1V
10
mA
o3v -
Leomfurent="
Ug=30V
(]
-
oV
L A
0,01
2V
%
0.00-0 30 60 80 °C
Ij ——
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Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Demodulatorschaltungen in FS-Geraten

Applications: Demodulator circuits in TV receivers

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
L I
—; Normgehéuse
26 72 26 Case
s 51A2DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten famb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 30 30 \
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 25 25 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur . 15 15 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iegm 50 50 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 25 25 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 20 15 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Um = URrM Igpy 12 5 mA
Sperrschichttemperatur 4l 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55...+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474
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Wiarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, 7= konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung

Forward voltage
Ig= 01mA
IF =10 mA
Ig =20 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug= 15V
Ug=10 V
UR =15 V
U=25 V
Dampfungswiderstand

Damping resistance
Ugp = 1V, f=389MHz, U, = 065V

Rinda

Unr

o {4 o}

L L w
s il W

o

O
74999 Tfk

2) siehe MeBschaltung

1
1) =001, 1p-03ms
see test circuit

T

48

Min. Typ. Max.

500

0,18
09
1,37

2,5
18
35

120

3,8

MeBschaltung fiir:/p

Test circuit for. Iy

15

50

°C/W

<< <

pA
pA
pA
HA

kQ
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mA
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1
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AA 139

Germanium-Kleinflachendiode
Germanium small junction diode

Anwendungen: Allgemein, fiir niedrige Betriebsspannungen

Applications: General purpose, for low supply voltages

Besondere Merkmale: Features:
® Kleine DurchlaBspannung ® Low forward voltage

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
m " Normgehause
h i Case
R 51 A2 DIN 41880
2 72 26 JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrMm 20 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 20 Vv
Reverse voltage
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 400 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 200 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55..+100 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
51



AA 139

Min. Typ. Max.

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/ = 4mm, 1 = konstant RingA 700 °C/W
constant

Warmewiderstand
Thermal resistance

tj = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 10mA Ur 0,5 \
Sperrstrom
Reverse current
UR =20V In 100 pA
74968  Th * H— ;e 00a T |
f L
IF ln /’?tr.ugrenra
/' AT Scartering limit
’/Strouuunn /"
100 A Scattering limit |
mA ] i ! =25°C
A 104 i
/ l'=25 °C n A
/ Il
10 ;'
4
4
I N
[y
1r
/
[]
1
o1
o 0,5 1V U 0,1 1 10V
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AAZ 14

Germanium-Kleinflachendioden-Quartett
Germanium small junction diodes quad

Anwendungen: Modulatoren und Demodulatoren in Ringschaltung

Applications: Modulators and demodulators in ring bridge circuits

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

1 o
10 ;'»
i ——— R N
1 —id 2
[N Kunststoffgehduse
o Plastic case
‘ LI 2 4-polig
h Gewicht - Weight
max. 2g
Absolute Grenzdaten Lamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UnrMm 30 25 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 25 20 \
Reverse voltage
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 15 10 mA
Repetitive peak forward current
DurchiaBstrom I 10 7 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

B 2/V.1.17/0474
53



AAZ 14

Verlustleistung
Power dissipation
/= 4mm, / <45°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Gehausetemperatur
Case temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBwiderstand
Forward resistance
UF =1V

Sperrwiderstand
Reverse resistance
Ug = 10V

Tragerrestdampfung
Residual carrier attenuation
f = 200 kHz

tamb 25°C 60°C

40
100

mwW
°C

Py

0,
lcase C

Istg ~30..+80 °C

Min. Typ. Max.

100 145

300 kQ

Np

91Q

Try

150 AAZ 14
¥

=1

91Q

3]
Tr2

| 1%0 Pegeimesser

Level meter

OON 200kHz —————==

[

— G-

Trg

RC-Generator
Ri: 715Q sym.
74 1326 Tfk

54

MeBschaltung fiir: Trigerrestdimpfung
Test circuit for: Residual carrier attenuation
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BA 111

Silizium-Diffusions-Kapazitats-Diode
Silicon diffusion capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE #2686 20,55
CATHODE
| 26 72 j 26 Normgehéause
s Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 20 \
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur 4 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -50...+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 ’
55



BA 111

KenngroBen
Characteristics

56

tj = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
I = 60 mA

Sperrstrom
Reverse current
UR = 10V

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ip = 10pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=30MHz, Ug = 2V,
Ugp= 4V
Ug = 10V

Serienwiderstand
Series resistance
Ug =2V, f=380MHz

Gute
Quality
Ug =2V, f=30MHz

20

45

Typ.

0,85

55
46
35

0,5

200

Max.

0,95

100

65

1,1

nA

pF
pF
pF
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* l I 741832 7% f —l—l' l L TA41833 T
1)=25°C h=25°C 1
CDn =30 MHz ’sann _H f=30 MHz [7)
Cp tUp) d
16 Con= Cp2v) 2
N, On= Q)
N 4 ""oawn
N
1,2 { 15
N
/
rytlUg)
08 11 it v
\ ‘\\ Iy
0.4 0,5
0
01 1 0V o) 4 8 12 1%V
Un UR—>
* i 741534 T * ] l J_[ I 741538 Tik
Ug=2V
CDn L1 o, Cptiy) ’sn-Qn /=30 MHz
" Cp(y=28°C)
1,02 1,6
0 Up=2V V.
/74V r‘(lj) r
/' = T3s ey y
1,01 /' 1,2
R il
f=30MHz P~
N
1 08 Qup N
!/ Cn- Q (25°C) Q
p.dV.
/
0,99 0,4
f
0,98
0 20 40 60 80 °C [0} 20 40 60 80 °C
tj —— ti ——
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BA 121

SiIizium-kapazitéts-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Nachstimmschaltungen in VHF- und UHF-TV-Tunern

Applications: AFC in VHF and UHF-TV tuners

Abmessungen in mm

Dimensions in mm

KATHODE
CATHODE

1=

226 20,55

I

s

-

26

26 72
517

Absolute Grenzdaten ~
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I =5mm, 1 = konstant
constant

B2/V.1.17/0474

UrrM

Ur

Istg

Rihaa

Min.

Normgehause

Case

51 A 2 DIN 41880

JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

max. 0,2 g

30 \

30 \

150 °C

—55..+150 °C
Typ. Max.

420 °C/W

59
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KenngréoBen
Characteristics

1 74 966 ™™
‘%
20
pF
16
f= 100 MHz
4= 25°C
12 1N
Streugrenzen
8 \ - Scattering limits
h —
b n
4 -
0 10 20V
UR —

60

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 60mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug =10V
UR =10V, [j = 120°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ugr =2V, f=30MHz

Serienwiderstand
Series resistance
Ug =2V, f=100MHz

Gte
Quality
Ug = 2V, f = 30MHz

Serieninduktivitat
Series inductance

Min. Typ. Max.
Ug 0,85 0,9 Vv
Ip 3 25  nA
I 10 A
Cp 8 10 12 pF
Iy 0,9 2 Q
[0 600
Ly 5 nH
f 74 987 ™~
CDn
C,
103 Con = c‘nh—p—, =25°C)
f =30MHz
T
UR.gv /'
102 o -
y ARy
1,01
/
)4
10
0.99
0,9
8 50 100 °C
t l —— -
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BA 124

Silizium-Kapazitats-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE
CATHODE

226 20,55

I

-

26 72
57

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Waéarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
= 5mm, f; = konstant
constant

B 2/V.1.17/0474

26

RihJa

Normgehause
Case

51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight

max. 0,2 g
30 \
30 \Y
150 °C
—55..+150 °C

Min. Typ. Max.

420

°C/W

61
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KenngréBen
Characteristics

100
pF

80 tj= 25°C

62

4 = 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 60 mA

Sperrstrom
Reverse current
Up =20V
Ug = 10V, 1; = 120°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ur =2V, f=30MHz Gruppe: 50
Group: 55
60

Serienwiderstand 65
Series resistance
Ug = 2V, f = 100MHz

Gite
Quality
Ug = 2V, f=30MHz

Serieninduktivitat
Series inductance

74968 W

f =100 MHz

i] Streugrenzen
N Scatrering limits

Min.  Typ. Max.
Up 0;85 0,9 \
Ip 50 nA
Ip 15 pA
Cp 44 51 pF
Cp 49 56 pF
p 54 61 pF
Cp 59 66 pF
rs 0,5 Q
0 190
Ly 5 nH
f 74 967 ™~
CDn
&
103 Con* CoT,=25°)
f ®30MHz
T /|
UR'2V)'
102 w
yARPd
4
1,01
4
vd
101
Ve
A
099
4
,9
0.98 o 50 100 °C
t ] ——
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BA 125

Silizium-Kapazitats-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern

Applications:

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

AFC in VHF tuner

KATHODE
CATHODE

| -

22,6 20,55

In

1F

517

26

Periodische Spitzensperrspannung

Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich

Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung

Junction ambient

I = 5mm, n= konstant
constant

B 2/v.1.17/0474

72

26

Rihaa

Min.

Normgehéause

Case

51A2DIN 41880

JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

max. 0,2 g

30 Vv

30 v

150 °C

—55..+150 °C
Typ. Max.

420 °C/W

AR



BA 125

KenngroBen
Characteristics
tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 60mA Ue
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 20V Ip
UR =10V, Ij = 120°C IR
Diodenkapazitét
Diode capacitance
Ug =12V, f=30MHz Gruppe: 35 Cp
Group: 40 Cp
45 Cp
Serienwiderstand 50 Cp
Series resistance
Ug =2V, f=30MHz rg
Gute
Quality
Ugr =2V, f=30MHz Q
Serieninduktivitét L
S s
Series inductance
? 74969 M
‘%
f=30 MHz
sof, yezs'c
40
Streugrenzen
Scattering limits
(28
30 5 1C
N St
. ——
20 ~y -
Mo .
10
0 10 20V
U, —=

I-¥)

29
34
39
44

Typ.

0,85

0,5

260

Max.

0,9

50
15

36
41
46
51

nA
pA

pF
pF
pF
pF

nH
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BA 147/ ...

Silizium-Diode
Silicon diode
Anwendungen: Allgemein

Applications: General purpose

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE

i In

o8 12 26 Normgehause
Case
51A2DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung BA 147/25 UR 25 \
Reverse voltage BA 147/50 Ur 50 \"
BA 147/100 UR 100 \
BA 147/150 Ur 150 \"
BA 147/230 UR 230 \
BA 147/300 Ur 300 \
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IeEpM 500 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ie 150 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur tj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
65



BA 147/...

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, ¢ = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

gl

DurchlaBspannung
Forward voltage

IF = 50mA
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 25V
Ug = 50V
Ug = 100V
Ur = 150V
U = 280V
Ur = 300V
tj = 100°C
UR = 10V BA 147/25,
UR = SOV
Ur = 100V
Ug = 150V
Ur =200V

66

i = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

BA 147/25
BA 147/50
BA 147/100
BA 147/150
BA 147/230
BA 147/300

BA 147/50

BA 147/100
BA 147/150
BA 147/230
BA 147/300

Rihga

Min. Typ. Max.

500

15
30
50
75
100

°C/W



BA147/...

BA 147/25 4072 Y ? BA 147/50 74971 K|
I
R = IR
‘e‘ 1
A_,P Streugrenze Lo fom e =]
1'?A0 Scatrtering limit ; L ('
s, s""‘?"’“/’.' :
7/ j/ cattering limit
10 1;=25°C 1'?: T
!
— pnm=
.
1 — A
4
015 10 20V 10
Up— 0 10 20 30 40V
UR —-
74970 ™
Te [t/
/
']
/
Streugrenze
r:‘% ..i‘Smuering limit E
] BT
11
[l
Ij =25°C
]
1
1
I
1
]
[]
o .’
Y 0,5 1V
UF — -

67
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BA 173

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Klemmschaltungen in Farb-FS-Geraten mit hohen Betriebsspannungen

Applications: Clamping circuits in colour TV-receivers, with high supply voltage

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
_§ Normgehause
26 72 26 Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage
1
p
"f = 0,01, tp < 0,1ms URRM 350
Sperrspannung Ur 300 \)
Reverse voltage
Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current
t
p
T= 0,01, Ip < 10ms IFRM 3 A
DurchlaBstrom Ie 300 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur 3 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
V.1 69



BA 173

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

/= 4mm, 1| = konstant Rinia 450 °C/W
constant
KenngréBen
Characteristics
t; = 25°C

J

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 100 mA Ur 1 \
Sperrstrom
Reverse current

Ug = 300V I 0,08 1 pA
Diodenkapazitét
Diode capacitance

f=1MHz, U = 30V Cp 34 pF

U = 150V Cp 2 pF

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time

Ip = Ig =10mA,ig = 1mA Ly 350 500 ns

70



BA 173

R, = 2kQ bzw. 33kQ

L
U x
7 %, Uy n, =2 100 %
gl N
o— | oY MeBschaltung fir:n,
741014 Tk Test circuit for :n,
T4 977 T —F 74976 T
f T *
717 I I— T
IF R 1j=60°C »
/
!
A
10 1) =60 °C 25 °C 100
mA nA N
1 P
25°C
/
.
o
/ o
1 y) 10
7
i
. [
0o 02 04 06 o8 VvV 1 10 100 V
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BA 173

f 74 974 Tk 1 74975 Tk
4
pF
Ug =300V
1
pA
3
)4 =107 MHz
1} =25°C
/
V 2
o1 ™~
1
4 1
’,
001 L
0 20 40 60 80 °C o] 50 100 150V
Ii — UR —_—
f 1978t |
"r
100 the =2y 1720 Ly |
%
- o R =33kQ :F
1w TN
S5 § I
N~ \ 1 L
J‘_L N‘ ‘\\33 kﬂ‘
\
otk L NI
M1
1
VRN
2kQ
*‘"f'r_“r"
(oA ] 1 10 MHz f-—
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74979 Tk

Iry
%g 1j=25°C
0,6
7
n
\ —l: =0, 5/"—-—
0,4
1 yo=r
2
0,2 2
5
0
10 mA
F —

? 74 980 Ttk
t
re Ii=60°C
0,8
us
N\
\ iR—=o:': d
Ig '/
0,6 A
1
04 E
2 T
0,2 g
e — 5
o)
10 mA I —=
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BA 176

Silizium-Diode
Silicon diode

Anwendungen: Antennenschutzdiode

Applications: Aerial protection

KATHODE 226 20,55
CATHODE
Abmessungen in mm M ‘
Dimensions in mm " j Normgehause
Case
I 2 28 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics
[j = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ip = 400 mA Ur 1)2) 15 \'
Sperrstrom
Reverse current
UR = 20 V I R 1 pA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Diodenkapazitat
Diode capacitance
U =2V, f=30MHz Cp 15 pF

p

1) 7 =001, 1, =03ms

2) Die Diode kann mehrmais die Entladung eines auf 12 kV aufgeladenen Kondensators von 1 nF iiber 2kQ in
DurchlaB- und Sperr-Richtung vertragen.

The diode can endure for several times the discharge of a capacitor of 1 nF which was charged at 12 kV
across 2 kQin forward and reverse direction.

B 2/V.1.17/0474
75
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BA 178

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Applications: Band selector in VHF-tuners

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 2,5 1,2 0,75

CATHODE
| —f T Kunststoffgehause
Plastic Case
|24 i 't SOD 23
s Gewicht - Weight
max. 0,1g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 35 \"
Reverse voltage
DurchlaBstrom I 100 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur i 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg —55..+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474
77



BA 178

Wiarmewiderstand
Thermal resistance Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

! = 4mm, 1= konstant Rinja 400 °C/W
constant
KenngréBen
Characteristics .

ty= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 100 mA UrY 1,2 \
Sperrstrom
Reverse current
Up = 30V I 100 nA
Ug = 30V, ty = 60°C Ig 1 pA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=05MHz, Ug = 3V Cp 1,8 pF
UR =30V C D 13 pF

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance

IF = 5mA, f= 200 MHz g 1,3 Q
y o
) 7 =001, 1p=03ms

78
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BA 182

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Applications: Band selector in VHF-tuners

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE ¥z.5 1,2 075
CATHODE {— [‘—

_ﬁ Kunststoffgehause
24 41 *_* Plastic Case
5|‘2| 12'5 SOD 23
Gewicht - Weight
max. 0,1g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung UR 35 Vv
Reverse voltage
DurchlaBstrom . Ir 100 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55...+100 °C
Storage temperature range
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
[ = 4mm, /| = konstant RinJA 400 °C/W

constant

B2/V.1.17/0474 79



BA 182

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

/g = 100 mA UgY 1,2 Vv
Sperrstrom
Reverse current
Ug =20V Ig 100 nA
Ug = 20V, 1= 60°C I 1 pA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage .
Diodenkapazitat
Diode capacitance
f= MHz, UR = 1V CD 21 pF
UR =20V CD 0,8 1,25 DF

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance

Ig = 5mA, / = 200 MHz rt 05 07 Q
? 76983 * T4 004 Tk
‘D %
3 MH. 5
=1 z Q
pF =25°C
=200 MHz
1 1] =25°C
2 N
N N\
\\ N ; e I/
cattering limit
™ SNTTS-
1 NG as g
(o] o
0,1 1 10V 1 10 mA
UR — FE—

Qn
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BA 204

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Aligemein

Applications: General purpose

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

$109 KATHODE 21,9 20,55
CATHODE

26 a9 26 Normgehiuse
Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,159
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URRM 60 v
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 50 v
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp <1 ps IFSM 2 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Ierm 450 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 200 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert Iepv 150 mA
Average forward current
Sperrschichttemperatur t 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 81



BA 204

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/' = 4mm, t| = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
UR =30V
Ug = 30V, 4= 150°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig=1pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ur=0, f=1MHz

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time

IF = IR = 10mA, iR = 1mA

I
Y F =001, 1p = 03ms

82

Rinaa

try

50

Typ.

Max.

350

100
100

10

°C/W

nA
pA

pF

ns
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74342 ’m 14088 Tn
f / f
I v s
300 /
mA
= 100°C
100 100 L
=25°C
Ill £ nA ) -
P
Streugrenz
30 Pl ":S‘caller;tg Iir;n T
V4
4
25°C // //
10 10
J 7! >
J ANV | >
/ A
3 [ P
/ /
; Ay ]
0,3 0,5 0,7 0,9V o 10 20V
UF - UR —_—
? 74341 T
)
5
pF \ S:lnugronxc
e Scattering limit
f=1MHz
tj=25°C
3
2
It
o 5 10V
bh—
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BA 243 - BA 244

Silizium-Planar-Dioden
Silicon planar diodes

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Applications;: Band selector in VHF-tuners

Besondere Merkmale: Features:
® Niedriger differentielier DurchlaBwiderstand ® Low differential forward resistance in
im VHF-Bereich VHF-range
® Kleine Diodenkapazitat ® Low diode capacitance

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

8109 KATHODE #1,9 20,55
CATHODE ™\
— "
s 1= .
Normgehéuse
26 3,9 26 Case

54 A 2 DIN 41880

JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Urp 20 \'
Reverse voltage
DurchlaBstrom Ig 100 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur 5 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg —55..+150 °C
Storage temperature range
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Rinia 350 °C/W

Junction ambient

B2/V.1.17/0474
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BA 243 - BA 244

KenngréBen
Characteristics

86

tj = 25°C,

DurchiaBspannung
Forward voltage
Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug = 15V

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug = 15V, f = 100 MHz

Serieninduktivitat
Series inductance

Differentieller DurchlaBwiderstand
Ditferential forward resistance
Igp = 10mA, f= 200 MHz BA 243
BA 244

Ur

Tf
Ts

Typ.

13
25

07
04

Max.
1 \Y
100 nA
2 pF
nH
1 Q
0,5 Q
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BAV 17 @ BAV 21

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendung: Allgemein

Applications: General purposes

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5109 KATHODE 21,9 20,55
CATHODE { (_'
:\E J ‘i:
26 a9 f 26 Normgehéause
Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung
Reverse voltage
BAV 17 Ur 25 Vv
BAV 18 Ur 60 \Y
BAV 19 UR 120 \Y
BAV 20 Ur 200 \
BAV 21 UR 250 \
DurchiaBstrom Ig 250 mA
Forward current
StoBdurchlaBstrom
Peak surge forward current
p <1s, 5= +25°C IEsm 1 A
SpitzendurchlaBstrom
Forward peak current
f=50Hz IFM 625 mA
Sperrschichttemperatur { 175 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+175 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
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BAV17 ° BAV 21

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
[ = 4mm, 0= konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current

Ugp = 20V BAV 17
50V BAV 18
Ur = 100V BAV 19
Ugr = 150V BAV 20
Ug =200V  BAV 21

5
I

tj = 100°C
Ug = 20V BAV 17
Ug = 50V  BAV 18
Ur = 100V BAV 19
Ug = 150V BAV 20
Ug =200V BAV 21
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100 pA BAV 17
BAV 18
BAV 19
BAV 20
BAV 21
Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=1MHz

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
1 F= 10 mA

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig = Ig = 30mA,ig = 3mA, R_= 100Q

H
1) £ =001 1p=03ms

88

Rihia

Ts

Min.  Typ.
25
60
120
200
250

15

5

Max.

350

100
100
100
100
100

15
15
15
15
15

50

°C/W

nA
nA
nA
nA
nA

HA
HA
HA
HA

<K <K<K <<

pF

ns
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BAW 24 T BAW 27

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendungen: Als schnelle Schalter in Kernspeichern

Applications: High speed switch in core memory

Abmessungen in mm

Dimensions in mm 5100 KATHODE 219 20,55
CATHODE ™\
| ; =
le—— 26 3,9 26
Normgehéause
Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten BAW 24 BAW 26
Absolute maximum ratings BAW 25 BAW 27
Periodische Spitzensperrspannung UrpM 50 75 \Y
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 40 60 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp=1ps Irsm 4 A
DurchlaBstrom I 600 mA

Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

Verlustieistung
Power dissipation

=4mm, 1 = 45°C Py 440 mwW
t < 25°C Py 500 mw
Sperrschichttemperatur t: 200 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474
89



BAW 24 * BAW 27

Waéarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung

Junction ambient

! = 4mm, 1| = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

90

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
I E= 10mA

Ir = 50mA
IF = 200 mA

Ig = 400 mA

Sperrstrom
Reverse current

UR =40V
Ur = 60V

tj = 100°C

Ug = 40V
Ug = 60V

Durchbruchspannung

Breakdown voltage
1 R= 5 pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance

BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27
BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27
BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27

BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27

UR =0, f=1MHz, Uy = 50mV

Ruckwaértserholzeit

Reverse recovery time

]F = [R = 10..100 mA, iR =01- [R

Iy
) R =001, 4 - 03ms

T

*) AQL = 0,65%

Ringa

Ur
Ur
Ur*)

Ug"
UpY

Ig"
"
")

a*)

g

Ugr)?) 50

Irr

**) AQL = 2,5%

Typ.

0,8
0,67
0,92

08
1,05
0,95
1,05

Max.

350

0,9
0,75
10
0,85
1,2
1,0
1,25

100
100

50
50

°C/W

K<< <K<K <L

nA
nA

pA
HA

pF

ns
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BAX 12

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Schutzdiode in Fernsprechvermittiungsaniagen

Applications: Protection diode in telephone switching systems

Besondere Merkmale: Features:
@ Definiertes Durchbruchverhalten ® Controlled avalanche characteristic

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 2 25 2 055
CATHODE { a
A '
1 T Normgehdause
K Case
= 26 41 26 56 A2 DIN 41883
JEDEC DO 41
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung
Reverse voltage
I(gR) =600 MA, E<5mWs, f;=<25°C Ur" 90 v
StoBdurchiaBstrom
Surge forward current
tp =1ps Iesm 6 A
p =1s IFSM 1,5 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm 800 mA
Repetitive peak forward current
SpitzendurchlaBstrom im Durchbruch
Breakdown peak current
Sperrschichttemperatur Y 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -65 ... +200 °C
Storage temperature range
1) Eine hohere Spannung darf angelegt werden: It can be exceeded:
bei ¢ > 25°C muB Eum 0,015 mWs/°C when 1; > 25°C, E must be reduced at the rate
verringert werden of 0.015 mWs/°C
a) bei Rechteckimpulsen 7= 50 ms, _p_ =0,01 a) by square wave pulse T= 50 ms, -Q =0.01
b) bei Dreieckimpulsen T= 50 ms, B— =0,02 b) byright-angle triangle pulse T= 50 ms, J;T =0.02

B 2/V.1.17/0474A2
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BAX 12

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/= 8mm, 1) = konstant
constant

Kenngr6Ben
Characteristics

= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 200 mA

Sperrstrom
Reverse current
UR =90V
Ur = 90V, 1= 150°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
1 R= 1mA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ur=0, f=1MHz

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time

IF = SOmA, UR = 3V, RL= 1000,

R
iR =
Sperrverzégerungsladung

Reverse recovery charge
Ig = 10mA, Ug = 5V, R =

92

Rinoa

Min. Typ.

0,85

120

Max.

300

1,0

100
100

175

35

60
50

05

°C/W

nA
A

pF

ns
ns

nC
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? T 74 12787
1T

I \
(BR) N

2

Dreleckimputse | | |||}
> \Triangular pulse

N

100
mA

— Square -wave pulse

11T

’I

N
Tz 50ms
5 g=e25°c [T T 1INl
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BAY 67

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: HF-Schaltdiode

Applications: Switching RF signals

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
1L L
R ' Normgehause
26 72 26 Case
snr 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrRrM 35 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 35 Vv
Reverse voltage
DurchlaBstrom Ie 200 mA
Forward current
Verlustleistung
Power dissipation
I'=4mm, < 25°C Py 250 mWwW
Sperrschichttemperatur t 175 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg ~565..+175 °C

Storage.temperature range

B 2/V.1.17/0474
95



BAY 67

Wirmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 5mm, 1| = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

1= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 200mA

Sperrstrom
Reverse current

Ugr =35V

UR =35V, tj = 150°C
Diodenkapazitat

Diode capacitance
Ug =10V, f=1MHz

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance

]F = 5mA
IF = 10mA
IF = 50mA
*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%

96

RihJA

)

IR™
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Min. Typ.
0,8

9,5

4 5
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Max.
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°C/W

nA
A
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BAY 68 - BAY 69

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendungen: Sehr schnelle Schalter

Applications: Very fast switches

N Normgehéuse
Al_:messunge_n In mm 8100 KATHODE 219  #0.55 Case
Dimensions in mm “CATHODE 54 A2 DIN 41880

" L JEDEC DO 35
’ ! Gewicht - Weight
f max. 0,15¢g
26 3,9 28
Absolute Grenzdaten BAY 68 BAY 69
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrM 35 60 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 25 50 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
Ip = 1ps Tesm 2 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IerM 225 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 115 mA

Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 I FAV 75 mA

Verlustleistung
Power dissipation

I'=4mm, ¢ =45°C Py 440 mw
1 < 25°C Py 500 mw
Sperrschichttemperatur t 200 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474



BAY 68 - BAY 69

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, 1| = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

4= 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 100 mA
Sperrstrom
Reverse current
Ug =25V
Ur = 50V
tj = 150°C
UR =30V
UR =50V
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100 pA
Diodenkapazitat

Diode capacitance

BAY 68
BAY 69

BAY 68
BAY 69

BAY 68
BAY 69

UR = 0, f= lMHZ, UHF = 50mV

Riickwartserholzeit
Reverse recovery time

]F= IR = 10mA, iR = 1I’I’IA,RL = 100Q

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%

100

Rihga

Ue™)

IR
IR"

IR ")
IR*)

Ugr)" 60

I

Typ.

350

100
100

100
100

10

°C/W

nA
nA

pA
A

pF

ns
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BAY 78

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden-Quartett
Silicon epitaxial planar diodes quad
Anwendungen: Ringmodulatoren und Briickenschaltungen

Applications: Ringmodulators and bridge circuits

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

; ‘L Kunststoffgehéuse
i Plastic case
ﬁl 6-polig
I 5 Gewicht - Weight
max. 1,49
805
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrpM 75 \'
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 50 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp =1ps IFSM 1 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IerMm 200 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 100 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 IFAV 100 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I'=4mm, { < 45°C Py 200 mw
Sperrschichttemperatur l 80 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —-50..+80 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
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BAY 78

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
IF = 1mA
]F = 5mA
IF = 50 mA

Die Einzeldioden unterscheiden sich untereinander
The single diodes distinguish mutually

[F= 1mA
]F= 5mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug =50V

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Up=0, f=1MHz

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time

1F+ IR = 10 mA, iH =1mA

f

? L

Ir*)

m

Min. Typ.

0,54
0,63

74343

Ttk

e

30

fy=25°C

20

10

p

*) AQL = 0,65%
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Max.

0,64
0,75

50

2,5

<< <

mV
mV

nA

pF
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BAY 86 - BAY 87 - BAY 88

Silizium-Diffusions-Dioden
Silicon diffusion diodes

Anwendungen: Aligemein

Applications: General purposes

Abmessungen in mm Normgehause
Dimensions in mm KATHODE 22,6 920,55 Case
C.
ATHODE 51 A2 DIN 41880
i & JEDEC DO 7
! Gewicht - Weight
26 22 26 max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten BAY 86 BAY87 BAY88
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 60 120 350 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 50 100 300 \"
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
Ip = 10 ms Irsm 4 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm 800 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ie 250 mA
Forward current
DurchiaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 [FAV 250 mA
Verlustleistung
Power dissipation
= 5mm, 1 <45°C Py 250 mwW
/= 28 mm, ¢ = konstant Py 210 mwW
constant
Sperrschichttemperatur 4 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg —55..+150 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 105



BAY 86 - BAY 87 - BAY 88

Wiarmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

t| = konstant, / = 5mm RingA 420 °C/W
constant
| = ungekirzt RingA 500 °C/W
unbridged
KenngroBen
Characteristics

= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 100mA Ug") 0,82 1 \Y
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 50V BAY 86 Iy 21 100 nA
Ug = 100V BAY 87 IR 8 100 nA
Ug = 300V  BAY 88 IR 13 100 nA
tj = 100°C
Ugr = 50V BAY 86 I 10 pA
Ugp = 100V BAY 87 IR 15 pA
Ur = 300V  BAY 88 IR 20 pA
Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =10V, f=05MHz Cp 25 pF

Riickwértserholzeit
Reverse recovery time
[F = IR = 10mA, iR = 1mA, RL = 100Q ter 3 us

*) AQL = 0,65%
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BAY 89

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Aligemein, fir sehr hohe Betriebsspannungen

Applications: General purpose, for very high supply voltages

Abmessungen in mm KATHODE ©2,6 20,55 Normgehause
Dimensions in mm CATHODE Case
51 A2 DIN 41880
L I JEDEC DO 7
—; Gewicht - Weight
26 72 26 max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrM 600 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 500 \Y
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
4 p i 10 us 1 FSM 30 A
t p= 10 ms 1 FSM 4 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IFRM 800 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ie 250 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 I FAV 250 mA
Verlustleistung
Power dissipation
! = 5mm, 0 < 45°C PV 190 mw
[ = ungekirzt, 1| = konstant Py 160 mw
unbridged constant
Sperrschichttemperatur 5 125 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Isig —55.+125 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
109



BAY 89

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

1| = konstant, / = 5mm
constant
| = ungekdrzt
unbridged

KenngroBen
Characteristics

! unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current

Ug = 500V
Ur =500V, ;= 100°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance

Ug = 10V, f = 10MHz

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

110

IF = IR = 10mA, iR = 1mA, RL = 100Q

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben

Ripaa

Ringa

Ug*)

)
IR -ki) 1)

7

m

[
*) AQL = 065% **) AQL = 25% 1) R = 001, 1y < 20ms

Min. Typ.

0,82

Max.

420

500

30

10

°C/W

°C/W

pA

pF

ps
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BAY 92

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Schnelle Schalter, fir hohe Betriebsspannungen

Applications: Fast switches, with high supply voltages

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE .
1L Il
—} Normgehause
o 26 72 26 Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 650 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 600 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
1 .
p
T < 0,02, tp <1ims ]FSM 1 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 200 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ie 100 mA
Forward current
Verlustleistung
Power dissipation
[ =4mm, 1 <25°C Py 230 mwW
Sperrschichttemperatur 5 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
113



BAY 92

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, | = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

i = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 100mA

Sperrstrom
Reverse current
Ur = 600V

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =10V, f=1MHz

Ruackwértserholzeit
Reverse recovery time
IF = [R = 10 mA, iR = 1mA, RL = 100Q

*) AQL = 0,65%

Rinaa

Ue*)

IR

Cp

Iy

Typ.

0,25

25

350

Max.
450 °C/W
1 \
1 HA
4 pF
500 ns
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BAY 93

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode
Anwendungen: Sehr Schnelle Schalter

Applications: Very fast switches

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

3108 KATHODE 21,9 #0,55
CATHODE

T n

s i

le—— 26— 3,9 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung UrrMm
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur
Reverse voltage
StoBdurchiaBstrom
Surge forward current

t p <1ips Irsm
Periodischer DurchlaB8spitzenstrom TerM
Repetitive peak forward current
DurchiaBstrom Ig
Forward current
DurchiaBstrom, Mittelwert
Average forward current

Ur=0 Trav
Verlustleistung
Power dissipation

l=4mm,t|_=45°C PV

1 < 25°C Py

Sperrschichttemperatur 1
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg

Storage temperature range

B2/V1.17/0474

Normgehéause

Case

54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,159

25 \
20 \
2 A
225 mA
115 mA
75 mA
440 mw
500 mW
200 °C
—55...+200 °C

115




BAY 93

Wiérmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

[ = 4mm, 7| = konstant Rihaa
constant
KenngroBen
Characteristics

tj= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchiaBspannung
Forward voltage

Ig = 10mA Ug*)
Sperrstrom

Reverse current
Ug = 10V, 1= 150°C IR*™)

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
IR =1 pA U(BR) ')
Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =0, f=1MHz, Uyg = 50mV Cp

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
IF=IR=10mA, IR=1mA ’I’I’

*) AQL = 0,65% **) AQL = 2,5%

116
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Typ.

Max.

350
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°C/W
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ns
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Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Zweifachdiode
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW-Bereich

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pull circuits in VHF range

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kunststoffgehause
Plastic case
SOT 33
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Up 30 \
Reverse voltage
DurchiaBstrom I 100 mA
Forward current
Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+150 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474
117



BB 104

KenngréBen
Characteristics
= 25°C
Sperrstrom
Reverse current

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig=10pA

Diodenkapazitét
Diode capacitance
UR=3V, f=1MHz Gruppe: griin
Group: green

blau
blue
Ug=30V, f=1 MHz

Kapazitatsverhaltnis
Capacitance ratio
f =100 MHz

Serienwiderstand
Series resistance
Cp = 38 pF, f = 100 MHz

* 741530 TIK|
‘
80
pF
L /=1MHz L_L
\ 1j=25°C
60 h
AN
A\
40 20 104 ;:'S:,.\ \
N
20 ™
OG 1 1 0V
R

118

Min. Typ. Max.
Iy 50 nA
UgR) 32 Vv
Cp 34 39 pF
Cp 37 42 pF
14 pF
Cp(s
—D(3V) 25 265 28
Cp 30V
, 03 04 0
S
f Teve7 TN
N
CDn
4
\
\
3
1 ¢ B CD
|| o o
2 I
1
%1 1 10V
U, —o=
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BB 105A - BB105B - BB 105G

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdioden
Silicon epitaxial planar capacitance variation diodes

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geréten:
BB 105 A UHF-Tuner bis 790 MHz
BB 105B UHF-Tuner bis 860 MHz
BB 105G flr VHF-Tuner, zusatzlich durch einen grinen Farbstrich gekennzeichnet

Applications: Frequency tuning in TV receivers:
BB 105 A UHF tuner up to 790 MHz
BB 105B UHF tuner up to 860 MHz
BB 105G for UHF tuner in addition marked with a green colour stroke

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

—]
o
Y

KATHODE 2,51,
CATHODE ‘[

N
©
~
o

) —} ’ Kunststoffgehause
Py S R Plastic case
o 12,5 SOD 23
Gewicht - Weight
max. 0,1 g
Die Kathode ist durch einen weiBen
Farbstrich gekennzeichnet
The cathode is marked with a
white colour stroke
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 30 A
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 28 \
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur t 60 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+60 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 119



BB 105A - BB105B - BB 105G

KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics

1y = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom
Reverse current
Ug =28V Ig 50 nA
Ug =28V, 1= 60°C IR 0,5 pA
Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=0,5MHz, UR =1V BB 105 A CD 1) 17 pF
BB 105B - BB 105G CD 1) 17,5 pF
Ug= 3V CpY 11,5 pF
UR =25V BB 105 A CD 1) 2,3 2,8 pF
BB 105B CpY 2,0 23 pF
BB 105G CpY) 18 2,8 pF
Kapazitatsverhéltnis
Capacitance ratio Cp (3V)
f=05MHz BB 105 A - 4 5
Cp (25V)
C
BB 105B M 45 6
D (25V)
C
BB 105G Z;w 4 6
D (25V)
Serienwiderstand
Series resistance
C D= 9pF, f= 470MHz BB 105 A s 0,6 0,8 Q
BB 105B Iy 07 08 Q
BB 105G rg 09 1,2 Q

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5..28 V, betragt die
Kapazitatsabweichung fiir BB 105 A, BB 105 B max. 3% und fir BB 105 G max. 6%.

Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range U = 0.5..28V, is the capacitance
tolerance for BB 105 A, BB 105 B max. 3% and for BB 105 G max. 6%.

120



BB 105A - BB105B - BB 105G
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BB 109

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdiode
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode

Anwendungen: Abstimmschaltungen im VHF-Bereich

Applications: FM-tuning circuits in VHF range

Besondere Merkmale: Features:
@ GroBer Kapazitats-Variationsbereich ® High capacitance tuning range
@ Garantierte Toleranzen der Dioden ® Guaranted matching tolerances in a set
eines Satzes untereinander from diode to diode

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,3 2,4 02
KATHODE 2,5 1,2$ 0,75
CATHODE { [ [
T Kunststoffgehéuse
28 1=l g1 1 Plastic case
} 12,5 SOD 23
sz Gewicht - Weight
max. 0,1g
Die Kathode ist durch einen gelben
Farbstrich gekennzeichnet
The cathode is marked with a
yellow colour stroke
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URRM 30 v
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 28 Vv
Reverse voltage
Lagerungstemperaturbereich lstg —55..+125 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 123




BB 109

KenngroBen
Characteristics

t = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom
Reverse current
UR =28V
Ug =28V, ty = 60°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=1MHz, Ug = 3V,
U = 25V

Kapagzitatsverhaltnis
Capacitance ratio
f=1MHz

Serienwiderstand
Series resistance
Cp = 10pF, f = 600 MHz

Serieninduktivitat
Series inductance
I =15mm

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammen-
stellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5..28 v,
betragt die Kapazitatsabweichung max. +1,5%.
Synchronisation deviation: In sets of matched
diodes, in voltage range Up = 0.5..28 V, is the
capacitance tolerance max. £ 1.5%.

Min. Typ. Max.

Ig 04 50 nA
Ig 05 pA
CpY 26 32 pF
Cp? 4,3 6 pF
Cp(3v)
E— 5 6,5
CD (25V)
rg 05 Q
Lg 5 nH

* 741836 1%

‘%
40
pF
= 25°C
30
A
N
1
20
10
\
5
o1 1 10V
Up—
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BB 204

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Zweifachdiode
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW-Bereich

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pull circuits in VHF range

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

05 Normgehause
‘ ' Case

le— 52— JEDEC TO 92
T2 o7 == Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 30 \"
Reverse voltage
DurchlaBstrom Ie 100 mA
Forward current
Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+150 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474
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BB 204

KenngréBen
Characteristics

4= 25°C

Sperrstrom
Reverse current
Ug=30V

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig=10pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance

Ur=38YV, f=1MHz Gruppe: griin
Group: green

blau

blue

UR=30V, f =1MHz

Kapazitatsverhdltnis
Capacitance ratio
S =100 MHz

Serienwiderstand
Series resistance-
Cp =38 pF, f =100 MHz

* 74086 TN
‘b
80
pF
N f=1MHz ||
\ ll =25°C
N
60 N \ BB 204 zllnu
ue
\\
A\
40 BB 204 Grlln\
green
N
N
20 NN
0C 1 1 iov

126

Min. Typ. Max.
U(BR) 32 \
CD 34 39 pF
CD 37 42 pF
14 pF
C—Dm 2,5 2,65 2,8
Cp (30 V) ’ ’ ‘
r 0,3 0,4 Q
S
f 74987 Ttk
N
CDn
¢ \
’ \
oo\
_— Collg=30V)
=1MHz
21 rf,» =25°C
N
N
1
0C Al 1 10V
U, —e
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BB 205A -BB 205B - BB 205G

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdiode
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geriten:
BB 205 A UHF-Tuner bis 790 MHz
BB 205 B UHF-Tuner bis 860 MHz

BB 205 G fiir VHF-Tuner, zusétzlich durch einen griinen Farbstrich gekennzeichnet

Frequency tuning in TV receivers:
BB 205 A UHF tuner up to 790 MHz
BB 205 B UHF tuner up to 860 MHz

Applications:

BB 205 G for VHF tuner in addition marked with a green colour stroke

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 2,5 1,2 0,75

CATHODE

24 l*-4.1 -

12,5

5121

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung URrM
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung Ur
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur 4
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg

Storage temperature range

B 2/v.2.572/0875A 1

Kunststoffgehause
Plastic case

SOD 23

Gewicht - Weight
max. 0,1 g

Kathode ist durch einen weiBen
Farbstrich gekennzeichnet
Cathode is marked with a

white colour stroke

30 \

28 \

100 °C
-55... +100 °C
127




BB 205 A - BB 205B - BB 205 G

KenngréBen
Characteristics

]

Sperrstrom

Reverse current
Ug=128V
Ug=28Y, 4 =-60°C

Diodenkapazitat

Diode capacitance
f=05MHz, U= 1V

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

BB 205 A

BB 205 B - BB 205 G

UR= 3V
Ug=25V

Kapazitatsverhaltnis
Capacitance ratio
f = 0,5 MHz

Serienwiderstand
Series resistance
Cp = 9pF, f =470 MHz

BB 205 A
BB 205 B
BB 205 G

BB 205 A

BB 205 B

BB 205G

BB 205 A
BB 205 B
BB 205 G

2,0
1,9
1,8

4,3

50

4,3

Typ.

17
17

11

0,6
0,7
0,9

Max.

50
0,5

2,5
2,2
2,6

53

08
0.8
1,2

nA
HA

pF
pF

pF

pF
pF

[el ol o)

') Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5...28 V, be-
tragt die Kapazitatsabweichung max. 3%.

Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range Ug = 0.5... 28 V, is the capacitance

tolerance max. 3%.
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BB 205A - BB 205B - BB 205G

? [T 761780
f=0, 2
CD tamb = 2:"::“
16
pF
12
8
\
N
4
AN
\\
(o]
5 10 50 vV
UR ——

t 751781
TK¢
1
C
1073

N\
N
N
\\
\\
\\
N
1074
N
107°
1 5 10 50V

U=
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BB 209

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Diode
Silicon epitaxial planar capacitance diode

Anwendungen: Abstimmschaltungen im VHF-Bereich und in CATV-Anlagen

Applications:

Besondere Merkmale:
@ GroBer Kapazitats-Variationsbereich

@ Garantierte Toleranzen der Dioden
eines Satzes untereinander =+ 1,5%

FM-tuning circuits in VHF range and CATV systems

Features:

@ High capacitance tuning range

@ Guaranted matching tolerancesin a set
from diode to diode =+ 1.5%

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,3 2,4

——l

0.2

Kunststoffgehéduse
Plastic case

KATHODE 2,5 1,

CATHODE

SOD 23
Gewicht - Weight
max. 0,1 g

}

2 0,75

-

Kathode ist durch einen orangen-
farbigen Strich gekennzeichnet

5121

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

DurchlaBstrom
Forward current

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

KenngréB8en
Characteristics

4= 25°C, falls nicht-anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom

Reverse current
Ug=28V
U =28V, 4= 60°C

B 2/V.2.6592/0576 A1

Cathode is marked with an
orange colour stroke

UrgpM 30 Vv
UR 28 \
Ig 20 mA
t ] 100 °C
fstg -55 ... +100 °C
Min. Typ. Max.
I 50 nA
Ig 0,5 uA
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BB 209

Min. Typ. Max.
Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=05MHz, Ug= 1V Cph 31 pF
Ug= 3V Cp" 21 pF
Ur=25V Cp" 2,6 3,0 pF
Kapazitatsverhéltnis
Capacitance ratio C
it Dow g
Serienwiderstand D25V
Series resistance
Cp = 12 pF, f = 330 MHz rg 0,85
Giite
Quality
Ugp= 8V, f= 50MHz Q 180
Ur =25V, f = 300 MHz Q 250
Serieninduktivitat
Series inductance
I=7 mm Lg 4,5 nH
* 761883
CD = 0,5 MHz
=25 °C
40
pF
N
N
\
20 \
\
10 N
\\ )
o
0,1 1 10V
Up ™

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5...28 V,
betrégt die Kapazitdtsabweichung max. + 1,5%.
Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voitage range Ug = 0.5...28 V,
is the capacitance tolerance max. +1.5%.
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BY 201/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gileichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
gerdt und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Wesentliche Merkmale: Features:
@® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
@ Kurze Schaltzeit ® Short switching time
® Geringe Umschaltverluste @ Low switching loss

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 231 20,9
CATHODE
i } L
it 1 Kunststoffgehause
} Plastic case
le— 26 6,4 26 ~ JEDEC DO 7
b Gewicht - Weight
max. 0,5g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings-
Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage
f< 20KkHz, < 12ps BY 201/2 UrrM 250 v
BY 201/3 UrrM 350 v
BY 201/4 URRM 450 v
BY 201/5 URRM 550 "
BY 201/6 UrpM 650 \
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
Fig. 1 BY 201/2 Ug = Upwm 200 v
BY 201/3 Ur = UrwM 300 v
BY 201/4 UR = URWM 400 \)
BY 201/5 UR = URWM 500 \%
BY 201/6 Ur = UrwMm 600 Vv

B 2/V.1.17/0474A2
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BY 201/...

DurchlaBstrom, Mittelwert

Average forward current

Fig. 3 bei U
RipJa S 100°C/W
Rihga < 50°C/W

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

[

100

134

Up: Upwm—

Irpy 09 A
Irav 15 A
'FRM 6 A
Irsm 30 A
t i 150 °C
stg —40..+125 °C
? 76413171
Rinja
.80
ciw
A
60 A
V|
40
m constant
0 Flo-2

15 20 25mm



BY 201/...

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 2
Junction ambient

¢ = konstant, / = 15mm Rinia 50 °C/W
constant
| =00 RthJAz) 100 °C/W
KenngroBen
Characteristics .

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 1A, = 25°C UgY) 12 \
Sperrstrom
Reverse continuous current
Up, = 25°C IrY 6 pA
4= 125°C IRrY 500 A

Ruckwaértserholzeit
Reverse recovery time

Ig = Ig = 1A, ig = 100 MA Ly 200 ns
beim Umschalten von:
by switching from: di

Ie = 10A, Ug = 50V, gt 1,0A/ps, tj = 25°C tp, 350 ns
Sperrverzdgerungsladung Orr 60 nC

Reverse recovery charge

b
1) 7 = 001, 1, = 03ms

2) AnschluBdrihte ungekiirzt, keine Warmeableitung iiber Halterung
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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g T e
e A e aca
v ———Rinia®100C/Wy
! ""RthJA=50°C/W> 9
evaoy2 | | | |
1°5CO / BY201/3
, 25%C BY201/4
amb™ f
\ 1 BY201/5
\ 45|°c ™ / / / BY20v/6 |
\ 100 - ~
\ 60°C ™ -
‘\ [ I~y ‘\\\
\ 75°C -
\ i . I
\ ERERRS ~~
\k 100°C — ——
SO R
N [ e
N \ 125°C ~—
i
N =T
Fig.3 N e
2A 1 o 100 200 300 400 500 600V
= kav “Rwm—=
N 0 1 S A } S S S i 74 13201
0 A O I S
I TT7 i 1T 7 RN U LRI
Uawms 50V thp T ﬁ‘i’\]
Renia®100°c/w . Fig.2 : ]
-
famb=125°C 75°C 60°C 45°C 25°C
100
I c/W X
P05 AR
T 50 \
A\
| = Y\
- \
—
T o \
T
T ol \
0,05 -l
=t 5
0,0 -
001
LT —
/‘//
L+ Fig.a
0,01 (03] 1 10ms [02] 1 10A
p— 'Rem —
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BY 201/...

o

741315 ™

[

1j=25°C
—==0,01
p=03ms

o N

M~

Fig.8

2v
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Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
gerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Wesentliche Merkmale: Features:
® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
@ Kurze Schaltzeit ® Short switching time
® Geringe Umschaltverluste ® Low switching loss

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

(62—

Kunststoffgehause
mit Klhlkorper
Plastic case

64 with heat sink
Typenbezeichnung = KathodenanschluB Gewicht - Weight
Type designation = Cathode terminal max. 4,59
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage
< 20kHz, t < 12 s BY 202/2 URRM 250 \
BY 202/3 UrrM 350 \Y
BY 202/4 UrpM 450 \
BY 202/5 UrrM 550 \Y
BY 202/6 UrrMm 650 \Y

B 2/V.1.17/0474A2 139




BY 202/...

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
Fig. 1

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Fig. 3 bei Ug
Ripga < 50°C/W

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
' < 10ms

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

* 74 1311 Th
gl
200
°C
BY 2022
A 1 BY2023
BY 202/4
150 N BY 202/5
N ~. BY 202/
NG =X L
NN Urwm
<
100 = I
Ur ||
50
Fig.1
o) 200 400 600V

Ur: Upwm —™

140

Ur = UnwM 200 v
Ug = UrwmMm 300 \"
UR = URWM 400 \
Ur = UrwM 500 v
Ur = UrwmMm 600 \
Irpy 15
TFRM 10
Irsm 40 A
tj 150 °C
Istg -40..+125 °C
* 741309 Th
LT
.50
clw
/
)4
40
/
30
4 Kihikorper | | |
/ Heat sink
20 ! ! .
10
! =konstant
constant
P
[T 1 [Fez
o 10 20 30mm

| ——



BY 202/...

Waéarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 2
Junction ambient
t = konstant, / = 15mm
constant
] = o0

KenngroéBen
Characteristics

DurchlaBspannung
Forward voltage
' F= 1,0A ¢

Sperrstrom
Reverse continuous current
URWM‘ Ij = 25°C
t i = 125°C

j = 25°C

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig = Ig = 1A, ig = 100mA:

i = 25°C

di
Ip = 15A, Ug 2 50V, - = 15A,

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

1
1) =001, i = 03ms

Rinaa

RthJA?

U

RY
IR")

2) AnschluBdrihte ungekiirzt, keine Warmeableitung tiber Halterung

Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder

Min. Typ. Max.

40 °C/W
70 °C/W
1 \

6 HA
500 pA
350 ns
350 ns
100 nC
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[ | 1 | I I | | I | l l l I 74 1312 Ttk
1=t N
amb = . . oo
: N1 e
| 1 Rensa=70°C/W, Fig.2
150
°c
famb™25 °C BY202/2 _| BY202/3
\ — T BY202/4
\ ! I S~ / BY202/5 |
45]"0 - BY 202/6
100 ! P
60 °C I~~~
\ S~ R e
75 °C ]
\ N e
e
\ 100°C ——
\ 50 Sy
]
125 °C _—
\\ S~
™ Fig.3
2A 1 o 100 200 300 400 500 600V
~—kav Unwm —=
T I —— 741313 TIk
? T ) I
i e s B
] Z 1]
| | Cpwm=50V thp 17 _*_\
|- Rypyas70°C/w Fig.2 j !
Zg?w 1 iamb=125°C 100°C 75°C 60°C
R - 45C
205 Hso R >°
\ \ \:\\\1
1 MW
RNy N
l
o 10 \\
i =
0,05 5 WA
Lot T"] \ '\
.’ \
002|_j+1 |~ \
-”‘/o,'m //’/
Fig. 4
001 o1 1 10ms 1 10A
o —= 'FRM——
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741310 Tk

|
|
|
I

p
— =001
T [+]

1j=25 °C

p=03ms

[ ———

——

Fig.5

0,5
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BY 203/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
gerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode
power supply.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 231 20,9
CATHODE '\
Il + fl
i 1 .
, Kunststoffgehause
i
26 oa 26 Plastic case

~JEDEC DO 7
Gewicht - Weight

5129

max. 0,5g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
BY 203/12 Ur = Upwm 1200 \
BY 203/16 UR = UrwM 1600 V'
BY 203/20 Ur = Urwm 2000 Vv
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
fp < 01ms Trsm 20 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom ITerMm 25 A
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 250 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur t j 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg —65...+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
145



BY 203/...

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
| = konstant, / = 5mm
constant
/| = o0
KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
I F= 200 mA

Sperrstrom
Reverse current

Ug = 700V

U = 1000V

Ug = 1200V
Durchbruchspannung

Breakdown voltage
Ig = 100 pA

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

Ig = Ig=10mA, ig = 1mA

4
1) % =001 1, =03ms

146

gl

701919

200
°C
160 BY 203/12
BY203/20
\NB 8Y203/16 |- TT
120 N [ T~ AN [
] = Urrm
I~ ~Up
80
40
[} 400 800 1200 V
Min.
RihiA
Rihga?
Ug?)
BY 203/12 Ir
BY 203/16 I
BY 203/20 I
BY 203/12 U(BR) 1200
BY 203/16 U(BR) 1600
BY 203/20 U(BR) 2000
I

2) AnschluBdrahte ungekiirzt, keine Warmeableitung (iber Halterung

Typ. Max.

50

100

2,4

NN

550

°C/W

°C/W

LA
pA

<< <

ns

Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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BY 204/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
gerdt und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode
power supply.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 231 20,9
CATHODE r‘
Il 'gl
! * ! Kunststoffgehause
Plastic case
5129 28 6.4 26 ~JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,59
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
BY 204/4 Ug = UrwM 400 v
BY 204/8 Ug = UrwMm 800 v
BY 204/10 Ug = UrwM 1000 v
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp < 0,1ms IFSM 20 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom ITepM 2,5 A
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ippy 400 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur 4l 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+150 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474
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BY 204/...

f 761918
il
200
°C
BY204/4
160 \\ BY 204/10
By 204/8 | T
™ T P Yram
120 S 3 T
-,
80
40
4] 200 400 600 V
UR' URRM —-
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
1 = konstant, / = 5mm Rinaa 50 °C/W
constant
[ =00 Ripga?d 100 °C/W
KenngroBen
Characteristics
IJ' = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 200 mA UgY 1,2 "
Sperrstrom
Reverse current
UR = 250V BY 204/4 IR 2 pA
Ur =500V BY 204/8 I 2 WA
Ug = 600V BY 204/10 I 2 pA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I = 100 pA BY 204/4 U(BR) 400 \
BY 204/8 U(BR) 800 Vv
BY 204/10 UBR) 1000 v
Riickwartserholzeit
Reverse recovery time
1F= [R= 10mA, iR= 1mA tl’l’ 550 ns
1) ITD = 0,01, tp = 0,3ms 2) AnschluBdréhte ungekiirzt, keine Warmeableitung iber Halterung

148 Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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BY 211/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. firr zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
gerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Wesentliche Merkmale: Features:
® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
® Kurze Schaltzeit ® Short switching time
® Geringe Umschaltverluste ® Low switching loss

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

1J5
s I 1 H g0 Kunststoffgehause
Plastic case
178 Gewicht - Weight
max. 1g

Kathodenseite durch

Farbstrich gekennzeichnet

Cathode indicated

Absolute Grenzdaten by colour stroke
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

f<20kHz, t < 12yus BY 211/2 Uprm 250 Vv
BY 211/3 URRM 350 \
BY 211/4 Urrm 450 \
BY 211/5 UrrMm 550 \Y
BY 211/6 RRM 650 \%
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
BY 211/2 UR = URWM 200 \%
BY 211/3 Ur = UpwMm 300 Vv
BY 211/4 UR = URWM 400 \")
BY 211/5 Ur = Urwm 500 v
BY 211/6 Ur = UrwMm 600 \Y

B2/V.1.17/0474
149
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DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Ug < 100V Trav 20 A

Periodischer DurchlaBspitzenstrom IrpMm 12 A
Repetitive peak forward current

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
o < 10ms Tegm 50 A

Sperrschichttemperatur l 150 °C
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg —40..+125 °C
Storage temperature range

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
¢t = konstant, / = 15 mm Ringa 50 °C/W
constant

KenngroBen
Characteristics

DurchlaBspannung
Forward voltage

IF = 1A, tj = 25°C UgY) 1,0 Vv
Ig = 6 A, tj = 25°C UF1) 1,15 v
Sperrstrom
Reverse continuous current
URWM’ tj = 25°C IRI) 6 pA
t; = 125°C R"Y 500 pA

J

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

Ig = Ig= 1A, ig = 100mA tep 350 ns
di .

Ig=15AUR 250V = 15A/s,(j=25°C 1y 350 ns

Sperrverzégerungsladung O 140 nC

Reverse recovery charge
g P _ _
1) 7= 0,01, 15 = 0,3ms
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BYV 12 * BYV 16

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-
sehgerdt und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Besondere Merkmale: Features:
® Hermetische Glaspassivierung @ Hermetically sealed glass passivation
@® Gute Warmeableitung lUber die @ Heat conduction through the connect-
AnschluBdrahte ing terminals
@ Kleiner Sperrstrom ® Low reverse current
@ Soft recovery Verhalten @ Soft recovery characteristic

Vorlédufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

2FARBRING #33 2085

2.COLOUR RING\
KATHODE 1.FARBRING |
CATHODE [COLOUR RING Sinterglasgehéuse
"

i Sintered glass case
Gewicht - Weight

e 26—t 46 —wlw 26— o] max. 0,4 g

s101

— 1

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
KathodenanschluB 1. Farbring
grin
Cathode terminal Colourring
green

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse volitage Colourring

Fig. 1
° BYW52  Ug=Uggy 200V rot
re

BYW 53 Ur = Uprm 400V orange
orange

BYW 54 Ur = Urrm 600V gelb
yellow

BYW 55 UR = URRM 800V arun
green

BYW 56 UR = URRM 1000V blau
blue

B 2/V.2.620/1076A2 151



BYV 12 * BYV 16

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
p=180° Fig. 2,3

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Sorage temperature range

T [T T T T T ] rrane
. -._1 ——— RypgA= 45 C/W
j }— =——— Rypya=100°C/wW
200 1
o 1T
BYV 12
\ BYV 13
160- \- / BYV 14
A o / BYV 15
> / BYV 16
NINL ™
120 + arm —
m RRM
.
% R
80
1
40
Fig-1
(o] 400 800 1200 Vv
Uy U — -
R'“RRM
Warmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Fig. 8

Junction ambient

/=12 mm, 7| = konstant Fig.7
constant

152

Iegm 30 A
’FRM 9 A
IFAV 1,5 A
f 175 °C
stg -65...+175 °C
? 77 2146
k
1,0 >
A'
>
0,8 -
0,6 ‘= ‘rav
" Ipay (9=180%)

0,4
0,2

Fig. 2 |

0 40° 80° 120° 160°
w——>
Min. Typ. Max.

Ripa 100 °C/W
RihJA 45 °C/W



BYV 12 * BYV 16

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

IF =1A UF ") 1 ,5 \
Sperrstrom
Reverse current
UR = URRM IR *) 1 5 pA
UR= URRM’ Ij= 100°C IR”') 20 100 pA

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
Ip=1Ig=100mA, ig =10 mA - 500 ns

Sperrverzogerungsiadung
Reverse recovery charge

di
Ie=1A, % =5Als 0y 200 nC
[T ? L 77 2140
'j~lamb i
/=50 Ha, Sinusiermio
BYV 12
160 Y Rypya=45 C/W
°C
BIVV 13
l q
120 N ﬁVV‘4 B‘VV 15 BYV 16
* ramb=25°C | | |
N | ™
AN RN = s
801+ ~ e
\ - Pl 70 °C
| ) \ ™
N
\ I~ 100 °C
40 -
] L
‘ Ty
N - | 125 °C
150°C ] ] Fig.3
2A 1 (o] 200 400 600 800 1000 12b0 \"
= kv “RRM —

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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BYV 1

2 .’ BYV 16

| ? [ 77 2141
!j='amb 7
- 50 1 tinustermio
160 Rypga= 100 °C 7w
°C
\
l \\avv 12
120 BYV 13
\\ N BYV 14
S BYV 15 BYV 16
N
\ \ B famb = 25 °C
\ 80 e = asc
A\ - 60 °C
\ o
N c
\ T °
_—
40
\ N,
\~"~ | 100°C
l \‘
Fig. 4 'L T~ 125 °C
0,8A 04 0 200 400 600 800 1000 1200 V
- rav “ram —
t 77 2142 I 2!5 I
Rinaa L ]
| |7
100 !
C/W TN = T
L= Sonstant |
80 ” l
A .
——‘2[4— | ]
60 e———— 50 ——— =
|
- i
40 | 1 3
eSS
I
Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstarke: 1.5 mm
20 1 Epoxy glass hard tissue, board thickness: 1.5 mm
Rypya <100 °C/w
751732 Tk
Fig.7
(o] 8 16 24 mm
J——— Fig. 6
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BYV 12 i BYV 16

I T TI1T I T 11T . ?l T 17 2147
- [
_J_ - | Z(hp' o
1 ) L1l Uppm = 1000 Vv
200 Rypga=100°C/W
°C/IW
*-0s - 3
T - L1 \
P 50 \
| -
| 0.2 | e lwpe= =1 e 1
ot - Ly
— A
01| bt - \
AT LT
. 10 -
D.OA:- -~ 4 ramb=25 °C
- -i—l( I'T 45 °C
=
[1 _ 3t I 5 60°C
0.01
- / 70°C
-1 /) 100°C
o L Einzelimpuls r
i V Single [rul:‘e \ U l Fig.7
0,001 0,01 0.1 1 10s 1 10 100 A
p—> lerm —
[ I di _ /=5kHz l l { L l [ [712ua
| 10 «nz 20 khz [T
e 50 kHz

N
e TS A
3 A/pus N\ 100 kHz
T N~
| [ 24/ I~ \\‘ /1 / -
pune?
—_, 1A/us l/l — =
TL
1,5 A 1,0 0,5 ——— L
S : 0,2 N - - :,.-nmv |
| N i
0,4 N ] 200 v
Switching paw’:r“l.nssu
1y=26°C 0.6 \\
‘ T -~ 0'8 \\ N
: N o 2 10 1000 v K500 v
BN Iow I T
[ [ [ 1ros
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BYV 12 i BYV 16

772143 ?‘EC;; T -|=r 772144
I
I I Ua=Uram 7
F R
L /
1j=25°C »175°C :tuuququnl
LA catiering limits
10 1000 /
A FA 2 7
T4
7/
/ /
1 100 4
" I y 4
1T
' V4 V4
| 2
I ' /
,’ 74
0,1 1 10 — /£
1] Z /
/ ]
0.01 Fig.9 1 1/ Fig.10
(o] 1 2 3 4V o] 40 80 120 160 °C
UF — [Fpe——
]
1 J [ i | 772145
LT
CD /= 470 kHz
1=25°C
10
pF
8
\\k
6 N
|
4
2
Fig.11
(o] 20 40 60 80 V
UR—>
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<> BYW 32 * BYW 36

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-
sehgerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Besondere Merkmale: Features:
® Hermetische Glaspassivierung ® Hermetically sealed glass passivation
@® Gute Wéarmeableitung Uber die ® Heat conduction through the connect-
AnschluBdrahte ing terminals
® Kleiner Sperrstrom ® Low reverse current
@ Soft recovery Verhalten ® Soft recovery characteristic

Vorlédufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

__2FARBRING 233 0085
JCOLOUR RING - ¢
KATHODE 1.FARBRING | | !
CATHODE [COLOUR RING !
JL i
1 f—— "
! '
e 26 - - 46 e 26 ] Sinterglasgehause

5101

Sintered glass case
Gewicht - Weight
max. 0,4 g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
KathodenanschluB 1. Farbring

orange
Cathode terminal Colour ring
orange
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colour ring
BYW 32 Ur = URpMm 200V rot
red
BYW 33 UR = URRM 300V orange
orange
BYW 34 UR = URRM 400V gelb
yellow
BYW 35 UR = URRM 500V grUn
green
BYW 36 Ur = URrM 600V blau
blue

B 2/V.2.619/1076A2 157



BYW 32  BYW 36

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
p=180° Fig. 2,3

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

f [TTTTTITT] sree
' 1 === Ry A= 45 C/W
j  f =———Ryya=100 C/wW
200 RN
eC BVWSZ] ]
BYw 33
‘\\ BYW 34
160 N [ BYwss
N Y / BYW 36
h T~
N N
M — Urrm
120 ™ =
~— [~y
i
80
40
Fig. 1
[0} 200 400 600V
“R'YRRM —=
Warmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Fig. 8

Junction ambient

/=12 mm, 7_= konstant Fig.7
constant

158

Irgm 40 A
IeRMm 12 A
Trav 2 A
tj 175 °C
Istg -65..+175 °C
f 77 2158

k

1,0 p=

"
'/
0,8 A
/|
0,6 ‘= 'rav
" ray (9=180°)
0,4
0,2
Fig. 2
0 40° 80° 120° 160°
@ —=—
Min. Typ. Max.

Rinia 100 °CIW
RthJA ,45 °CIW



bis
BYW 32 * BYW 36
KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics
= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig=1A Ug*) 1,2 \
Sperrstrom
Reverse current
Ur=URrM Ir* 1 5 pA
UR= URRM’ tj= 100°C IR**) 20 100 HA
Riickwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig=Ig=100mA, ig =10 mA - 300 ns
7L [TITIII e
(i~ 'amb 1= 50 g *inestermio
160 ovw 32 R"'JA=45°C/W
% owos | [ []
BYW 34
1 famb =25 °C
[ N BYW3s /
\ P~ BYW 38
120 - S
N~ 45 °C
N mwdlE
i LT [ e c
80
\ s 70 °C
1] 190 ¢
\ i ' ]
\ N —
40
N
Py 125 °C
[
Fig. 3 150 °C
2A 1 0 100 200 300 400 500 600 V
- IFAV (/HRM —

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%




BYW 32

. BYW 36

] T [ I ] ] 77 2150
’j —Iamb /=50 Hz :?:.:’:zxjg
Rypya= 100 °C /W
160
°C
\ BYW32
\ ) J N \ BYW 33 BYW 34 ramp = 25 °C
120 N /
BYW 35 BYw 36 l
N -
N N~ as°C
\ N —
" ST 1
] — 60 °C
‘ s 70 °C
\
e~
—
40 '~ B 100 °C
‘\ N e 125 °C
Fig. 4 150°C I I I
0,8 A 0,4 0 100 200 300 400 500 600 V
= av YrRRM —
772142 25
? e
Rthaa Iy | | |
100 ‘ —~
‘C/W -+ «T o} so
= konstant l
L~ constant
80 )
pd ;
/,
] f—
60 L—gz 50 ——=|
|
40 r—d —{
N 4 Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstiarke: 1.5 mm
20 Epoxy glass hard tissue, board thickness: 1.5 mm
RynJa <100 °C/wW
Fig.7 751732 Tik
[0} 8 16 24 mm )
| — Fig. 6
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BYW 32 * BYW 36

D T o 5 s s 0 i o s s G0 B -1 T T - H raisr
T —1 1 S A 1 S _
% = j? : i
] /
! T the
| ! [ Cram =600V
200 | Rypga= 100 °C/W
T T
&
T =T 1\ - H
f.0s — L Tl ; T
g e el \ Ll
T T L 50 \
H L ;"’ ] H
.2 e p
R A
— i
0.1 L grl= ’V/,’P ;
T S AN L
“17o.02 i - fr’)’; . o \ famb =25 °C ,_}E
Sul = I \ 45°C !
I 7 5 \ ey
11 - el I 60°C || 4 !
0,01
g» - 7 r \ 70°C 41
- s H \ 1} 4 100°c |
T~ Einzelimpuls e |
'O/V { Single /mp/\(‘ L 1 ] I l | Fig 7
0,001 0,01 01 1 10s 1 10 100 A
p—= IFRM —
{ /=5kH In 2158
{ _1 N 510 Alus : Ivo l](HzI /210 lml 1
7 A7 50 kHz
T Y I/
5A/us N N I /,
| [T N AViED4
3 Alus ™ AN 100 kHz
T NI AN
2 Alus N TN "1
' [N\ P4 T
IIA/ps -
[ L—t
S§AL | {10 0,5 m—— i
/ 01 T~ P tp =100
mmn ' Ea T
—
Ausschaltverluste 0,2 N [ 200v ]
Switching power losses 9
4 =25°C 0,3
N
0,4 N
— P
__J r 0.5 600 Vv \400V
— ¢ W 1T L
LL Fig. 8
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BYW 32 * BYW 36

772153 ? E E ; iLf 772144
) I A I
0
/ I Ur=Uram 4
F .
1=25°C | 175°C R [ 4
A
10 F 1000
A 2 HA 17 A
4
K 7
1/ ‘
/ /
1 / 100
! 4 ¥ | v A J
¥
i
1
/ /
0,1 f 10 > 7
I
0,01 1 Fig.9 1 / Fig.10
7% 1 2 3V (o] 40 80 120 160 °C
Upg —» [Fp——
F J
1 77 2155
‘D
f = 470 kHz
20 =25 °C
pF
16
12
\
N
8 N
N
‘~~
Yoy
4 -
Fig. 11
(o] 20 40 60 80V
Up—

162



&
N Z BYW 52 i* BYW 56

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Leistungsgleichrichter
Applications: Power rectifier

Besondere Merkmale:
@ StoBspannungsfest
@ Hermetische Glaspassivierung

@ Gute Wéarmeableitung tber die
AnschluBdrahte

@ Kleiner Sperrstrom
® Hohe StoBstrombelastbarkeit

Die elektrischen Daten entsprechen den Dioden:

Features:

@ Controlled avalanche characteristics
® Hermetically sealed glass passivation

@ Heat conduction through the connecting
terminals

® Low reverse current
® High surge current loading

Electrically data resemble the diodes:

BYW 52 1 N 5059 BYW 52 1 N 5059
BYW 53 1 N 5060 BYW 53 1 N 5060
BYW 54 1 N 5061 BYW 54 1 N 5061
BYW 55 1 N 5062 BYW 55 1 N 5062
Abmessungen in mm
Dimensions In mm 2.FARBRING 83,3 #2085

2.COLOUR RING

KATHODE 1.FARBRING
CATHODE [COLOUR RING
Ik

Sinterglasgehéuse

i Sintered glass case

la— 26

Gewicht - Weight
max. 0,4 g

46

5101

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

26— —=|

KathodenanschiuB 1. Farbring

grin
Cathode terminal Colourring
green
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colourring
Fig.
‘9.1 BYW52 Uz =Upgy 200V rot
red
BYW 53 Ur = UgnMm 400V orange
orange
BYW 54 UR = URRM 600V gelb
yellow
BYW 55 UR = URRM 800V grin
green
BYW 56 Ur = Urgrm 1000V blau
blue

B 2/V.2.561/0875A2
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BYW 52

bis

» BYW 56

StoBdurchlaBstrom Fig. 2
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 3,5
Average forward current

Impulsleistung im Durchbruch
Pulse avalanche peak power

p

]

= 20 ps Sinushalbwelle

half sine wave

t; = 175°C

Zulassige Energiebelastung
bei Avalanchebetrieb Fig. 6
nicht periodisch
(Abschaltung Induktiver Last)
Max. pulse energy in the
avalanche mode,
non repetitive
(inductiv load switch off)
I(BR)R = 1A, l‘j = 175°C

Grenzlastintegral
i2 - t-rating

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

1 751893 ™
!
Rypja =45 T/W
200 Rypua =100°C/W
°C
- N
"G Upam ——
150 T
-
BYW e Ur
52 Yavw
53 lavw
54
1 BYyw
00 5% levw
56
50
Fig.1
(o] 500 1000V
164 Ur-Urrm—™

I FSM 50 A
Trav 2 A
PR 1000 w
Eg 20 mWs
2.t 8 A2-s
t i 175 °C
!stg -65..+175 °C
f 751689 Tk
Trsm
frsm
100 1 2\ __ _ﬁ\_
A 10ms TFH
50 20 ms
N [[11H
RIS
ooy
10 25°C
5
N
\ 175°C
Fig.2|
1 5 10 50
n——-u—



BYW 52

©» BYW 56

Wérmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient Fig. 8

I =12mm, ¢ = konstant Fig. 7
constant

KenngréBen
Characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig.9
Forward voltage
IF =1 A

Sperrstrom Fig. 10
Reverse current
Ur = UprM
UR = URRM’ lj = 100°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100uA

Diodenkapazitat Fig. 11
Diode capacitance
Ug =0, f= 0,47MHz

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
]F = IR = 100 mA, iR = 10mA

di
Up =50V, Ip = 1A, -~ = 5A/ps

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

di

IF = 1A, I = 5A/HS

*) AQL = 0,65%
**)AQL = 2,5%

Rihga
Riphaa

Ug")

Ig*)
IR*')

UBRr)R

try

bry

Typ.

0,9

01
10

50

Max.

100

45

10

20

1600

°C/W
°C/W

pA
HA

pF

ps

us

uC
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BYW 52 ' BYW 56

I l“ ] | I l ’ 751694 'K
’j"amb S=50Hz sinusformig
I Rypya=100°C
BYWS52 _|  BYWS3
T
150 BYws4 l J. l
\ BYwSS
~
BYWS56
i~ — famb=25°C
\ w
™ — I45“Ic
100
\ ° ™~ T~ 1
T~ - 60°C
T 70°C
\\ -
at
50
100°C
N [
= 125°C
N Ny 9 o
~L [ | [r2
TA 05 [0] 200 400 600 800 1000V
~=—Ipav UrRRrM—™
HH—— T H'H EJJJH”uIm T
VA URAM = 1000V il
thp Ringa =100°Crw 111
A [ 1
! 11
] ]
/ ! 5 200
°C/w
L
1 AY
7p=°° — » HH
==t =p=t 1 50
| BEie i
0.2 1 Ll = P /'
I r A1 IQI(I> \
-+l
o1 e =t ar 10 \
ii - 7 } { \ :_mb-zs °C
0.05 . C - — 45°C
'1]_i—- - S {uo’c
002 L T ” ﬁ*lo'c
| — 11 T AT l'l‘ | 100c
o0y -} i
L+ T [ | [Fe
10* 103 102 10" 10° 10's 1 10 A
" Term
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BYW 52 > BYW 56

T 751692 Tik
Irav
2
N
N
N
b N
\
1 \
Ur=Unrm
771 Rinsa $45°Crw
1 1=128mm \
05
Fig.5
(o] 50 100 150°C
t ——
T 751691 ™™
RthoA
100
°C/W
80
60
40
20
et [T
| |
[ [ T 1 Jrisr
o] 10 20 mm
] —

s

Durchbrucnbelastung nicht periodisch

r Break down loading non repetitive
1000 T
mWs N\ 1=175°C
T\ Uegryr=1600V
N\
N
N
\
100
\
\
AN
’(BR)RD \\
Usrr
N ED[:
u bR
1
10 Fig.6
0,01 o1 1
lBRIR—™

i~

{:T

Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstirke: 1.5 mm
Epoxy glass hard tissue, board thickness: 1,5 mm
Ripga =100 °C/w

751732 Tk

Fig. 8
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BYW 52 i BYW 56

? 751688, Th f
1|: - IR
4=25"CAC ] ,
] Za
A
100
pA
50 ‘I
; /
]
’ '
|
’ 10
o1 /
3 F 5 |
111
111
] / —
i Fig.10
0,01
0 1 2V 15 e wen
Up— tj
* 751686 TT*
)
5P% f=047MHz
40
30
N
20 N
.
‘-
10
Fig.1
. + 40 60 80V _
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BYW 72 & BYW 76

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-

sehgerdt und Schaltnetzteile.

Applications:
power supply.

Besondere Merkmale:
® Hermetische Glaspassivierung

@® Gute Warmeableitung iiber die
AnschluBdrahte

@ Kleiner Sperrstrom
@ Soft recovery Verhalten

Features:
® Hermetically sealed glass passivation
® Heat conduction through the connect-

ing terminals

® Low reverse current

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

2.FARBRING 24,5 213

2.COLOUR RING "\
KATHODE 1. FARBRING
CATHODE | COLOUR RING

26

26

o
]

6105

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage

Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

@ Soft recovery characteristic

Sinterglasgehéuse
Sintered glass case
Gewicht - Weight

max. 0,4 g

KathodenanschiuB 1. Farbring

Cathode terminal

BYW 74 UR = URRM 400 V

B 2/v.2.618/1076A2

violett
Colour ring
violet

. Farbring

Colour ring

rot
red

orange
orange

gelb
yellow

grin
green

blau
blue
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BYW 72 & BYW 76

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
tamb =45°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 8

Junction ambient

[=25mm, t; =konstant Fig.7

constant

KenngroBen
Characteristics

J

DurchlaBspannung
Forward voltage
IF =3A

Sperrstrom
Reverse current

Ugr = UrrM

UR = URRM’ tj =100°C
Riickwartserholzeit

Reverse recovery time
IF = [R =100 mA, iR =10 mA

*) AQL = 0,65%
**)AQL = 2,5%

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Tpsm

IERM

U\

Istg

Riha

Ringa

Ug*)

Ir"
IR **)

a8

60
15
3
175
-65 ... +175
Typ. Max.
70
30
1,2
1 5
10 100
350

°C

°C

°CIW

°C/IW

A

ns



BYW 72 i BYW 76

T 771387
375
Rthia ][ 1 1}
50 ‘ ’
7
°CIW \ |z
g4 | ‘+._ o 1 50
|
40 ’
30 I !\ j
| |—-—
) 2
y re——— 50 ———————
,4
20 A L l
- : __'_3
4 ] =]
10 e e Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstirke: 1.5 mm
h constant ] Epoxy glass hard tissue, board thichness: 1.5 mm
Rinsa = 70°C/W 771392
Fig.7
Y 10 20 mm
[ ——
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BYW 82 - BYW 86

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Leistungsgleichrichter
Applications: Power rectifier

Besondere Merkmale: Features:
@ Kontrolliertes: Avalancheverhalten ® Controlled avalanche characteristics
® Hermetische Glaspassivierung ® Hermetically sealed glass passivation
® Gute Wirmeableitung lber die @ Heat conduction through the connecting
AnschluBdréhte terminals
@ Kleiner Sperrstrom ® Low reverse current
@® Hohe StoBstrombelastbarkeit @ High surge current loading
Die elektrischen Daten entsprechendenDioden: Electrically data resemble the diodes:
BYW 82 1N 5624 BYW 82 1N 5624
BYW 83 1N 5625 BYW 83 1N 5625
BYW 84 1 N 5626 BYW 84 1N 5626
BYW 85 1N 5627 BYW 85 1 N 5627

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
2.FARBRING 4.5 213
2.COLOUR RING ™\

KATHODE 1. FARBRING
CATHODE 1 COLOUR RING

Sinterglasgehause
— ——

Sintered glass case
| Gewicht - Weight
la 26 ,4_..}‘*5_57%77 26 Hl max. 0,4 g

6105

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
KathodenanschluB 1. Farbring

grau
Cathode terminal Colour ring
grey
Sperrspdnnung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colour ring
Fig. 1
¢ BYWS2  Ug=Uggy 200V rot
red
BYW 83 Ur = URrM 400 V orange
orange
BYW 84 UR = URRM 600 V gelb
yellow
BYW 85 UR = URRM 800V grun
green
BYW 86 Ur = URrM 1000 V blau
blue

B 2/V.2.€23/1176A2 173



BYW 82 > BYW 86

StoBdurchlaBstrom Fig. 2 Iegm 80 A
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 18 A

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 3
Average forward Current

tamb =45°C IFAV 3 A
Impulsleistung im Durchbruch
Pulse avalanche peak power

Ip = 20 ps Sinushalbwelle

half sine wave
4 = 1756°C PR 1000 w

Zulassige Energiebelastung bei Avalanche-
betrieb Fig. 6 nicht periodisch
(Abschaltung Induktiver Last)

Max. pulse energy in the avalanche mode,
non repetitive (inductiv load switch off)

I(BR)R =1A, Ij =175°C ER 20 mWs
Grenziastintegral i2-t 40 A?-s
i2 - t-rating
Sperrschichttemperatur g 175 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich fstg -65 ... +175 °C

Storage temperature range

? 1 ] l l [ 781386 ? 7813
Rynya = 45 °C/W I
5 Rynya = 90 °C/W FSM
'rsm I
2‘;80 L /\— H
1 2\___/+n
A - T T 100__ 10ml[——
160 P van | A K 12? T
S T TT1T
~ l 50 j\\‘\‘ Unam =0
Un VINN
120 arw ™N § -\1(11512
[/ v
BYw — h 1000 25°C
84 lavw 10
80 88 lavw an
86
5
40
175°C
\
Fig. 1 Fig. 2
o 400 800 1200 V 1 5 10 50
Ur URRM — n—=
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Wiarmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 8 RihiA 70 °C/W
Junction ambient

/=25mm, 1| = konstant Fig. 7 Ripua 30 °C/W
constant

KenngroBen
Characteristics

fj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchiaBspannung Fig. 9
Forward voltage
Ig=3A Ug™ 1,0 \

Sperrstrom Fig. 10
Reverse current

UR = URRM IR*) 0,1 1 pA
Ug = URprmr 4= 175°C IR*") 10 20 pA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage

Diodenkapazitat Fig. 11
Diode capacitance
Ugp=0, f =047 MHz Cp 65 100 pF

Riickwiértserholzeit
Reverse recovery time

Ig=Ig=100mA, ig = 10 mA - 6 10 us
di
Ug=50V, [g=1 A’E =5 Alps - 4 6 us
Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge
di
Ie=1A e 5 Alus Orr 6 10 [i[e:

*)AQL = 0,65%
**)AQL = 2,5%
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! 781308 YETT)
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BYX 82O

bis
to

BYX 86 O

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendung: Leistungsgleichrichter

Applications: Power rectifier

Besondere Merkmale:
@ Hermetische Glasspassivierung

@ Gute Warmeableitung (iber die
AnschluBdrahte

® Kleiner Sperrstrom
® Hohe StoBstrombelastbarkeit

® Kann als gutebestatigtes Baueiement
geliefert werden

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Features:

® Hermetically sealed glass passivation

@ Heat conduction through the connecting
terminals

® Low reverse current
@ High surge current loading

® Can be delivered as "Qualified semi-
conductor device”

2FARBRING 233 2085
2.COLOUR RING
KATHODE 1.FARBRING
CATHODE |COLOUR RING
= —
L Sinterglasgehause
26 46 26_.1 Sintered glass case
s101 Gewicht - Welght
max. 0,4 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings KathodenanschluB 1. Farbring
grau
Cathode terminal Colour ring
gray
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colour ring
Fig. 1 BYX 82 Ur = UrpM 200V rot
red
BYX 83 Ur = UrrMm 400V orange
orange
BYX 84 Ur = UrrM 600V gelb
yellow
BYX 85 UR = UrrM 800V grin
green
BYX 86 Ur = UrrM 1000V blau
blue

B 2/V.1.17/0474
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StoBdurchlaBstrom Fig. 7 Iegm 50 A
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom Irpm 10 A
Repetitive peak forward current

DurchlaB8strom, Mittelwert Fig. 3, 4
Average forward current

tamb < 45°C IFAV 15 A
Grenzlastintegral i2t 12 A2s
Pt-rating
Sperrschichttemperatur t 175 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich tstg —65..+175 °C
Storage temperature range

f l T 761364 ? 731366 ™
| I "
tj | | === Rypya = 35°C/W thJA
=== Ripya = 57°C/W
[T e—— Ry yp < 100°C/W
200 thyA 100
°C °c/w
‘<n g -\» -+ o-\
<P > Ve 80
150N P T T p
NJIT+ Up
o f 60
T
B t
100 t J—ia‘;"JBVX Lo
LR ] 84
H 1 H BYX /| |
HE 85 fovx 40 A ]
N o 7
1 T t T — |
5G 'l 1 —
E i EE 20 Iukonstant
f | T ;
] [
i { Fig.1 Fig.2
[0} 500 1000 V [0} 10 20mm
| ——

‘R YRam ™
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Wérmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 2
Junction ambient

tL = konstant, / = 15mm RthJA 57 °C/W
constant
[ = o0 Rth JA 100 °C/W
KenngréBen
Characteristics

1= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig. 8
Forward voltage

Ig=1A Ur*) 0,9 1,0 \"
Sperrstrom
Reverse current
Ug = URRM IR 0,1 1 pA
UR = URRM’ tj = 100°C IR") 10 25 pA

Diodenkapazitat Fig. 9
Diode capacitance

Ug =4V, f=047TMHz Cp 20 pF
Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

Ig = Ig = 1A, iR = 100mA tr 5 8 us

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

— = 50A/ps Orr 4 55 uC

IF=[R=1A’ dt

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, 1) AnschluBdrihte ungekiirzt, keine Warmeableitung iiber Halterung
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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OA 182

Germanium-Kleinflachendiode
Germanium small junction diode

Anwendungen: Allgemein, flir hohe Betriebsspannungen

Applications: General purpose, for high supply voltages

Besondere Merkmale: Features:
@ Hoher DurchlaBstrom ® High forward current

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
—{ Normgehéause
| 26 72 26 Case
s 51A2DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten Tamb 25 60 °C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 100 100 \%
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung Urrm 100 100 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 80 80 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iesm 1000 1000 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 500 500 mA
Repetitive peak forward current
DurchiaBstrom I 150 75 mA
Forward current
DurchiaBstrom, Mittelwert
Average forward current
upg = URRM IFAV 150 75 mA

B 2/V.1.17/0474 187



OA 182

Verlustleistung
Power dissipation

I'=4mm, t; <45°C Py
Sperrschichttemperatur 4

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich ’stg
Storage temperature range

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ir= 1mA Ue
Ig = 100mA Ug*)
Sperrstrom
Reverse current
UR = 15V [R
Up=10 V IR
Ur=50 V IR
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =1V, f=10MHz Cp

*) AQL = 0,65%

188

Min.

100

100
100

-55..+100

Typ.

0,22
0,35
0,55

Max.

0,45
0,85

mw

°C

°C

<< <

HA
HA
pA

pF
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Germanium-Kleinflachendioden-Quartett
Germanium small junction diodes quad

Anwendungen: Gileichrichter in Brickenschaltung

Applications: Rectifier in bridge circuit

Abmessungen in mm

Dimensions in mm 805
+ f ;
~ ! 10 ?
20
66 b7 Kunststoffgehause
Plastic case
-~ 4-polig
* Gewicht - Weight
_ max. 2g
Absolute Grenzdaten tamb 25 60 °C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung URSM 70 70 \)
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 70 70 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 65 60 \Y
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Irsm 1000 1000 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IeRM 500 500 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 120 70 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
uM = URRM ]FAV 150 75 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I=4mm, 1 < 45°C Py 100 mwW
Sperrschichttemperatur t j 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg —30..+80 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 191




OA 182B

KenngréBen Min. Typ. Max.

Characteristics
t=25°C
Richtspannung
Rectified voltage
Ug =60V~, f=50Hz UoY 50 53 Vv
Richtstrom

Rectified current
Ug=4V~, f=50Hz IravY

OA182B

60V~
f=50 Hz

)
10kQ
Ry instr. =50kQ

MeBschaltung fiir: Ug

74 1328Ttk
Test circuit for : Ug

o OAIB2B
av~
=50 Hz
’FAv
o

MeBschaitung fiir: FAV
Test circuit for : Igpy

;
:3

74 1329Tfk

1) siehe MeBschaltung
see test circuit
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Germanium-Kleinflichendioden-Quartett
Germanium small junction diodes quad

Anwendungen: Modulatoren und Demodulatoren in Ringschaltung

Applications: Modulators and demodulators in ring bridge circuits

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

66 ja— 7
1 M 2 Kunststoffgehiuse
Plastic case
4-polig
' ¢ 2 Gewicht - Weight
max.2g
Absolute Grenzdaten famb 25 60 °C
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrM 75 70 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 70 65 \
Reverse voltage
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Irpm 150 100 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 50 30 mA
Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
upg = URRM IFAV 100 85 mA

Verlustleistung
Power dissipation
I'=4mm, 1 <45°C Py 100 mw

Sperrschichttemperatur £ 100 °C
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich ’stg -30...+80 °C
Storage temperature range

/V.1.17/04
B 2/V.1.17/0474 193
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KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics
t i = 25°C
DurchiaBspannung
Forward voltage
Igp= 10mA Ug 035 045 v
Ir = 100 mA Ur") 055 085 v
Sperrstrom
Reverse current
Ug =10V I 25 75 A
UR =50V IR" 4 9 pA
Tragerrestdampfung 55 Np

Residual carrier attenuation

Unsymmetrie 1) 0,03 Np
Non-balanced

1 2 2%0
RC-Generator OA182R Selektiver
R;=150 Q 200 Pegelmesser
f=3kHz I 1 2 Q Selectiv
level meter
30
Q
300 Q
800
Q
l 0 .. .
7413277tk * 5V - MeBschaltung fiir: Symmetrie
Test circuit for : Balance
*) AQL = 0,65% 1) siehe MeBschaltung

see test circuit
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TDA 1061

Silizium-Planar-PIN-Dioden als 7-Glied geschaltet
Silicon Planar PIN Diodes as a n-circuit

Anwendungen: Als Dampfungsvierpol fiir elektronische Amplitudenregelung der Eingangs-
signale in Fernsehtunern und Antennenverstidrkern.

Applications: Attenuator two-port for AGC input signal in television tuners and antenna

amplifiers.
Besondere Merkmale: Features:
® GroBer Frequenzbereich 40 MHz ... 1 GHz @ Large frequency range, 40MHz ... 1 GHz
® Konstante Eingangs- und Ausgangs- @® Constant input and output impedance
impedanz iiber den Regelbereich throughout the range of regulation

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

-
—il— 0,2
Normgehause - Case
50B4 DIN 41867
JEDEC TO 50
Gewicht - Weight
max.0,1g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 30 \
Reverse voltage
DurchlaBstrom I 50 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur f 125 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55...+125 °C

Storage temperature range

B 2/V.2.579/0476 A1 195



TDA 1061

KenngréBen Min. Typ. Max.

Characteristics

fiir Einzeldiode 15, = 25°C
for single diode
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 50 mA Ug
Sperrstrom

Reverse current
Differentieller DurchlaBwiderstand

Differential forward resistance
IF=10mA,f=100MHz rf 5

Storspannung fiir 1% Kreuzmodulation Fig. 1 Un 1
Noise voltage for 1% cross-modulation

Dampfung Fig. 1
Damping
f =40 MHz ... 1 GHz,
UAGC =1..2V a 40 45
UAGC =4.5V a 1,5
Reflexionsdampfung Fig. 1

Reflection damping
f =40MHz ... 1 GHz arefi 16 20

abhangig vom Aufbau bzw. Leitungsfihrung
construction dependent

o112V 761

[]1,3 kQ 240
4,7nf

Rg= RL= 60 Q

-
3
n

,' or

1,2

500

920

ke
a\ls

=

gy

Fig.1 MeBschaltung und Anwendungsbeispiel
Test circuit and application note
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1N484 A

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Alilgemein

Applications: General purposes

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE

In i
s W

-

.26 w2 26 Normgehause
Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,3g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 150 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Up 130 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp <1ims Vi FSM 2 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IFRM 650 mA
Repetitive peak forward current
DurchiaBstrom Ig 200 mA
Forward current
Verlustleistung
Power dissipation
[ = 5mm, o= 45°C PV 250 mw
Sperrschichttemperatur 5 175 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —85..+175 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474
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KenngroB8en Min. Typ.
Characteristics

t = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 100 mA U
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 125V Ip
UR =125V, fj = 150°C IR
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100 pA U(BR) 150
Diodenkapazitét
Diode capacitance
Ug = 10V, f=05MHz Cp
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1N4001 = 1N4007

Silizium-Diffusions-Dioden
Silicon diffusion diodes

Anwendungen: Gleichrichter

Applications: Rectifier

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE #31 20,9
CATHODE Kunststoffgehause
I — Plastic case
i i ~JEDEC DO 7
! Gewicht - Weight
26 6,4 26 max. 0,5g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung, periodische Spitzensperrspannung
Reverse voltage, repetitive peak reverse voltage
1N4001 UR = URRM 50 \
1N 4002 UR = URRM 100 \)
1N 4003 UR = URRM 200 \
1N 4004 UR = Urpm 400 Y
1 N 4005 UR = URRM 600 \'
1N 4006 UR = URRM 800 \'
1N 4007 UR = URRM 1000 \'
StoBdurchlaBstrom Irsm 50 A
Surge forward current
Sinushalbwelle, /= 50Hz
Sine wave
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Sperrschichttemperatur 4 175 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+175 °C
Storage temperature range
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
| = 25 mm, n= konstant RthJA 85 °C/W

constant

B 2/V.1.17/0474
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1N4001 = 1N4007

KenngroBen
Characteristics
tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig=1A U™
DurchlaBspannung, Mittelwert
Average forward voltage
IFAV = 1A,/ =25mm, tL = 75°C UFAV")
Sperrstrom
Reverse current
Ur = UrrM IR")
UR = URRM’ tj = 100°C IR")
Sperrstrom, Mittelwert
Average reverse current
UR = URRM' [FAV =1A,/=25mm, lL = 75°C [RAV
1 74350 T
e
/= 285mm
/
5
IA AN
=k t 4+ L
constant
N
N
N
N\
N
a5
0 50 100 50°C
lamb —>
*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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A\
4f» IN41480-1N4149 - 1N 44460
v 1N 4447 - 1N 4448 O - 1N 4449

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter

Applications: Extrem fast switches

Die elektrischen Daten entsprechen den Dioden: Electrically data resemble the diodes:
1N4148 O 1N914 1N914A 1N4446 O
1N4149 1N916 1N916A 1N4447
1N 4449 1N916B 1N9148B 1N4448 O

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

8109 KATHODE 21,9 20,55
CATHODE
— = Normgehause
1 Case
26 3,9 B 54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URRM 100 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung U 75 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
t p <1 Hs 1 ESM 2000 mA
Periodischer DurchiaBspitzenstrom IERM 450 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom s 200 mA

Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

Verlustleistung
Power dissipation

I=4mm, 1) =45°C Py 440 mw
IL < 25°C PV 500 mw
Sperrschichttemperatur t 200 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+200 °C
Storage temperature range
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1N 4447

1N 4148 O - 1N 4149

1N 4446 O
- 1N 4448 O - 1N 4449

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
{ = 4mm, t| = konstant
constant

KenngréB8en
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ip= 5mA 1N 4448

Ir= 10mA
]F= 20 mA
IF= 30 mA

1N 4148, 1 N 4149
1N 4446, 1 N 4447
1 N 4449

Ig =100 mA 1 N 4448

Sperrstrom

Reverse current
Ug =20V
Ug = 20V, tj = 150°C
UR =75V

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100 A

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =0, f= 1MHz, Uyg = 50mV
1N 4148, 1 N 4446, 1N 4448
1N 4149, 1 N4447, 1 N 4449
Richtwirkungsgrad
Rectification efficiency
UHF = 2V, f= 100 MHz

Ruckwartserholzeit

Reverse recovery time
IF = ]R = 10 mA, iR =1mA
IF = 10mA, UR =6V,
iR = 1mA, RL =100Q

*) AQL = 0,65%, **} AQL = 2,5%

202

Rihia

Ug*) 0,62
Ug®
Ug®)
Ug®)
Ug*

Ig"
[R Q*)

U(BR) *) 100

n, 45

mr

s

Typ.

350

0,72

- ea

25
50

»

°C/W

<K<K <<<K< <

nA
pA
pA

pF
pF

ns

ns



1N 4148 O - 1N 4149

- 1N 4446 O
- 1N 4448 O - 1N 4449

? 1N 4148 74351 ™ ? 1N4446 74384 in)
; 1N74149 1N4447
F o e 111
1=25°C | y=28%C
v
100 £ 4 100 4 ‘
mA / mA 7 /
- 7
7 y 7 /
1
/ y
I'
Streugrenze / I
10 7 Scattering limit 10 'Sz'sa!!'r:':zr; ’;;r.lit =
f ;
Ji 4
T It
, ! J Il
1 . 1 ')
i ¢
I
I
1 I
/ fis
o1 J 5t 0,1
"0 ) 1V ) 05 1V
—
Ug U™
? 1N4448 7438 ™ 1 1N4449 {74386 1w
[T T
11
I 11 e
1;=25°C
/ ’
100 / 100 (1728°C /
mA F mA s
J | a l" n
Streugrenze
I' 4 'Scauer:rg limit
] I /]
! "
J
Stri renz !
10 H Sm;::n; Ii;ril = 10
11 2
r— ‘ ;
2 I 7
! I
l ]
P ]
.‘5 1 ]
" I’
; 114
T
l 1 Il
A /
ol 04 08 12V o1 05 Y .
Up— UF

203



? 74353 T
* 74358 ™
1,
R L %
1;=25°C 1
7 VT
’ i /F=100ma
10 0 :lreugrenxe 4 ™
Scattering limir HF
nA cattering i Qa
. Py
7 [ [~ 10ma
v', / 6 ™
A1/ O IN ~
7 7/ T~ mA
i / \l
10 d i
= — HH 04 N oima
0,2
1 10 . o
v U -20 0 20 40 60 80 100°C
R —— I" —_—

204



A\
i

1IN 4151 O

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter

Applications: Extrem fast switches

Besondere Merkmale: Features:
® Kann als gutebestatigtes Bauelement ® Can be delivered as "Qualified semi-
geliefert werden conductor device*

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

s108 KATHODE 21,9 20,55 Normgehéiuse
~CATHODE y ; Case
54 A2 DIN 41880
I d JEDEC DO 35
* Gewicht - Weight
26 3,9 26 max. 0,15¢g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung Urrm 75 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 50 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp =1 us [FSM 2000 mA
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepM 450 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 200 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 1 FAV 150 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I = 4 mm, = 45°C PV 440 mwW
L < 25°C Py 500 mwW
Sperrschichttemperatur t i 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+200 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 A2 205



1IN 41510

Waéarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, 1| = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
I F= 50 mA

Sperrstrom
Reverse current

Ugp =50V

Ur = 50V, 1= 150°C
Durchbruchspannung
Breakdown voltage

IR = 5 pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR =0, f=1MHz, UHF = 50mV

Ruckwaértserholzeit

Reverse recovery time
IF = [R = 10 mA, iR = 1mA
Ig = 10mA, Ug = 8V,
iR =1mA, R =100Q

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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1IN 41510
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Baf
100 £ 28°C 100 /
V4
v
d /
10 d 10 /
; /
B | f
1 I L 1
0 40 80 120V -50 o] 50 100 °
UR — ti—>
* 7435 The ? 74360 Ti
IF CD
2
pF
ny=100°c [ f25°C
100 f
mA v a
rari
/
15
10 & f=1MHz
Vi fj=28°C
J
|
[
—
1 4
0 0,5 1V 0 20 40V
UF — UR—>

207






@> 1N 4154

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter
Applications: Extrem fast switches

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

st09 KATHODE 219 20,55
“CATHODE
y T " Normgehause
26 3,9 26 Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 35 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 25 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp =1us IFSM 2000 mA
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm 450 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 200 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Verlustleistung
Power dissipation
I'=4mm, 1 =45°C Py 440 mw
t L < 25°C PV 500 mwW
Sperrschichttemperatur 4l 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C

Storage temperature range
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1N 4154

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I = 4mm, t|_ = konstant RthJA
constant
KenngréoBen
Characteristics

1= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

1F=30mA UF')

Sperrstrom
Reverse current

Ug =25V "
Ug = 25V, 1} = 150°C Ir*

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

Ig = 5pA U(BR)')

Diodenkapazitat
Diode capacitance

Ug =0, /= 1MHz, Uye = 50mV Cp

Rickwaértserholzeit
Reverse recovery time

IF = IR = 10mA, iR = 1mA ter
]F = 10mA, UR = GV,
iR = 1mA, RL =100Q tr

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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1N 4154
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BZ102/...

Silizium-Diffusions-Stabilisator-Dioden
Silicon diffusion voltage stabilising diodes

Anwendungen: Spannungsstabilisierung und Spannungsbegrenzung

Applications: Voltage stabilisation and voltage regulation

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE %26 20,55
CATHODE
Normgehéause
= = Case
3 51 A2 DIN 41880
26 72 26 JEDEC DO 7
sn7 Gewicht - Weight
max. 0,3g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
DurchlaBstrom BZ 102/0V7 I 250 mA
Forward current BZ 102/1V 4 I 130 mA
BZ 102/2V 1 I 80 mA
BZ 102/2V 8 I F 60 mA
BZ 102/3V 4 g 50 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I'=4mm, ¢ < 45°C Py 250 mw
Sperrschichttemperatur £ 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55...+150 °C
Storage temperature range
Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
[ = 4mm, ;= konstant Rinaa 400 °C/W

constant
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BZ102/...

KenngréBen
Characteristics

]

DurchlaB8spannung
Forward voltage
Ig = 5mA

Temperaturkoeffizient von Ug
Temperature coefficient of Ug

Sperrstrom
Reverse current

Up =

t; = 25°C

BZ 102/0V7

BZ 102/1V 4
BZ 102/2V 1
BZ 102/2V 8
BZ 102/3V 4

Differentieller DurchlaBwiderstand

Differential forward resistance
1 F = 5mA

BZ 102/0V7
BZ 102/1V4
BZ 102/2V1
BZ 102/2V 8
BZ 102/3V 4

74 99 Ttk

* i -
1 T 1
6
I ]
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[
[
]
[]
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1y I
mA H=1
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it 1 [AV A
HH Il
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BZX 55/C...O

Silizium-Epitaxial-Planar-Z-Dioden
Silicon epitaxial planar Z diodes

Anwendung: Spannungsstabilisierung

Applications: Voltage stabilisation

Besondere Merkmale:

@ Scharfer Abbruch der Sperrkennlinie

® Niedriges Sperrstromniveau

@ Sehr groBe Stabilitat

® Geringes Rauschen )

@® Mit engeren Toleranzen lieferbar

® Kann als gutebestatigtes Bauelement

geliefert werden

Abmessungen.in mm
Dimensions in mm s108

KATHODE

CATHODE

Features:

® Very sharp reverse characteristic
® Low reverse current level

® Very high stability

@® Low noise

@ Available with tight tolerances

® Can be delivered as "Qualified semi-
conductor device”

21,9 20,55

s

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Verlustleistung
Power dissipation

[=4mm, ¢t = 25°C
Z-Strom
Z-current
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, 1| = konstant
constant

B 2/V.1.17/0477 A1

26

m Normgehause
J y Case
26 54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,5g
Py 500 mw
Py
IZ G mA
IJ' 175 °C
lstg -65..+175 °C

Min. Typ. Max.

Rinua 300 °C/W
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BZX 55/C...O

f 74 1240 T * 741241 T
R, Rtnsa
400 A 400
mwW °C/w
pad
\ A
300 \ 300
//
\ ! !
200 200
\
L =konstant
! constant
100 \ 100
[0} 50 100 150 200°C 0 5 10 15 mm
famb—* | ——
KenngréBen
Characteristics
tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
DurchlaBspannung
Forward voltage
[g = 100mA Ug 1,0 Vv

220



BZX 55/C...O

o
Uz%9°%) TRuz oy | h | IMbeiUp | 1g)beiUg
Typ I7 =5mA at at
1 mA
v 1074/°C Q Q nA v pA Y
BZX 55/C2V 4 2,28.. 256 | -9.-6 | <85 |< 600 | <10000 1 <50 | 1
BZX 55/C2V7 25 .. 29 -9.-6 | <8 |< 600 | <10000 1 <50 | 1
BZX 55/C3V0 28 .. 32 -8.-5 | <85 |[< 600 | < 4000 1 <40 | 1
BZX 55/C3V3 31 .. 35 -8.-5 (<85 |< 600 | < 2000 1 <40 | 1
BZX 55/C3V6 34 .. 38 -8.-5 | <85 <600 | < 2000 1 <40 | 1
BZX 55/C3V9 37 .. 4.1 -8.-5 | <85 |[< 600 | < 2000 1 <40 | 1
BZX 55/C4V 3 40 .. 46 -6.-3 | <75 [< 600 | < 1000 1 <20 | 1
BZX 55/C4V7 44 .. 50 -5.-2 | <60 |< 600 | < 500 1 <10 | 1
BZX 55/C5V 1 48 .. 54 -2.+2 | <3 (<55 | < 100 1 <2 | 1
BZX 55/C5V 6 52 .. 60 |-0,5.+5 | <25 |< 450 | < 100 1 <211
BZX 55/C6V 2 58 .. 66 3. 6 | <10 <200 | < 100| 2 <92 2
BZX 55/C6V8 64 .. 7.2 3. 7 |< 8 |[<150 | < 100 3 <21 8
BZX55/C7V5 70 .. 79 3. 7 |< 7 < 850 | < 100/ 5 <21 5
BZX 55/C 8V 2 77 .. 87 3. 8|< 7 |< 850 | < 100| 8 <92| 6
BZX 55/C9V 1 85 .. 9,6 3. 9 |<10 |< 50 | < 100} 7 <2| 7
BZX 55/C 10 9.4 ..10,6 3. 10 |<15 |< 70 | < 100 | 75| <2 | 75
BZX 55/C 11 10,4 ..11,6 3. 11 | <20 |< 70 | < 100 | 85| <2 | 85
BZX 55/C 12 11,4 ..127 3..11 | <20 |< 90 | < 100 | 9 <21 9
BZX 55/C 13 12,4 ..14,1 3. 11 | <26 [< 110 | < 100 | 10 < 2|10
BZX 55/C 15 138 ..156 3. 11 | <3 <110 | < 100 | 11 <2111
BZX 55/C 16 153 ..17.1 3. 11 | <40 |< 170 | < 100 | 12 <2 |12
BZX 55/C 18 16,8 ..19,1 3. 11 | <50 [< 170 | < 100 | 14 < 2|14
BZX 55/C 20 18,8 ..21,2 3. 11 | <55 [< 220 | < 100 | 15 < 2|15
BZX 55/C 22 20,8 ..23,3 4.. 12 | < 585 |< 220 | < 100 | 17 < 2|17
BZX 55/C 24 228 ..256 4. 12 | <80 (< 220 | < 100 | 18 <2118
BZX 55/C 27 25,1 ..28,9 4. 12 | <80 |< 220 | < 100 |20 < 2|20
BZX 55/C 30 28 .32 4. 12 | <80 |< 220 | < 100 |22 < 2|22
BZX 55/C 33 31 .35 4. 12 | <80 (<220 | < 100 | 24 < 2|24
BZX 55/C 36 34 .38 4. 12 | <80 (< 220 | < 100 |27 <2 |27
BZX 55/C 39 37 .41 4. 12 | <90 |< 500 | < 100 | 28 <2 |28
BZX 55/C 43 40 .46 4. 12 | < 90% < 600%|{ < 100 | 32 <2 |32
BZX 55/C 47 44 .50 4. 12 | <110% |< 7004 < 100 | 35 <2 |35
BZX 55/C 51 48 ..54°9) 4. 12 | <125% |< 700%| < 100 | 38 < 21|38
BZX 55/C 56 52 ..60°% 4. 12 | <135% |<1000%| < 100 | 42 < 2|42
BZX 55/C 62 58 ..66° 4. 12 | <150% [<1000%| < 100 | 47 < 2 |47
BZX 55/C 68 64 .729 4.. 12 | <170% |<1500%| < 100 | 51 < 2|51
BZX 55/C 75 70 ..79% 4. 12 | <200°% [<1500%| < 100 | 56 < 2|56

1
*) AQL = 0,65%, ) 7j = 150°C, ?) % =0,011,=<100ms,%) iz =25mA, ‘) Iz =05mA,

5) Hohere Z-Spannungen auf Anfrage
For higher Z-voltage please contact factory
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BZX 55/C... O
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BZX 55/C...O
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BZX 55/C...O
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BZX 85/C...

Silizium-Epitaxial-Planar-Z-Dioden
Silicon epitaxial planar Z diodes

Anwendungen: Spannungsstabilisierung
Applications: Voltage stabilisation

Besondere Merkmale:
@ Scharfer Abbruch der Sperrkennlinie
@ Kieiner Sperrstrom
@ Sehr groBe Stabilitat
® Geringes Rauschen
@ Mit engeren Toleranzen lieferbar

Features:

@ Sharp edge in reverse characteristics
@ Low reverse current

@ Very high stability

® Low noise

@ Available with tight tolerances

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
KATHODE
CATHODE )

- 26 4.‘ 41

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Verlustleistung
Power dissipation

I =4mm, f =25°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474

22,5 2085
Normgehause
! Case
26 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 41
Gewicht - Weight
max. 0,3 g
P Vv 13 w
4 175 °C
Istg -65..+175 °C
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BZX 85/C...

? 761959 ? 761952
Prot ] RehJA
1,6 % Z 1 200
w / ! ‘CIW
="
160 ]
V.
1.2 | }/=4mm /,
\\ . 10 mm
Y |20 mm 120
N\
0,8
ANARN
\‘\\ 80 ! !
:\:\\ u
O, 4 \ \‘ / v
\ 40 U= constant
0 I
-50 [0} 50 100 150 °C 0] 8 16 24 mm
lamb — !
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RinJA 110 °C/W
Junction ambient
/=4 mm, 1; = konstant
constant
KenngréBen
Characteristics
tj = 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
DurchlaB8spannung
Forward voltage
Ig =200 mA Ug 1 \%
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BZX 85/C...

Uz% " TK 4z 2j *) bei Iz Iyj bei Iz Ip*) bei UR
Typ at at at
\ 1074/°C Q mA Q mA pA Vv
BZX 85/C2V7 25. 29 -8 ..—5 <20 80 < 400 (1 <150 1
BZX 85/C3V0 28.. 32 -8 ..—5 <20 80 < 400 (1 <100 1
BZX 85/C3V3 31. 35 -8 ..—5 <20 80 < 400 |1 < 40 1
BZX 85/C 3V 6 34. 38 -8 ..—5 <15 60 < 500 |1 < 20 1
BZX 85/C3V9 37. 41 -7 .- 2 <15 60 < 500 |1 < 10 1
BZX 85/C4V3 4,0.. 46 -7 ..+1 <13 50 < 500 |1 < 3 1
BZX 85/C4V7 44. 50 -3 .t+4 <13 45 < 600 (1 < 3 15
BZX 85/C5V1 48.. 54 -1 ..+4 <10 45 < 500 (1 < 1 2
BZX 85/C5V 6 52. 6,0 0 .+45 < 7 45 < 400 (1 < 1 2
BZX 85/C 6V 2 58.. 6,6 +1 ..+55 < 4 35 < 300 (1 < 1 3
BZX 85/C6V8 64. 72 +1,5..+6 < 35 35 < 300 |1 < 1 4
BZX 85/C7V5 70.. 79 +2 ..+65 < 3 35 < 200 |05 < 1 4,5
BZX 85/C 8V 2 77.. 87 +3 .. +7 < 5 25 < 200 |05 < 1 5
BZX 85/C9V 1 8,5.. 96 +35..+75 < 5 25 < 200 | 05 < 1 6,5
BZX 85/C 10 9,4..106 +4 ..+8 <7 25 < 200 |05 < 05| 7
BZX 85/C 11 10,4..116 +45..+8 < 8 20 < 300 |05 < 05| 77
BZX 85/C 12 114.127 +4,5..+85 < 9 20 < 350 |05 < 05]| 84
BZX 85/C 13 12,4.141 +5 ..+85 <10 20 < 400 | 05 < 05| 91
BZX 85/C 15 13,8..15,6 +55..19 <15 15 < 500 |05 < 05]105
BZX 85/C 16 15,3.17,1 +5,5..4+9 <15 15 < 500 | 05 < 05|11
BZX 85/C 18 16,8..19,1 +6 ..+9 <20 15 < 500 |05 < 056|125
BZX 85/C 20 18,8..21,2 +6 ..+9 <24 10 < 600 |05 < 05|14
BZX 85/C 22 20,8..23,3 +6 ..+95 <25 10 < 600 |05 < 051155
BZX 85/C 24 22,8..25,6 +6 ..+95 <25 10 < 600 |05 < 05|17
BZX 85/C 27 25,1..28,9 +6 ..+9,5 <30 8 < 750 [025 {< 05|19
BZX 85/C 30 28 .32 +6 ..+95 <30 8 <1000 {025 |< 05|21
BZX 85/C 33 31 .35 +6 ..+95 <35 8 <1000 | 025 (< 05|23
BZX 85/C 36 34 .38 +6 ..+95 <40 8 <1000 [ 025 | < 0525
BZX 85/C 39 37 .41 +6 ..+95 <50 6 <1000 | 025 < 05127

*) AQL = 0.65%,

|) Hohere Z-Spannungen auf Anfrage
For higher Z-voltages please contact factory
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BZX 85/C...
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A\
i

BZY 87/...

Silizium-Diffusions-Stabilisator-Dioden
Silicon diffusion voltage stabilising diodes

Anwendungen: Spannungsstabilisierung und Spannungsbegrenzung

Applications: Voitage stabilisation and voltage regulation

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
ik L
j Normgehéause
26 72 26 Case
s 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,3g
Absolute Grenzdaten famb 25°C
Absolute maximum ratings
DurchlaBstrom BZY 87/0V7 Ig 250
Forward current BZY 87/1V 4 Ig 130
BZY 87/2V 1 I 80
BZY 87/2V8 I 60
BZY 87/3V4 I 50
Verlustleistung
Power dissipation
I=4mm, 7 <45°C Py 250 mw
Sperrschichttemperatur i 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg —55..+150 °C
Storage temperature range
Wiérmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I=4mm, = konstant RthJA 400 °C/W

constant

B 2/V.1.17/0474
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BZY 87/...

26 -107%/K

KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics
4= 25°C
DurchiaBspannung
Forward voltage
Ig = 1mA BZY 87/0V7 Ur 0,65
BZY 87/1V4 U 13
BZY 87/2V 1 U,: 19
B2ZY 87/2V8 Up 2,55
BZY 87/3V 4 U 32
Ig = 5mA BZY 87/0V7 U 0,65 07 075
BZY 87/1V 4 UF 13 14 1,5
BZY 87/2V 1 Ug 19 21 2,3
BZY 87/2V 8 U 2,6 28 3,0
BZY 87/3V 4 Ug 3,2 34 37
Temperaturkoeffizient von /¢
Temperature coefficient of I
Sperrstrom
Reverse current
Ug =5V I 1 100
Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
BZY 87/V07 r§ 6 8
BZY 87/1V 4 rs 13 20
BZY 87/2V1 rf 19 30
BZY 87/2V 8 Ts 26 40
BZY 87/3V 4 r§ 33 50
I*F
100}
mA| B2Y V7 ::’: /va Javt /3va
avivd Z
10 1’ ‘s / y {0 / 7
1 ; y
! N / Vi
'
AW'H 'Arad ,
H l‘ yi ) Vi / / /, A
T T L4 , 7
o i Ay ayavay.any,
I
y/
001 J ) p S
1
V
0,001
("] 05 15 2 25 45V .
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AEG-TELEFUNKEN
Serienprodukte

Geschéaftsbereich Halbleiter
Vertrieb

Postfach 1109

7100 Heilbronn

Tel.: (07131) 88 21 - Telex 07-28 746

Auskiinfte iiber unser Produktionsprogramm erteilen:

AEG-TELEFUNKEN

Serienprodukte
Vertriebsniederlassung
Vertrieb Bauelemente

1000 Berlin 33, Hohenzollerndamm 152
Tel. (0 30) 8292-3 62, Telex 183697
365

2000 Hamburg 36, Stadthausbriicke 9
Tel. (040) 3498-317, Telex 211 609
319

3000 Hannover 1, Alemannstrae 17-19
Tel. (0511) 16 78-841, Telex 921318
845

5000 Koln 30, Oskar-Jdger-StraBe 125-143
Tel. (0221) 5491-6 64, Telex 8882928
674

6000 Frankfurt 1, Mainzer LandstraBe 23
Tel. (06 11) 267-337, Telex 411 164

339

382

7030 Boblingen-Hulb, DornierstraBe 7
Tel. (07031) 66 68-6 51, Telex 7 265 565

7730 VS-Villingen, LuisenstraBe 9
Tel. (077 21) 23065, Telex 7921512

8000 Miinchen 19, ArnuifstraBe 205
Tel. (089) 1305-4 66, Telex 523168
652
653
572

8500 Niirnberg 1, ZollhausstraBe 95
Tel. (09 11) 80 04-5 24, Telex 622 571
bis
529

Distributoren:

Distron
1000 Berlin 33, Mecklenburgische StraBe 24 b
Tel. (030) 824 3061/65, Telex 185478

ALFRED NEYE-
ENATECHNIK GmbH
2085 Quickborn, SchillerstraBe 14
Tel. (04106) 6 12-1, Telex 213590

RTG E. SPRINGORUM KG
4600 Dortmund, BronnerstraBe 7
Tel. (02 31) 54 951, Telex 822 534

BERGER-ELEKTRONIK GmbH
6000 Frankfurt, Am Tiergarten 14
Tel. (06 11) 4903 11, Telex 412649

elecdis — Ruggaber KG
7250 Leonberg, HertichstraBe 41
Tel. (07152) 47081, Telex 724 192

POSITRON
Bauelemente-Vertriebs-GmbH
7730 VS-Villingen, Niedere StraBe 64

Tel. (077 21) 59084, Telex 7921 515

ELECTRONIC 2000 Vertriebs GmbH
8000 Miinchen 80, Neumarkter StraBe 75
Tel. (089) 434061, Telex 522 561
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AEG-TELEFUNKEN
Serienprodukte

Geschiftsbereich Halbleiter

Export
P.O.B. 1109
‘D-7100 Heilbronn

Tel.: 8821 - Telex: 07-28 746

Europa

Société Anonyme belge

AEG-TELEFUNKEN

40, Rue Souveraine

B-1050 Bruxelles

Tel.: 5127940
5133970

Telex: 21359

Bulgarien

E. van Hazebrouck KG
Savigny-Str. 37

6000 Frankfurt/Main 1
Tel.: 06 11/74 90 41
Telex: 04-11 071

Danemark

AEG DANSK

Electriciteits Aktieselskab
Roskildevej 8-10
DK-2620 Albertslund
Tel.: 648522

Telex: 33122

Finnland

Sédhkoliikkeiden OY
P.O.B. 88

SF-01301 Vantaa 30
Tel.: 8381

Telex: 12431
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Frankreich

AEG-TELEFUNKEN
FRANCE SA

Department Composants
Electroniques

6, Bivd. du Général Leclerc
Bureau 612

92115 Clichy

Tel.: 7393310

Telex: 620827

Griechenland

Telefex AG

101 Thessalonikis Street

Moschaton (58)-Athens

Tel.: 4819346
4817946/7/8

Telex: 213487

GroBbritannien

AEG-TELEFUNKEN (UK) Ltd.

Bath Road
Slough SL 1 4AW
Berkshire

Tel.: 87 2101
Telex: 847541

Italien

AEG-TELEFUNKEN Societa
ltaliana per Azioni

UTECO 310

Viale Brianza, 20

Casella Postale 47

20092 Cinisello Balsamo/
Milano

Tel.: 92798

Telex: 31473

Jugoslawien

Interexport

Trg Republike 5/VIIl
P.P. 789

YU-11001 Beograd
Tel.: 620055
Telex: 11240

Luxemburg

AEG-TELEFUNKEN
Luxembourg S.A.R.L.

8, Rue 1900, Postfach 2004
Luxembourg

Tel.. 488041

Telex: 2513

Holland

N.V.Electriciteits Maatschappij
AEG Amsterdam

Aletta Jacobslaan 7
Amsterdam-Slotervaart

Tel.: 5116333

Telex: 11234

Norwegen

AEG-TELEFUNKEN Norge A.S.
Dag Hammerskjolds vei 47
Postboks 187, @kern

N-Oslo 5

Tel.: 156590

Telex: 19961



Osterreich

Osterreichische

AEG -TELEFUNKEN G.m.b.H.
Briinner Str. 52

A-1211 Wien

Tel.: 3801364

Telex: 74889

Polen

THM EXIMPOL S.A.
ul. Stawki 2/Etage 28
Postfach 810
PL-00-950 Warszawa
Tel.: 2599 62

Telex: 814 640

Portugal

AEG-TELEFUNKEN
Portuguesa S.AR.L.
Rua Joao Saraiva, 4/6
Apartado 5149
Lissabon 5

Tel.: 891171

Telex: 12173

Ruménien

E. van Hazebrouck KG
Savigny-Str. 37

6000 Frankfurt/Main 1
Tel.: 06 11/7490 41
Telex: 04-11 071

Schweden

SATTCO AB
Dalvdgen 10
S$-17136 Solna
Tel.: 830280
Telex: 11588

Schweiz

Elektron AG
Riedhofstrasse 11
CH-8804 Au ZH
Tel.: 7517 22
Telex: 75755

Spanien

AEG Ibérica de
Electricidad, S.A.
General Mola 112-114
Apartado 235

Madrid 2

Tel.: 2627600

Telex: 27635

Tiirkei

Server Ataman
Istiklal Caddesi 378/4
P.K. Beyoglu 366
Istanbul-Beyoglu
Tel.: 442168

Ungarn

MERCATOR S.A.R.L.
Thokoly ut 156
Postfach 77

1441 Budapest XIV
Tel.: 833177,833163
Telex: 225046

Afrika:

Angola und S. Tome

Sociedade Luso-Alema Lda.

Caixa Postal 1222
Luanda

Tel.: 739 60/61/62
Telex: 3137

Marokko

ElectRa S.A.

4, Rue Canizares
Casablanca

Tel.: 62861/62
Telex: 22933

Siidafrika

Impectron (Pty) Ltd.
P.O.B. 10262
Johannesburg, 2001
Tel.: 7253350
Telex: 80174

Mittel- u. Siidamerika

Brasilien

AEG-TELEFUNKEN

do Brasil S.A.

Rua Tabareé 551

Campo Grande

Santo Amaro

Caixa Postal 2020 u. 8557
Sao Paulo

Tel.: 247-0122

Telex: 1123558

Mexiko

TELEFUNKEN Mexicana
S.A.de C.V.

Poniente 146 No. 730
Aptdto. Postal 75-158
Mexico 16, D.F.

Tel.: 5679233

Telex: 1775681

Venezuela

AEG-TELEFUNKEN
VENEZOLANA S.A.

Boleita Norte

Calle Vargas

Apartado de Altamira 68912
Caracas 106

Tel.: 36 14 11

Telex: 25342
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Nordamerika

Kanada

Bayly Engineering Ltd.
167, Hunt Street

Ajax Ontario, L1 S1 P6
Tel.: 839-1101-1104
Telex: 06981293

USA

AEG-TELEFUNKEN
Corporation

570, Sylvan Avenue
Englewood Cliffs/
New Jersey 07632
Tel.: 568-8570
Telex: 135497

Asien

Hongkong

Jackson Mercantile
Trading Co. Ltd.

57, Ta Chuen Ping Street
2nd Floor

Kwai Chung

N.T., Hong Kong

P.O.B. 2904

Tel.: 12-24 41 21-8
Telex: hx 74774
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Indien

NGEF Ltd.

Bank of Baroda
Building

16, Parliament Street
P.0.Box 633

New Delhi 110001

Iran

AEG-TELEFUNKEN IRAN
Kh. Karim-Khan Zand
AEG-Building

Teheran

Tel.: 827143-7/830341-5
Telex: 2679

Israel

ELOTAS

Electro-Vista Industries Ltd.

P.0.Box 2659
Tel Aviv

Tel.: 269-930
Telex: 3-2387 IL

Singapore

Seow Kuan Co. (Pte.) Ltd.
4-6, Dhoby Ghaut
Singapore 9

Tel.: 30351/52

Australien und
Ozeanien

Australischer Bund

Amalgamated Wireless

(Australasia) Ltd.
47, York Street
G.P.0.Box 2516
Sydney N.S.W.2001
Tel.: 20233

Telex: 21515

Neuseeland

AWA

New Zealand Ltd.
Wineera Drive
P.0O.B. 830

Porirna, Wellington
Tel.: 75-069

Telex: 31001
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Bauelemente
fir Elektronik und
Nachrichtentechnik

Components
for Electronics and
Telecommunication Systems

Geschaftsbereich Rohren und Baugruppen
1. Réhren: Postfach 4309 - 7900 Ulm - % (07 31) 1911 % 712601

Bildréhren fiir Schwarz/WeiB- und
Farbfernsehgeréte

Ablenkmittel fiir Fernsehbildréhren
Bauteile fiir Farbfernsehen
Mikrowellenréhren, Mikrowellen-Si-Dioden
Elektronenstrahlréhren fiir Oszillographen
Monitorréhren, Radarréhren
Bildabtastrohren

Bildwandlerrohren

Bildverstarkerrohren

Bildaufnahmerohren, Fotozellen
Stabilisatoren, Thyratrons, Kaltkathodenrohren
Gasentladungs-Anzeigeelemente
Bildschirm-Module

Empfénger- und Verstarkerrohren
Spezialverstarkerrohren

Senderdhren, Rontgenréhren

Picture Tubes for Monochrome and

Colour TV Sets

Deflecting Units for TV Picture Tubes
Components for Colour TV Sets

Microwave Tubes, Microwave Silicon Diodes
Cathode-ray Tubes for Oscilloscopes
Monitor Tubes, Radar Tubes

Flying Spot Tubes

Image Converter Tubes

Image Intensifier Tubes

Camera Tubes, Photocells

Stabilizers, Thyratrons, Cold-cathode Tubes
Gas Discharge Display Elements

Display Modules

Receiving and Amplifying Tubes
Special-purpose Amplifying Tubes

Diodes, Transmitting Tubes, X-ray Tubes

2. Baugruppen: Postfach 144 - 8070 Ingolstadt 2 - = (0841) 8201119 45 055875

Schaltdioden-Tuner

Digitale und elektronische Programmspeicher
Potentiometertasten

Leiterplatten

Schicht-Regelwiderstéande und Schalter

Geschaftsbereich Halbleiter

Switch Diode Tuner

Digital and Electronic Programme Memory
Potentiometer Switching Units

Printed Circuits

Potentiometers Carbon Composition and Switches

Postfach 1109 - 7100 Heilbronn - = (07131) 8821 ) 728746

Digitale integrierte Schaltungen
Lineare integrierte Schaltungen

Digital Integrated Circuits
Linear Integrated Circuits

Kundenspezifizierte Schaltungen in MOS-Technik Custom designed MOS-Circuits

Transistoren und Dioden fiir
Industrie- und Konsumanwendungen
Optoelektronische Bauelemente

Transistors and Diodes for
Industrial and Consumer Applications
Optoelectronic Devices

Geschéftsbereich Passive Bauelemente
1. Vertrieb Kondensatoren und Schichtschaltungen
Postfach - 8500 Niirnberg 107 - & (0911) 27 71 % 0622551

Al-Elektrolytkondensatoren
Tantal-Kondensatoren
Kunststoff-Folienkondensatoren
Dickschichtschaltungen

2. Vertrieb Starkstromkondensatoren

AL Electrolytic Capacitors
Tantalum Capacitors
Plastic foil Capacitors
Thick film Circuits

Drontheimerstr. 28—34 - 1000 Berlin 65 - = (030) 491061 % 0181787

Funk-Entstérmittel

MP-Kondensatoren fiir Gleichspannung
Motor-Kondensatoren

Kondensatoren fiir Entladungslampen
Glattungskondensatoren ab 1 kV
Leistungs-Kondensatoren
Anlagenschutz-Kondensatoren
Elektroprintpapier

AEG-TELEFUNKEN

Noise suppressors

Metallised paper (MP) capacitors d.c. applications
Motor capacitors

Capacitors for fluorescent lamps

Smoothing capacitors, ratings from 1 kV

Power capacitors

Protection Capacitors

Electroprint Paper
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